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définition des symholes utilisés en optoélectronique

Aapp : surface apparente

Ae : surface émissive

Ar : surface réceptrice

Ag : surface sensible

By : tension de tenue

C : capacité

Ce : capacité collecteur

Cd : capacité diode

Cin/out : capacité entrée-sortie ou primaire-secondaire

D* : détectivité

E : éclairement

Ee : éclairement énergétique

Ey : éclairement visible

Fco : fréquence de coupure

| intensité du courant électrique

Ic : courant collecteur (= Ip = I si VCE et E sont définis)
Ic/IF : rapport de transfert dans un photo-coupleur (courant de sortie/courant d’entrée)
ICEO : courant d'obscurité collecteur

Icm : courant collecteur créte

le :intensité énergétique

IF : courant direct dans une diode

IF (P) : courant direct dans le point d'un afficheur numérique
IFRM : courant de créte répétitif

IF (s) : courant dans un segment d’un afficheur numérique
IFSM : courant de créte non répétitif

IF (M : courant total dans un afficheur numérique

I : courant sous éclairement (= | = I si VCE et E sont définis)
Ip : courant sous éclairement (= I = I si VCE et E sont définis)
Ipc : courant de court-circuit sous éclairement

IR : courant inverse dans une diode

ly :intensité lumineuse visible

Le : luminance énergétique

Ly : luminance visible

NEP : puissance équivalente de bruit

P : puissance électrique

PL= Pp : puissance délivrée sous éclairement

Ptot : puissance totale dissipée

R : résistance électrique

RD : résistance dynamique

Riso : résistance d’isolement entre entrée et sortie

Rth j-a : résistance thermique de la jonction a I'ambiante

Rth j-case :résistance thermique de la jonction au boitier

Rth j-mb  :résistance thermique de la jonction au fond de boitier
S : sensibilité

T : température

Tamb : température ambiante

td : temps de retard a la montée

tf : temps de descente

Tj : température de jonction

toff :=tg + tf : temps de descente total

ton :=tq + t; : temps de montée total

tp : durée de I'impulsion

tr :temps de montée

tg :temps de retard a la descente

Tstg : température de stockage

\Y : tension électrique

a4 2 2 2 S S H A



w W vV vV U UV UV

V(BR) : tension de claquage

VcB : tension collecteur-base

VcBO : tension collecteur-base (émetteur ouvert)
\ele : tension d'alimentation

VCE : tension collecteur-émetteur

VCE sat : tension de saturation collecteur-émetteur
VCEO : tension collecteur-émetteur (base ouverte)
VEBO : tension émetteur-base (collecteur ouvert)
VECO : tension émetteur-collecteur (base ouverte)
VE : tension directe diode

Viso (d.c.) :tension d’isolement en continu
Viso (RMS) : tension d’isolement en alternatif

VL=Vp : tension sous éclairement

Vpo : tension en circuit ouvert sous éclairement

VR : tension inverse diode

0 : rapport cyclique

A : pic de la fréquence d’émission

AN : largeur & mi-hauteur de la courbe spectrale

Te : puissance énergétique

Dy : puissance visible

(S} : angle formé par le vecteur correspondant au maximum d’émission ou de réception et le vecteur correspondant a

50 % de ce maximum.

Certaines normalisations n‘étant pas encore intervenues a ce jour, on trouvera ici 'emploi de plusieurs symboles pour une méme
définition.
Cette liste pourrait donc évoluer en fonction des décisions de Comités Européens.
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photodiodes au silicium

T C

BPX 40-41-42

usage general

Photodiodes planar au silicium pour usage général.

Caractéristiques principales

BPX 40 | BPX 41| BPX 42

Y = PP max 18 18 12
IL(VR=15V;

E=10001X) vt e typ 10 30 -
IL(VR=10V:

E=10001X) vt e e typ — ~ 120
IRIOVR = 15 V) v v ettt e e e e max 0,5 1 -
IR(VR = TOV) « et max — — 5
A typ 800 800 800

+A

a A
a2 A
v A
nm

Brochages

(dimensions en mm)

BPX 40 1,25 l* 2,2+ 095
. T v Koy
—x :Ex:::: 015
-— 30 —>L~3,35 —»|le— 30 —

Epaisseur : 0,27 mm

BPX 41

BPX 42

0[15 B = Y e

i

— 30—»‘4———h7———>‘<—— 30 —»

‘kASJ ——-—-7*-—DI

a 7

|l+——-30 ——»’4——7—7- — 7’04-4—».

Valeurs a ne pas dépasser (Limites absolues)

i w l

‘\4_; —
SN C

|-— - ]

BPX 40 ’ BPX 41 1 BPX 42

=={.Ilg %z:: —% 0,15 '

\
mA
mA

max 125°C

Y2 = SO max 18 | 18 12
= max 5 10 50
= max 2 5 20

TUG « v v ot —_ 654+ 125 °C
LI I AT I

{BPX 40;BPX 41 ... 500°C/W
BPX42........... 300°C/W
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/ 4 - - —_ o X
Caractéristiques (Tamp = 25°C) BPX 40 | BPX 41 | BPX 42
_ typ 0,01 0,02 - uA
IRIVRZ 15 V) - o e eee et e e e e {max o5 X - "
typ — — 0.1 u A
IRIVRE T0V) e e e e e et e {max - - 5 "
IRIVR= 15V : Tamb = 100°C) @@ trrermeeaaaneans typ 06 12 - wA
R(VR amb ) {max 4 8 — uA
o - - > A
IRIVR = 10V Tamb = 100°C) vt {:rngx - - a0 “A
—0:-E= T o min 7,5 20 80 oA
ILIV=0;E=1000Ix; Te=2700°K) - o0vunrmenaarinaaenns {typ J oo oo A
N e ° min 330 330 330 mV
VE(I=0;E=10001x;Te=2700°K) eoounmmmmrnnnaaenn {typ 320 320 S50 m
= (E= Te= OK) e e min 85 25 - wA
ILIVR=15V;E= 1000 Ix;Tc= 2 700 °K) {typ o > - ‘A
IL(VR=10V,E=1000Ix;Te=2700°K) ....uuuerererreenn. I;‘;:O" - - 128 “ﬁ
— —_— L
A typ 800 800 800 nm
Cq(VR=1BV ;f=500kHz) ... ... typ 90 250 — pF
Cq(VR=10V;f=B00KHZ) ...ooovviiiniiiee. typ - — 1000 pF
Cd (VR =0:;f=500 KHZ) oo e typ 300 800 3000 pF
Courbes caractéristiques
4 [ TITIT 17T
Valeurs typiques Tamb=25°C
L Ternp. de couleur [T
(pA) 2700K
N
(/o) 102
100 £-50001
\ 20001x
typ
\ 10 10001
50
500Ix —+
T
\ -
F {
i
0 1
250 50D 750 1000 1250 1 10 102 10° Ve (mV) 10
Alnm)
Réponse Spectrale relative BPX40
’ CanE 10 I S
[1: I, \TI::lleursxty[pi;atls H Tc;bJZ:Séél i
" p" L (pA) Tﬂmpzd7e0coo'\<ﬂeur,~
' = C C 103
- 35 i
= —741
. % ool L ST typ
—++14HE=5000 I
] i
A . 4 4 ‘ X
v 2oo?|
107 10 1000 Ix |
500+|x ‘
gl [: ) T
1073 L 1 J I \ H J
25 ) 75 Tome (°C) 100 1 10 102 103 104 10° R () 10°

BPX40 BPX40
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Courbes caractéristiques (suite)

10 T
T : e [ TITIT [ TT1
T O
I .z Valeurs typiques Tamb=25°C
L 1 L \Z J_/T I, Temp. de couleur' T
(par T :u}j}% 1 (pA) 2700k
Epe=zainaint
P | \ L] E=5000Ix ‘
= = BE=cmE 10? B |
S ot S s s e s l'tl s X - —1 1
- T { i A a8l
R sad 20001 AN
NEEE By | a= D 1
T Bl - T
| I v A ‘ 1000Ix HH
107" | Il t )
= ES i £1 N
r lI X 1t ot
SaN B b 5001
; S 10 7
] i | ™
oA : b ]
F=A 171 I
Fals e S 1]
- \
| |
= ‘
‘or] 1 l {1 1 . 1
0 25 50 75 Toms (°C) 100 1 10 102 103 Ve (mV) 104
BPX41 BPX41
10 T
T
I Valeurs typiques “-T Tamb=25°C [1]
lemp. de couleur} ]
(uA) 2700K ||
103
E=5000 Ix i
102
20001x 5
1000 Ix
T
500 Ix
10
1 "
1 10 10? 103 104 10° R () 10°




Courbes caractéristiques (suite)

E= 5000Ix L LL]
| \ Tqmb:25°c
I T Ternp. de couleuet |
JA) 20001 2700K
~
Valeurs typiques
102 10001x
5001x
\
10
1
1 10 102 103 Ve (mV) 10“
BPX 42
104
ST e i 5 R s e e e
1, Valeurs typiquesH Tomb=25°C [
lemp.de couleur |
(pA) 2700K
103
E£=50001x
N
2000 Ix
102 1000 Ix N
500 ix
10
1 : i
1 10 10 10° 104 10° R (n) 108
BPX 42

Réf. 2552 SC-
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photodiode au silicium @

BPY 13

détection de rayonnements visibles et proche infra-rouge

La BPY 13 est une photodiode au silicium de grande surface, sensible aux rayonnements visibles et au proche
infrarouge. Le boitier (JEDEC TO-5) est rempli de résine stratyl pour la protection mécanique du cristal, et la robustesse
de I’ensemble.

Caractéristiques principales

Ip(VR=20Va1000Iux) .....ooooonuini i min 40 uA
VBR - oo ee ettt e min 50 V
IR (VR = 20 V) et e e e e e e max 1 uA
Brochage TO-5
(Dimensions en mm)
#9,15 6,4
S )
F point rouge

g4 utile
1 T
I -

VBR min 50 V
IR (VR = 20 V) ot e max 1 pA
Ip (VR =20 V; E =1000 JUX) c e et e min 40 uA
S T R I typ. 0,92 um
VR T 0) -ttt ettt e e max 30 pF
C VR = 20 V) ettt e e e e e e e max 35 pF
foo (VR =20V ;R =500 Q) ..ot e min 10 MHz
AL e typ. 12 mm?

(1) Le fil de sortie repéré par un point rouge doit étre relié a la borne positive de I’alimentation.
(2) Mesuré a I’aide d’une lampe a filament de tungsténe porté a la température de couleur de 2 850 °K.
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photodiode au silicium

BPY 13A

détection de rayonnements visibles et proche infra-rouge

La BPY 13 A est une photodiode au silicium de grande surface, sensible aux rayonnements visibles et au proche
infrarouge. La tension de fonctionnement correspond i la tension de désertion de la jonction ; il en résulte une faible capacité
et une trés basse résistance série (typ. 10 £2).

Elle est utilisée pour des applications a trés hautes vitesses, tel que la détection de rayonnement laser. Le boitier
(JEDEC TO-5) est rempli de résine stratyl pour la protection mécanique du cristal et la robustesse de ’ensemble.

Caractéristiques principales

Ip (VR =100 VA 1000 TUX) « oottt ettt ettt min. 40 A

VR ... e typ. 100 V

IR (VR = 100 V) oo e e e e e typ. 2 uA
Brochage TO -5

(Dimensions en mm)

#9,15 6,4
X point rouge
(1) Le fil de sortie repéré par un o+
point rouge doit étre relié a la borne 2 :="
positive de ’alimentation. 3[
bl ¥ j =
”y - - ~ _ o
Caractéristiques (a Tamb = 25° C)
17 S R R R typ. 100 V
TR VR = 100 V)« v e ettt ettt e e typ. 2 uA
Ip (E=T10001TUX) (2) « vttt e e e e e et e e e e et e min 40 uA
A et ettt typ. 0,92 um
R typ. 2 ns
feo (VR =20V;R =500 Q) ..ot e typ. 300 MHz
min 11 mm?
AL e typ. 12 mm?

max 13 mm?

(1) La tension de fonctionnement correspond 4 la tension de désertion et varie avec chaque produit.
La tension de désertion applicable est indiquée sur la feuille de test qui accompagne chaque photodiode
(2) Mesuré a la tension de désertion.
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photodiode au germanium @

0AP 12

usages géneraux

Photodiode au germanium en boitier métallique destinée, grace a sa sensibilité aux rayonnements visibles et infra-
rouge, a de multiples applications industrielles comme la lecture de bandes sonores.

Caractéristiques principales

Ip (VR =10V ; E = 1000 lux)

........................................................ min 50 uA
IR(VR: 10 V) ..................................................................... max 15 HA
) typ 1,55 pm
Brochage

(Dimensions en mm)
Le point vert indique 1’anode

& 0,38 max ~@26_.28 (reliée au (—) de la batterie).
_ai-

q P
L28 min »te——9,35max —*l

0,6 »te

Valeurs a ne pas dépasser (Limites absolues)

VR .......................................................................... max 30 V

) max 3 mA
R ............

Pr e max 30 mW
ot ~ -

.................. max 45 °C
Tamb .....................................................




Caractéristiques
Ip (VR =10 V; E = 1000 lux) (1)

A (surface sensible)

Iops (courant d’obscurité) (- VR = 10 V)
Botr (bruit du courant d’obscurité) (- Vg = 10 V; f = 10 kHz; Af = 1 Hz)
Z (impédance interne entre — 0,5 et — 30 V)

A (réponse SPECLIale) . . . .. ... ...

Fco (fréquence de coupure) (— VR = 10 V)

GRESD 0#P 12-Page2/2

............................................. max 15 nuA

typ. 1,55 um
seuil 2 um

min 50 kHz

100 % / 1,5 A/W

75T / :

41 ‘&‘_

/ €3

Ultra o3

SO0F Liolet Visible Infrarouge ‘% -g
)
/ 40,5 2
25F / @

0 / B 2905 ) 0
0 0,5 15

(1) Mesurée avec une lampe a filament de tungsténe a la température de couleur de 2856 °K.

Réf. TSC-1940-

““(Aen microns‘)l

F oy
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module solaire -
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module solaire

documentation provisoire

BPX 47 A

Module pour la conversion directe de I'énergie solaire en énergie électrique

Le module BPX 47 A est constitué de 34 cellules solaires au silicium d'un diameétre de 57 mm montées en série.

Les cellules solaires et les connexions électriques sont moulées dans une résine comprise entre deux plaques de verre.

L'encapsulation transparente assure un faible échauffement des cellules au rayonnement solaire et confére au BPX 47 A un

fonctionnement adapté aux températures des pays les plus chauds.

Le modéle BPX 47 A répond aux normes d’essais |.E.C. 68 (voir page 6) comprenant les essais

— au gel et aux températures élevées
— au ventde sable
— au brouillard salin.

Pour un éclairement de 1 kW/m? ausol (AM 1) et 25 °C.

Caractéristiques principales

PL (15,56 v) Puissance sous éclairementa 15,5V ...................
R

.................... typ 11 Watts
.................... typ 15,5V
................... typ 700 mA

Caractéristiques mécaniques

(voir détail page 7)
(Dimensions en mm)

17,0—>| [

T »

—

468 £ 2

-]
\
]

/7N
Lot ~

- \ 7N
R4 R D [N G

OO

I | AN N I

SR o ) =]
) 4 16 min ] '
20|, 365+ 2 - 30:3

Poids :

2,4 kg

Dimensions extérieures : 468 mm X 365 mm
Epaisseur :

15 mm

Cable bifilaire - sortie face arriére
— longueur 1 m
— polarité noir = —

rouge = +
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Caractéristiques générales "

Tj(2) 0 °C 25 °C 60 °C
Puissance optimale .. ........utiiiii i PL = 12 W 11 W 9,7 W
Tensionoptimale . . ... VL = 18 \Y 15,6 V 14,3 V
Courantoptimal . ... ... o IL =665 mA 700 mA 680 mA
Tension en circuitouvert .. ...t Vip = 222 V 205 V 18,2 V
Courantde court-CirCuit . . . .. oo oo vt lLc =700 mA 720 mA 740 mA
Ecart entre la température de cellule
et la température ambiante pour E= 1 kW/m? Tj—Tamb= 15°C
Températures maximum de StOCKAGE -+« v v v vttt e —40°Cet+ 85°C

Caractéristiques du BPX 47 A en fonctionnement
sur batterie 12V

Les caractéristiques électriques du BPX 47 A sont définies pour I'éclairement, la tension et la température correspondant aux
conditions d’utilisation les plus fréquemment rencontrées, telles que :

— ECLAIREMENT
— TENSION

La tension de fonctionnement (V| ) du module est celle de la batterie.

E=1kW/m?*

Pour uhe batterie au plomb de 12 V nominal, la tension fin de charge estde 2,25 V par élément, soit une tension de 13,5V a
laquelle s’ajoute la chute de tension VF aux bornes de

la diode, soit :

V=143V

A cette tension de batterie V. = 14,3 V, le module doit fournir le courant | nécessaire a I'alimentation directe de |'utilisation.

— TEMPERATURE
L'encapsulation transparente du BPX 47 A lui confére un échauffement particuliérement faible aux rayons solaires.
Pour un éclairement de 1 kW/m? : T J-T gmp= 15°C
et pour une température ambiante Tgmp telle que : Tamb= 45°C

la température de fonctionnement des cellules est : T j= 60 °C (3).

Dans ces conditions d’utilisation les caractéristiques du BPX 47 A sont :

PL= 97 W
VL= 143V
IL =680 mA

(1) Les caractéristiques sont établies pour un éclairement de 1 kW/m?* au sol (air masse : 1). Elles sont typiques et sontdonnées a + 10 %.
(2) Les caractéristiques sont données en température de cellule (Tj) car c’est la seule condition controlable en fabrication.
(3) Pour un module constitué de cellules montées sur un circuitimprimé Tj= 80 °C.
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IL= f(VD) adifférentes températures Tjpour E= 1 kW/m?®.
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Tenue aux conditions climatiques

Le BPX 47 A répond aux essais de la norme |.E.C. 68.

PUBLICATION ESSAIS CONDITIONS
Tenue aux essais thermiques

2-1 essai A . stockage 16ha—40°C
2-14 essai Na . variation rapide de température 10 cycles —40°C + 85°C
2-2 essaiB . stockage 16ha+ 85°C

interne . glacage avec pellicule d’eau 16ha—40°C
2-38 essai Z/AD Résistance a I'humidité 10 cycles + 25°C, + 65°C, —9°C
2-11 essai Ka Brouillard salin 48ha35°C

Vent Pression équivalente & 280 km/h

Norme AIR 7303 Vent de sable sur verre de protection

Diagramme d’un cycle

2-14 essai Na Variation rapide de température

o

+85(

-a0}

2-38 essai Z/AD Résistance a I'humidité (humidité relative 95 %)

T°C

+65|-

+25}

1
durée en minutes

interne Glacage

T°¢

+251-

| 1
5 2.5 durée en heures

Ll
0.25durée en heures
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Caractéristiques dimensionnelles

365

eeeeee

Sortie électrique

par cable bifilaire
longueur 1 m
& ext. du cable 55 mm
O ext.des fils 2 X 1,8 mm
polarité noir= —

rouge = +
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Recommandations de montage

ELECTRIQUES
Le montage des modules en groupement série-paralléle, sera effectué suivant les schémas électriques recommandés par R.T.C.

THERMIQUES
Le montage des BPX 47A sur leur support sera tel que la température maximale admissible de 85 °C en tout point du module

ne soit pas dépassée.
Le support du générateur solaire sera tel que un espace d‘au moins 50 cm, nécessaire a la ventilation, sera ménagé a l'arriére

des modules.

MECANIQUES
— Les modules peuvent étre montés sur tout support ne présentant pas de couple électrique avec l'aluminium de la ceinture

du type A-GS.
Les principaux matériaux recommandés sont un aluminium adéquat ou un acier galvanisé.

— la fixation du BPX 47A doit se faire par les profilés en aluminium de la ceinture et non par les angles.

— Le cable électrique devra sortir librement au droit du module.
Le surmoulage, assurant la jonction entre le cable et le module ne devra pas étre plié.

Réf. 4111-




phototransistors




phototransistor '
au silicium

NPN BPW 22

Le BPW 22 est un phototransistor NPN au silicium. |l se présente dans une encapsulation tout plastique de diamétre
3 millimétres avec sorties axiales au pas de 2,54 mm.

La base n'est pas accessible.

Ce produit a été particulierement étudié pour réaliser avec la diode électroluminescente CQY 58 un couple de trés haute
performance.

Caractéristiques principales
Ve o R T T T max 30 \%
VECO ........................................................................... max 5 Vv
oI T T T T S O max 25 mA
Ic(VCE=5V;E=475mW/cm?) (1000 1X) .. .ttt min 2 mA
A typ 800 nm
Ptot (Tamb = 25 0C) - oottt max 50 mw
Brochage SOD 53 B

(Dimensions en mm)

3,3 max

3,10-3,40

2,45-2,65

bl $
E L T e -
0,56 max 'Il ' -l-

| 0.56 max 0,56 max
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Valeurs a ne pas dépasser (Limites absolues)

Tensions
(V2oL =70 TR max 30 V
(Voo T max 5 V
Courants
oS R max 25 mA
'CM“pg 5093;6<01) ...................................................... max 50 mA
Puissance
T R EEREEERE max 50 mw
Températures
TGUG « - -+ —55a+ 100 °C
T e e max 100 °C
T (température de soudage de connexions & 3 mm min de l'extrémité du corps pendant
7 SECONAES MAX.) « « e v e et et e et e e e e e e e e e max 230 °C
Résistances thermiques
Rth j-amb (phototransistor soudé sur circuitimprimeé) ... max 1500 °C/W

y = g . o
Caractéristiques (T; = 25° )

min typ max

V(BR)CEO“C= T A E=0) (i 30 \Y
VBRYECOUC= 0,1 MA E=0) « oottt s 5 \
VeEsat (C=4mAE=5mW/em?) (1) oo 04 V
Ic (VCE=BVE=5mW/em?) (1) o oo e 6 15 mA
ICEO (VCE= 20V  E=0) oot e e 100 nA
A 800 nm
AN o 400 nm
O e, +5 °
(= 1TmA;VeC =20V RE=TKQ : Tamp= 25°C) vttt 7.5 us
tUC=1mMA;VCC=20V RE=TKQ ;Tamb=25°%C) .ttt 7.5 us

(1) Eclairement donné par une diode électroluminescente émettanta 875 nm.
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(2) Pour la mesure des temps de réponse, le schéma suivant est utilisé avec lc=1TmA Ve =20V,R =1kQ.

50Q
ve " R
Vee
cavss
v
S
1KQ
v R

90% 90%
10% 10%
VS
tr t‘

Courbes caractéristiques

1. 1
CEO T T T ~ 1\, % % e T T CEO
o e I,Tt i ISR Eseee== (nA)
SeNRIEn i — —— ! [
JEDEREEN BN ; : ]
! ‘ [
. BUREEERED !
' | . | Pl : i !
- — l/ + ot 1
i 1
4 i [ . i
10 — ; " T i
S
! ISR N 7 S Yp - 3 i
1 ! 10
: G : — —
- | T N ST
[ | | 7 o
_Jﬁ% J / - AZII») T
i / |
3
10 ! .
11 17T FERBES
15 T ], b
i it L
i i /
- 4 i s |
/
‘ 1 y 7 — i’” T
: b— 1 ot - -
102 J‘ I3 - - = -
] / SREREREREES — ——~J—tm
—+ Ve =20 T 1, = 28°C
‘ T E=0 T ]
o 1 -
\ s
I !
! - !
| 1 ‘. . [ i | ! !
101.‘1HJ_L | ‘ o i A
0 25 50 75 100 T,(" C) 1 : 10 Ve (V)
Courant d’obscurité en fonction de la tension Courant d'obscurité en fanction de la température
collecteur-émetteur. de jonction.
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E(mW cm?)

20 mA
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tiques
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—
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C ol
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Source A
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|HEEE NN

T TTT
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.

P d

[1

~2

50 mW

P

tot

P
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1
e

(mA)

40

30

20
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Courant collecteur en fonction de la tension collec-

teur-émetteur.
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Courant collecteur en fonction de I'éclairement
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Courant collecteur typique dans le phototransistor

BPW 22 lorsqu'il est couplé avec la diode électro-

luminescente CQY 58 en fonction de la distance
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|
1
|

20 mA
i
i
5

If =10 mA

~
=5V
=10 mm | |
|
0.1 I |
-50 25 ) 25 50 78 T, 0

Courant collecteur typique dans le phototransistor
BPW 22 lorsqu'il est couplé avec la diode électro-
luminescente CQY 58 en fonction de la températu-
re ambiante.
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Temps de descente en fonction du courant collecteur.
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30

Courbes caractéristiques

Ptot '
(mW)

50

40

>
W

30 &

20

10

0 25 50 75 Tamp (°C)

Puissance totale dissipée en fonction de la températu-
re ambiante.

Réf. 3294
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Diagramme de réceptivité.



phototransistor darlington
NPN

BPW 71

Le BPW 71 est un phototransistor Darlington au silicium en boitier miniature SOT 7 1.
Sa petite taille permet de le monter en matrice sur circuit imprimé.

Associé a la diode électroluminescente CQY 50, il est parfaitement adapté a la lecture des cartes et des bandes perforées.
Il se caractérise par une sensibilité trés élevée.

Caractéristiques principales

A7 o] =0 NS max 30 V
IcM (ton < 100 s ; d=0,1) . max 150 mA
ICIVCE=5V E=1mW/em2 (1) L. e e min 15 mA
ICEO(VCE=T0V ; E=0) .. e e e e e e max 100 nA
A E = 1 MW/ CM2) typ 800 nm

Brochage SOT71A

(Dimensions en mm)

-
AN
L
« 2.03__ |
2,26
2,59
2,92

(1) L'émetteur est une diode a I'arséniure de gallium émettanta 930 nm.

Valeurs a ne pas dépasser (Limites absolues)

Tension

Ao =T T max 30V
VECO  + v v v v v eeee ettt et e max 7V
Courants

1 IR max 100 mA
ICM (tp < 1001 S5 8 < 01) v e max 150 mA
Puissance '
Ptot (Tamb < 55 °C produit monté sur Circuit imprimeé) . ... ... max 100 mwW
Températures

Tstg ........................................................................... _— 65 é + 150 OC
L T R max 150 °C
T(temps desoudage < TOS) .ottt ittt e it s max 240 °C

Résistances thermiques

RENJE@ -« <« et max 2 000°C/W
Rthj-a (produit monté sur CirCUitimprimeé)=. . ...ttt max 950°C/W

31
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Caractéristiques (Tj = 25°C)

GRESP oV 71 - Page 2/6

............. min 30 V
V(BR)CEP (Ic=1 MA) e i 7V
V(BR)ECO (Ic: 0,1 £007- N J O A I I I I I R I max: 11y
VCEsat (1IC=2 MA;E=1mW/em2 (1) L. .ooiiiii e e . 1,5 R
VEE =5V :E=1MW/CM2 (1) ..ttt ittt min m
'c{Vee / typ 37 mA
B = 0) e e e e typ 25 nA
(VEE=T10V;E=0) ... e
ceo fVce max 100 na
ICEO(VCE=10V;E=);Tj=100°C) .. ....oiiii e typ 2004 A
temps de réponse
(Ic=5mA;Vcc=5V;RL=100Q )
tr(IC=B6mA;VCC=5V RL=100 Q) (2) . .ortitii typ 60y s
max 300y s
tc=5mMA;VCC=5VRL=100 Q)(2) ..ot typ 40u's
max 200u s
tqg(Ic=5mA;VcCc=5V RL=100 Q)(2) ..o typ 25u s
ts (IC=5mMA;VCcC=5V;RL=100 Q)(2) ... e typ 2us
A AE =1 MW/CM2) oo ottt et e e e et e e e e typ 800 nm
A A typ 400 nm
9 ............................................................................. typ + 100 )
A e e typ 1,7 mm*
(1) L'émetteur est une diode a I'arseniure de gallium émettant 8 930 nm.
(2) La mesure relative aux temps de réponse est faite selon le circuit ci-dessous.
Temps de réponse Circuit de mesure
Vin 0 Vo= 5V
CcQayso
909%—|
v
out
R|_=100Q
10%— L hd
'on=500,|s
toff= 10 ms
Courbes caractéristiques
‘C TITTITTIT Ic
(mA) Ta=25°C(] (mA)
1111
ISource -950 nm
50 = - E=2 )mW/‘cmZ_ ]
TICr 100 E =3mW/ cm ] 7t - 2 W, 2]
- 90 4
T A e " z
40 9mW/cn
H EJL"H’{T 80 . E=15mW/ cn
LPLITTTAT 4
v #£-0.8mW, cp 7] 70 “ 7
P 2 2
u < AEEEEREE
30 E= 7mW?cq2.g 60
I IH"I'TT I
+ T +
1 T 1
%]:?_[,GmW/cmz - 50 SaEep E =T mW/ cm2L
T T YF R
20 = - Efii)lél":vlvl/lcl Ié[ 20
a i ™ R =t aamunl
LduSNREERRRAEENI
;\E:O,Am‘:‘ll/cm 30
Tl E I = 3
EIIIIFH.LIIIIIT N {
E=0,3mW/?E 1 I
10 HHH ..... 20 E=0 5mW/an:=
] E=0,2mW/cm2 ~ 5l ] BRE
i =:0,1mW/cmT‘ 10 o= o5 i
o T v o $oyrse =230 am.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 v W 12 3 4 5 6 1 8 9VV)

Courant collecteur typique en fonction de la tension collecteur-émetteur

Faibles éclairements

Forts éclairements
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Courbes caractéristiques

C
(mA)
100 lyg
4
.
yd
/
/
/
10
V4
/
VCE =5V
/ SourceA =930 nm
1
0,1 1 E (mW/cm?2)

Courant collecteur typique en fonction de |'éclairement

I ceo 'ceo
{nA) (nA)
106
typ
/ s
100 / 10
A
/
/
T / /V
/ i04
4 P
/
V,
10 / 103 /
7
A
Veg=10V] [ ]
CE
| 102
Ti =25°Q
y
. 10! J |
1 10 Vee (V) 0 25 50 75 100 T, (°C)
Courant d'obscurité typique en fonction de la tension Courant d’obscurité typique en fonction de la température
collecteur-émetteur de jonction
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Courbes caractéristiques

C
(mA)
typ
\ —hl g
\ aR
d
10

Vce=5V
1 = 10mA[T]
T, = 250C
0.1
1 10 d (mm)
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'c
(mA)
h &
to
d
100 ™
N
\
N\
10 typ
\
‘\
\ Ve 8V |
IF:zomA“
T = 25°C
1 Al

d (mm)

Courant collecteur typique de transfert CQY 50-BPW 71 en fonction de la distance diode-transistor
IE=20mA

=10 mA

[¢
(mA)
100
typ
///
VcEg =5V
IF =20 mA
d =5 mm
10 L
-50 -25 +25 +50 75 T

S c)

Courant collecteur typique de transfert CQY 50 -
BPW 71 en fonction de la température ambiante.




tr
(ps)
1000 |LYR
kA
N
NS
H R = 5008
100
R =100
T,=25°Q
VCCZS\
1 10 Ic (mA)

Temps de retard & la montée typique en fonction du
pour différentes

courant collecteur

résistances de

charge
t
S
(ps)
100
10
typ
.93
L=5004 dﬁ,:woa
T,=25°C
V=SV
1
1 10 Ic (mA)

Temps de retard a la descente typique en fonction
du courant collecteur pour différentes résistances de
charge
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d
(‘JS)
1000
typ
\\ Td:25oc
R, _ \" =5V
100 = kA cc
N
N
NU]BL = 5008
\\‘
N
NN
n\
R, =
[ - 100
10 11 11
1

10 'c(mA)

Temps de montée typique en fonction du courant
collecteur pour différentes résistances de charge

t
(us)
100
Lyp
\\RL: kR
: \\.\ IR =500
100 = L
P
I~
R =100
HHH
T_=25°C
VCCZSV
1 1l 1 i
10 1 10 lc (mA)

Temps de descente typique en fonction du courant
collecteur pour différentes résistances de charge
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tot
(mW)

100

90

80 :

70

[T

\
50 \ S

40

30

20

10

1

T
1.1 )\(nm) 0 50 100 150 T, (°C)

o
0.4 05 06 0,7 0.8 0.9 1

Sensibilité relative en fonction de la longueur d'onde
d’éclairement

Puissance totale dissipée permise en
fonction de la température ambiante

0°

-1 50 150
-30° 300
1
-a50 v 45°
-60° 60°
/
-750 750
-90° 90°
100 75 50 25 0o 25 50 75 100

Distribution spatiale

W WV vV v v
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phototransistor
au silicium @

NPN

BPX 25

détecteur de radiations

Phototransistor planar épitaxial NPN de grande sensibilité, en boitier JEDEC TO-18, avec lentille frontale.

Caractéristiques principales
[0 20 N P max 32 A%
S max 100 mA
ICEOM)(VCE =24V IB =0) c..oioiii e max 0,5 pA
S(VCE =6V 3 E=T0001TUX) -+t rtnenenmenenttet ettt min 5 pA/lux
A e e e e max 800 nm
Brochage TO - 18

(Dimensions en mm)

117max

48max

°
. g
' 127 y
Y —1
G —]
313 i p—

5,83 max

Valeurs a ne pas dépasser (Limites absolues)

VOBO - vvvvrreremmrenmas e R .
VCEO ----- R R LR AR .
VEBQ « - v v v e vneaesaeae et e e e .
(o R R
Piot (Tamb =25 %C) « v vttt .
TGt oo o en o r e et st

Résistances thermiques

Rthj-case ..............................................................................
Rthj-amb ..............................................................................

max 32V
max 32V
max 5V
max 100 mA
max 300 mW

. —65a+150°C

max 150 °C

150 °C/W
400 °C/W
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38

Caractéristiques (a Tgmb = 25° C)

Ref. TSC 1947

min typ. max
ICEO(VCE=24V;IB=0) ..cooviinirniiiinannns 0,05 0,5 A
ICEO(VCE =24 V;IB =0; Tamb = 100°C) vvvvnnnnnn 15 100 LA
Ic VCg=6V;Ig=0
température de couleur : 2 700 °K ; E = 1000 lux) ... ... 5 13 mA
foo (en lumiére modulée) . - - v vvveneiee 200 kHz
tr RL=50Q;E=04mW/cm? .........cocomenenen.n. 1,8 Us
tf(RL =50 Q;E=04mW/cm?) .........ooconeninnnnn. 1,8 us
A (sommet de la courbe spectrale) «........ ... 800 nm
Courbes caractéristiques
50170066 Tux 1117 TTTTTT %.g. 107 ; T
9000 lux. FIT Yaleurs 53 2 t
Iceo(L)} 8000 tux’3 e H < Tceornif
(mA) | 7000 lux. ;’3/) (wA) |
‘o }4’0 . - 100 i
Qo empérature n F Valeur:
A Y H- de couteur = oK H F eurs
‘ﬁ:; 92§; ¢ r::b= ey g ;| w’E
1) wp E
80 :
nws 1 F v
e DOOPTN ! Vog =24V a
o 4
'30, 60 it l V]
00 lJI'Si"oo - 3 :
20 y, N ’b],;: E
4 8 I t £ T %
Loglm_ ‘0 ! A U
N b g e [
10 ]
11 20 1 t
T 11T E=1000 lux [
] T i : { : E
0 ° 10 5 vee %o 06 08 T Aum) 52 o2 ,ol e
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phototransistor
au silicium @

NPN

BPX 29

détection faible niveau

Photo-transistor au silicium NPN planar épitaxial, en boitier JEDEC TO-18, muni sur le dessus d’un verre protecteur;
sa grande sensibilité le destine a des usages généraux en détection a faible niveau.

Caractéristiques principales
R0 =70 T T max 32 V
max 100 mA
ICEO(VCE =24V IB =0) «onrttiiii i i i max 0,5 pA
S(VCE=6V ;E=10001UX) --:uuvumummmmmiiii i min 0,25 pA/lux
A (sommet de la courbe spectrale) .............. i e 800 nm
Brochage TO 18

(Dimensions en mm)

20,48 maxgz
5,3max—L12, 71

Valeurs a ne pas dépasser (Limites absolues)

Le collecteur est relié au boitier

1) Yo T T R mazgiz
VICEQ v v v ovesememen et e e e e e ma
PG P max S5V
VEBO ++cvcovermreeeeesnnnaea s aaahi e
(o T max 100 mA
w
Piot (T B 1) T R max 300 m
Tts(:t amb\ ........................................................................... —65a+150°C
T'g ............................................... max 150 °C
R R R R PR EEE R

Résistances thermiques

Rthj—amb .................................................................................
Rth J LCASE v et e e teeeeeaaaaeaaeaaeeanait e

400 °C/W
150 °C/W
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Caractéristiques (a Tamb = 25° C) GREDP 5% 29 Page 22

min typ. max
ICEO(VCE=24V;IB=0) ..covnrviiiiiiiiinnnns 0,05 0,5 uA
ICEO (VCE =24 V ;1B =0; Tamp = 100°C) .o vnvenn 1,5 100 uA l
IcC(VCE=6V;Ig=0;Tc =2700°K; E = 1000 lux) - - - - -- 0,25 0,8 mA |
fcC (en lumiére modulée) . ... 150 kHz
tr RL=50QE=04mW/cm? ...........covnuenennn. 2,4 us
tf(RL =50 QE=04mW/cm? .............ocooiiinnnn. 24 us
A (sommet de la courbe spectrale) ... 800 nm
Courbes caractéristiques
>p SanEEs i
(11‘1:.&:3 I H oA oy
‘wA)
\ 11 lrempérature de H 4
2 - T, ',,-2?'730 flas /
L' /1
‘% 1 leg =24V 4
l\;‘ )
e
L /
10 2000 ) )
i 10-1 |
H T y:OL'“—’F:: 3 i
5 pt 11T = I
o = } ! 111
11 12000 WX 111
1T
41000 (ux 1117 t
0 Ii x:EE 10-2
o 0 20 30 WeetV) 20 30 4 SO 60 0 80 90 Ims(*C)
' g ]i i T
3 typ HH
5 ’
H
08
08 i X
N Diagramme poloire
L (unités arbitraires)
04 N
. ’
0 : a
04 06 08 1, A(um) 12
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phototransistor
au silicium @
NPN BPX 70

détection usage général

Phototransistor au silicium NPN, en boitier JEDEC TO.18, modifi¢ (partie supérieure en plastique).

Caractéristiques principales
N 0] : 10 TR S max 40 V
VOB O -ttt e max 30 V
VB GO - - ettt e e e e max 6 V
max 25 mA
ICM (eréte) (tp <50 s 30 <O,1) wovvee i max 50 mA
ICEO(VCE=20V) « e e max 100 nA
IC(E=10001UX ; VOE =5 V) t it e e e min 100 uA
Piot (Tamb = 25 9C) « e v vttt et et e et e max 180 mW
Brochage SOT 70
(Dimensions en mm)
r11"\1(16x e 45° ~ ,"‘ 0.65 max
v« @ s le-013-0.38
! @ - Yous
Q 4k - Amax
1.21 41 T )
max .
A
“os4” - L5 4 27min -

max

< 58 »
max

Le collecteur est relié au boitier.

Valeurs a ne pas dépasser (Limites absolues)

)2 70 T max 40 V
A0 70 TS max 30 V
VECO ------- P max 6 V

Ic oo e e e max 25 mA

IcM (durée de 'impulsion <50 us) ..............aa... e max 50 mA

Ptot (Tamb = 25 0C) o vt e max 180 mW

S —40°Ca + 125°C
L3 T max + 125°C

T (température de soudage a 1,5 mm min de ’embase pendant 10 s max) .........c..covunievenn. max 260°C

REBJ-AMD  « v v v v e e e et et et e 550°C/W
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min typ max
Viriceo (Ic= 1mA;E=0) ................ U 30
VBRECO (Ic = 0,1 MALE = 0) ... e 6
verycso Jc=0,1mA; E=0) ... 40
ICEO (VCE = 20 V5 E = 0) oot 10 100
Iceo (VCEO = 20 V; Tj = 100 "C) ..o e 10 100
Ic(VCE =SV AaE =25001ux) (1) ... e 300 900
Ic(VceE =SV AaE =10001ux) (1) ... .o o i 100 300 700
Ie(VeE = SV AE = 12mW/em?) (1) ..ot oot 300 900
Ic(VCE = SV AE =475 mW/em?) (1) ot e 100 300 700
I (2]« e e e 3 10
7 (2 T 2 10
B0 (D)« e e et e 1,5 3
B (D) + e e e e e e 1,5 3
e e e e e e e e e e e e e e e e e e 800
A T e e e e 400
B o + 60
Ce (VB = 20 V) L 3.5
QUITACE SEMSIDIE o oo oo ettt ettt e ettt e e e e e 107
SUIFACE TECEPLIICE . . o .ot e vt ee e e e e et e e e s e s sttt 1,8.10°3

(1) Pour cette mesure, la source de lumiére utilisée est une lampe a filament de tungsténe, non filtrée a 2856 °K de température

de couleur

(2) AVecc=5V:RL=100Q;1 1 mA (et circuit ci-dessous).

50Q
Ve WYY
cQY1IC - t¥c
— Vs
RL
7 7

Ve :tr =tf =50ns
W =20 ps
f=500Hz

25° C) GRESP 67 70-Page 2/

nA
nA
uA
uA
uA
uA
us
us
us
us
nm
nm

[J

pF

sz

sz
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Courbes caractéristiques

(nA,
kceolnA) tceolnA) o
e |4
Rinp = 25°C, 4
|
00 0 L.
v
/
yp / /
ped [
0 ot
r 4
y
) 1 /
! o
Tamb=25°C 7/
y,
o 0 20 30 \eE(v) © 25 50 ™ 00 Tj(0°C)

Courant d'obscurité en fonction de la Courant d'obscurité en fonction de la température

tension émetteur-collecteur; base ouverte. de la jonction a Vce = 20 V; base ouverte.

EPAT T T )

N
I
TrTe T
SRS SRS
7
. +
T
»
n

=

:

]

]

5 S
e g H
~1
e "

T ]
S
11 il
N
RENGNE
——
-+ _?,H
+
IigEnn
[T ]
RN
It
[

r {ﬁ N T4 H =|47ootux 11 ; — ;
[ J [ + T
4 ! ] : [ 111 t 1|
HHHH I T Ay
i }‘ FJS(XHM:( e HEE ; ; B
15 A = 1 T 15 EEEE —
| 2 —He sfa 00 ui /:
; LA _,_}la s +
= :
i [T a
S iy £ 2500 Lux : 1]
! = T T | !
P";,—\—""’ L+ -4 I : | ] s 1 = — |
réds L1 E 2000 Lux ey
ggwi T
T e
. - 4 | € 1500 Lux .
I CHH
T . i ] -
o ju N £ 1000 Lux [ 1] =
L L T y,
41 i i 05 It
TIT I Tt
; 1 1 et/ 1
4 25 5 75 10 12,5 : :
1T I
) | [TTIT [[] :
1000 2000 3000 4000 Eftux)
Courant collecteur en fonction
de la tension Courant collecteur en fonction de I'éclairement a
émetteur-collecteur; base ouverte. Vce = 5 V; base ouverte.
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Courbes caractéristiques (suite) GRESP 57 70- 7o

trlys )T T T A tflps) o T 1 T— r_’= 2%c
8 8= e S gl s g e G o
AL 11 - = -
~ Valeurs typiques ] Valours typiques —
— .
6 -+
Rl= == — -
'\ —_ +4
AN -
N
S
\\
=~ 4 A=t
4 1
— — — % LLES
1] S— 43
= - R=1000 1 —
2 = Vee 5V 2 ——= Veg=5v
= o — +3H —F AL=1000 4
o ? . *;f:*;i—kil N B — 131 - — —F - o -:
0.1 1 Ig(mA) ar 1 kElmA)
Temps de montée en fonction du courant émetteur; Temps de descente en fonction du courant émetteur;

base ouverte base ouverte.

Colot)

RERE

N 100 F 2

U
M

SN

1

8§ 883

Ml

e

€stv)
Tomb- 25°C 30

TT

3
8
T

Capacité en fonction de la tension inverse. 20

10

7] ,j__

e i
1719
1t

g
4 liuL—»' HH

HIK

P 4+
s T

i
iR

' 0405 06 07 0,809 1 11 Alnm)

HTIT

Sensibilité relative en fonction de la longueur d'onde.

+a8° _ase

+90

Diagramme de réceptivité
valeur typique
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phototransistors NPN
au silicium @

Ces produits dérivés du BPX 70 sont sélectionnés en sensibilité 8 Vcg= 5V et E= 1 000 lux.

ICClasse C . oo e mA
IC ClaSSE D . v e e e e e e mA
ICClasse E. o oo e mA

Les autres spécifications techniques sont identiques a celles du BPX 70.

45



46



phototransistor
au silicium @

NPN

BPX 71

détection de signaux lumineux, lecteur de cartes perforées

Le BPX 71 est un phototransistor NPN miniature en boitier JEDEC DO-31 modifié.

Caractéristiques principales
@) 270 TSP max 50 VvV
IC PP max 20 mA
ICEO(VCE =30V ;E=0) ... .o e e e max 25 nA
. min 37,5 uA/mW/cm?
=5V,E= L TS '
S(VCE =5 V3 E =20 mW/em?) { max 750 uA/mW/cm?
Piot (Th € 5500 oottt max 100 mW
T e max + 150 °C
Brochage DO 31 modifié
(Dimensions en mm)
e 259 _ 2,92 —
e 203.226 . [040-0801—s ~RO254
1,57 _ 1,75 —» ]
“ ,,
| @ 3
o _—— 44— — - —+4— ~N
(.O< 0
| : Emetteur s E
2 : Collecteur ‘1

|
|

Céromique/ L )
Lentille
de verre

[}

0,13_ 0,25 »H

Valeurs a ne pas dépasser (Limites absolues)

Résistances thermiques

REBJ-GMb - v v v e et
Rthj_fb ................................................................................

max 50 V
max 7 V
max 20 mA

max 50 mA
max 100 mW
max 50 mW

—65a + 150°C
max + 150°C
max 260 °C

max 2000 °C/W
max 950°C/W

47
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GRES 57171 -Page 24
Caractéristiques (& Tgmp = 25° C)

Tensions min typ. max

V(BR) CEO (IC -——0,5 mA ; E = 0) ......................... 50 \Y
V(BR) ECO (IC:O,I mA ,EZO) ......................... 7 \Y
VeEsat (Ic =04 mA ; E =20 mW/ecm?2) - (1) ..o 0,15 0,4 \Y,
Courants

lCEO (VCE =30 V, E = O) .............................. 25 nA
ICEO (VCE =30 V, E = 0, Tamb =100 OC) .................. 100 /JA
Ic (Veg =5 V,E=20 mW/cm?2) (1) . ... ... . 0,750 5 15 mA
Io (Veg =5 V, E=1000 lux) (1) .. ..o ] mA

Temps de commutation (3)
avec VCC =35V, [E =0,8 mA, RL =1kQ

L T 3 30 us

L 2.5 20 us

L T . 2 20 us

L 0.1 2 us

DN 400 nm
A e 0.1 mm?
A e e e e 1,7 mm?
Notes

(1) Pour cette mesure, la source de lumiére utilisée est une lampe a filament de tungsténe non filtrée 4 2856 °K de température de
couleur, (voir page 5). 1000 lux équivalent dans ces conditions a 4,75 mW.cm~2,

MESURE DES TEMPS DE REPONSE

Mesuré avec une source GaAs a 0,9 um a partir du montage suivant

v, 50N
coY1IC
Ve
7
Ve:tr=tf = 50ns
tp=20us
f =500 Hz Vs

48
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Courbes caractéristiques

102 :

T T 105 T A
T T 17 11T 1 11
I [ THT T ang T 1 |
z CEO T ] T . T 1
ceo ,nA):§¢~m+~fH HH AR T
(nA) \ T T A M m
Eaase SRS SRR FRS ‘Lﬁ/T o R t11H
e 4
/. | 10‘%4‘}‘”5“ / ; s
ramunny SR
| 1
, pZEnik RiRREI
10 7 - !
7 4 !
V4 1
d I 1
/
; / L
max /111 typ.
7T +
I |
‘ F
A/ |
! y y.a T T
v i ]
7T -
I ! L T
tamp=25°C T 7
/ 1 ]
4 R
| L
‘V 1
i
10-! I Ll
1 0! Veg(v) 102

T (°C)

, .\ . .
Courant d’obscurité en fonction de la tension VCEg Courant d’obscurité en fonction de la température

107
HHHH 1] T
[ Tamb=25°C PR
Ic I Valeurs typiques
(ma) (mA) To =2854°K
A 1900 tux = 475 mw. cm?
/ Tamb =25°C
’ o
V e £=20mW/cm? 111
/ 6
//
1 Y 5 T
/ E=15mW/cm2
4
Vce =5V
r
3 4
ri T
[/ E=10 mu{/cmz unn
2 - ;E ‘
v.4i T
, ; = E=4,75mW/cm?2 1]
10~ ol
1 0! E(mw/em2) 102 2% 5 B0 e
Courant collecteur en fonction de I’éclairement Courant collecteur en fonction de la tension VCE
[ e N = — =
10! 7:9mb:25°C _LE=15mW/cm?2 (ps - D —— - N Sa——
s ZE=10mW/em? 1|~ Valeurs typiques— Ve =35V =1
Ic I R 74 f————————— ——t— —————+——
(mA) i /E=4,75mW/cm2 H-H \ B - = S ol T
fyp)/ V N ——— — Tamb: 25 C,‘:i_ )
s o . - [ T
1 S - s ¥\§§‘§g s SEE
~ B + - - . - = -
— A - RL=1k0 H
7 VP, 1T \‘\\ B = I
; - [ s GO SRR D S
U ] 2 e — RL=5000
L L B Lol . 1 Jru-100n]
E=20mW/cm2 ; 1 J .
10-! L 1| H E D e i o o e e F—
0! 1 10’ Ic (mA) 102 0 S S St & i 1 i =
10-1 2 ‘ 6 8 1 2 4 6 & 10!

Corrélation a VCE =5 Ventre IC
aE =15 mW/cm? 10 mW/cm?et 4,75 mW/cm? Temps de montée en fonction du courant émetteur 49
etlc a 20 mW/cm?
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Sensibilité relative en fonction de la longueur d’onde

Mesure de sensibilité

Pour cette mesure, une lampe 18 A/T 10/1 P est utilisée.

C b téri t-ques (SUite)
T T T
i3 it sesa pana saRaspaasnasasane
AR T T
T A e T T T T
i T T T
i T T
T T T
HH T ! T
100 mmESsmmaus: ;
T IEERNEY o I T
- HE AN T
90 B AR
H AT
T i 1 typ
80 - i L
17 A T
} T
T T
T T
T
70 m ! |
T 1T 1
1 T
SenSanE; T
60 5 T
T T !
T y (ENSNNsEsaEaEn T
" T T
TR 17
o F1o- HHHH t
50 ma i t T
11T 17 T
HH T 1 1
i T i
qof T
T = T 1T
Sessss jea i \ -
.- -
300 i N O N B
T T T
T i AN
! T i T
20 i b I C [ 1
I T f 1
i T T A T T
e !
o N
I T T L. vEnsan
10 T T m e
T T T mawl
T ! T T T
T T S NmaSunzaauIun
NN A T T
T I 1T I 1 T T T T e I}
0405 06 070809 1 11 Alnm)

@ BPX 71 - Page 4/4

T T — T
1 1
I t
ot g i S o S 1=
(us) S S :
F- = —I—— 7 | I Valeurs typiques Vee=35v -
6l ) ) T 1
‘T: : L I ; -
b 1t T
—— 1 i - i i Tamb= 259C ———
b= — 1 =1 ]
I S I S : T =
1%

RL=5000

— = RL = 10002
T — — T+ T p—
o i Ll
10-! 2 4 6 8 1 2 4 6 &'
Ig (mA)

S
@-“ﬁ“\%\ )

W

Diagramme de réceptivité

L’axe optique de cette lampe est perpendiculaire aux supports du filament et passe par le centre du produit & mesurer qui

est orienté suivant la vue ci-dessus.

| ——
‘ ~
' 90 10
J \
-~ T \\\ \‘\
- | N—] \
A | B
A\ ! L_
Contact - \\ J / /— Filament de
émetteur N la lampe
"~
I I 4 R

base de la lampe

Direction de la l
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phototransistor
au silicium
NPN

>

BPX 72

détection usage général

Phototransistor silicium NPN, en boitier JEDEC TO- 18, modifié (partie supérieure en plastique).

Caractéristiques principales
VOB O v vt max 40 V
VOB D v vttt ettt e max 30 V
VEC O - vt eet ettt ettt e e e e e e e e max 6V
max 25 mA
IcM (créte) (tp <50 1858 <O1) oo max 50 mA
ICEO (VCE =20 V) oo e e e e max 100 nA
SE=10001ux; VOE =5 V) t it e e e min 0,5 uA/lux
Ptot (Tamb = 25 0C) ottt e max 180 mW
RUBj-amby - - v v e et e 550 °C/W
Brochage
(dimensions en mm)
(jh106x { ASO" LO.GS max
1 : Emetteur ¥ . 013-0.38
2 : Base - —You
3 *mOX
3 : Collecteur —
\
Le collecteur est relié au boitier. | 254 - 127min ]
- 58 |
max
Valeurs a ne pas dépasser (Limites absolues)
170} : 10 TR R max 40 V
L70) =16 T T max 30 V
7 2T o T R E R R max 6V
(S max 25 mA
IcMm (durée de l'impulsion 50 us ; facteur de cycle < 0,1) .......oooiiiiiiiiiiiin, max 50 mA
Piot (Tamb = 25 OC) « o nntt ittt e ettt e e max 180 mW
0 R REEE —40°C + 125°C
Tj g ................................................................................. max + 125°C
T (soudage a 1,5 mm min. de 'embase pendant 10 s max) . .........oeoimiiiiiiiiinnn max + 260 °C
Résistance thermique
550°C/W




@ BPX 72 - Page 2/4

Caractéristiques (a Tamp = 25° C)

50N

cav1ic — @;

v —
e +VCC =5V

o~

RL=1001

Ve :tr =tf =50 ns
W =20 us
f =500 Hz

min typ. max
V(BR)CEO (Ic=TmASE=0) . ... ... 30 \
V(BR) Eco Ic =01 mA  E= 0) oo 6 \'
V(BR)CBO (Ic =01 mA CE=0) . 40 \%
ICEO (VCE =20V,;E=0) ... .. 10 100 nA
J lceo Vepp =20V Tj =1000C) ... . 10 100 uA
e (Vep =S VAE=25001Tux) (1) ... .o 3 mA
Ic (Veg =5V aE=1000 lux) (1) ..o 0,5 09 3 mA
lC(VCE=5VéE=12mW/cm2)(1) ...................... 3 mA
Ic (Vg =5V aE=475 mW/em2) (1). . ... 0,5 0,9 3 mA
t, () o 6 20 us
tr(2) 4 20 us
l tq () . 3 6 us
t(2) 1.5 3 us
N 800 nm
/4N N 400 nm
O e + 60 °
l Co(Vep=20V) oo 3,5 pF
Surface sensible . . . . . ... 10-3 cm?
SUrface T8CEPLIICE . . . v o v oo e e et e e - 1,8.103 cm?
. (1) Pour cette mesure, la source de lumiére utilisée est une lampe a filament de tungsténe, non filtrée a 2856 °K de
température de couleur. 1 000 lux équivalent dans ces conditions a 4,75 mW. cm~2
| () AVee =5V R =100 Q5 1g =1 mA (et le circuit ci-dessous)
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Courbes caractéristiques
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Courant d’obscurité en fonction de la
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1
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Corrélation a VCg =5 V entre IC a 2 500 lux
et Ic a 1000 lux

@ BPX 72 - Page 3/4
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Courant d’obscurité en fonction de la température
de la jonction a V- = 20 V. Base ouverte

Courant collecteur en fonction de I’éclairement
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Courbes caractéristiques (suite)

16

trlys) f—— 1 F J [T 7171 — F—7

b e b - — t ! L
i — Lt Tamb=26°C s) : Tamb = 25°C HH
i —1—{rima 11
2
Valeurs typiques B typ
6
e — s S RL=500Q
] 8
B R,=IKn
.
iy = Ry=500n
~ ey
7 RL=1000 — ! I } }
4 1 1T 11
—F e v ———— — R;-/000]
. R | I
—— +H VeE =5V 1
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or1 1 Ig(mA) 0-] — ]
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Temps de montée en fonction du courant émetteur Ima)
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: sss:
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Sensibilité relative en fonction de la longueur d’onde Diagramme de réceptivité

Mesure de la sensibilité

Pour cette mesure, une lampe 18 A/T 10/1 P est utilisée.

L’axe optique de cette lampe est perpendiculaire aux supports du filament et passe par le centre du produit a mesurer qui
est orienté suivant la vue ci-dessus.

Filament

1.Emetteur
2.Base
3.Collecteur

Réf. 2463-



phototransistors NPN
au silicium @

Ces produits dérivés du BPX 72 sont sélectionnés en sensibilit¢ a Vcg =5V et E= 1 000 lux.

ICClasse C ..ot 0,5 1,2 mA
ICclasse D ..ot 0,85 2 mA
G Classe E . oo e 1,4 3 mA

Les autres spécifications techniques sont identiques a celles du BPX 72.
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phototransistor
au silicium

NPN BPX 95A

détection - usage général

Le BPX 95 A est un phototransistor NPN au silicium en boitier SOD 39 B. Cette encapsulation permet d'obtenir un excellent
compromis entre un prix faible et une trés haute sensibilité. Le BPX 95 A peut &tre utilisé en détecteur de lumiére visible
(lampe, lumiére ambiante) ou infrarouge (avec une diode électroluminescente CQY 11 B, CQY 11 C, CQY 50, etc...). Il peut,

méme, étre associé a une diode électroluminescente rouge du type CQY 47 pour en faire un couple trés bon marché.

Caractéristiques principales
VEEQ - - o e i e e e max 30 V
VECOD - r oo oo e e e e e e e e e e max 5 V
o T max 25 mA
Piot (Tamb =25 OC) .o max 100 mW
Ic (VEETBV IEZT0001UX) .o oot min 5 mA
A (sensibilité maximale) . . . ... .. .. e e e typ 800 nm
Brochage SOD-39B
(Dimensions en mm)
)
8
" ok,
gos8
&, — I 080 0,43
émetteur : broche longue / ‘E | — ¥
collecteur : broche courte A 8 T [} [}
e ) i 2
\\ - - l ] PR F—1t—
gs0 - 10 » 1
3}3 gg 12,7min »>|
14 min
Valeurs a ne pas dépasser (Limites absolues)
o o T T T T T max 30 V
VECOD v - o vttt e e et e e e e e e e e max 5 V
o T T T S max 25 mA
Icm (durée de I'impulsion < 50u s, facteur cyclique << 0,1) ..o i i max 50 mA
POt « v vt max 100 mW
TEG  + v ot et -40a+ 100 °C
T] ............................................................................... max 100 °C
Résistances thermiques
Rth j-amb (phototransistornon soudé) . ........... ... max 750°C/W
Rth j-amb (phototransistor soudé sur circuit imprimé) (1) ......... . ... .. ... .. ... ... max  500°C/W
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Caractéristiques (Tj = 25°C)

V(BR) CEO (lIc=1TmAE=0).............. ... ...
V(BR) eco Uc=01mAE=0) ..................

VCE sat (Ic=3mA;E=10001lux)...............
IcEO (VCET20V) ...
Ic (VCE=5V :E=1000lux) (2)............
A (sensibilité maximale) .. .................
AX (largeur a mi-hauteur de la courbe de réponse) (3)
O....

t(4)
t(4)

@ BPX 95 A - Page 2/4

min typ max
......... 30 \Y
......... 5 \%
......... 04 \"
.......... 100 nA
.......... 5 mA
.......... 800 nm
......... 400 nm

+ 12,5 °
.......... 3 us
.......... 2 us
.......... mm?

(1) Plage de métallisation 2 mm? sur époxy d’épaisseur 1,6 mm, boitier reposant sur le plan de siége a 2,4 mm max de |'époxy.

(2) Pour cette mesure, la source de lumiére utilisée est une lampe a filament de tungsténe non filtrée 8 2856 °K de tempéra-

ture de couleur (1000 lux équivalent alors a 4,75 mW/cm?).
(3)1c =1 mA ; E=1000 lux.
(4) Ic =1 mA.

90%

1
1
1
'
i
1
i
i
]
1
!
_ ‘l_tr

50
Ve :,_n B Vce: 5V
caviCy —.
Vs
100 n
»

Ve : t, =1t ~50ns

W= 20 us

f =500 Hz
Accessoires pour BPX 95 A:
RTC 757 - RTC 758
CLIP BAGUE

1l est destiné a fixer les phototransistors sur des panneaux
dont I'épaisseur peut atteindre 4 mm.
0=7

[Ps

7,45

—C
7777
0,5

4,25

2

?=6,35

0=8

Elle est nécessaire pour les panneaux dont |'épaisseur est
inférieure 8 4 mm. Elle n’est pas utilisée pour des panneaux
ayant une épaisseur de 4 mm.

RN
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INSTRUCTIONS DE MONTAGE
Diameétre de percage 6,4 mm : pour les tdles dont I’épaisseur est inférieure ou égale 8 3 mm.
Diamétre de percage 6,5 mm : pour les tdles dont |’épaisseur est supérieure a 3 mm.

Pour les tdles d’épaisseur 4 mm, il est nécessaire de prévoir un chanfrein cdté arriére du panneau afin de permettre au clip
de s’ouvrir lors de l'introduction du voyant.

REFERENCES

RTC 757 : clip + bague noire
RTC 758 : clip + bague translucide
Ces accessoires font |'objet d’'une commande séparée.

Courbes caractéristiques

' e l —
e o
! IR
100 ] JI | “ | 10* /
: :
7 1 1 s e
! Eama:
RAEEESEREENEN
U e | /
T a N
1ol || l L | 10°
— T 7 Z
AT ]
A T I
AT
a IRD y
/ REEEEI
i1 I |
|ViERE ! 102
T { s
H
o
- Tamb-25C[1
Veg=20V
o " [1[]]
o 10 20 30 Ve (V) 25 50 75 100 T c)
Fig. 1- Courant d’obscurité en Fig. 2 - Courant d'obscurité
fonction de la tension en fonction de la
collecteur-émetteur température de jonction
Ic
(mA I
Ic
-
|
f jass
| 0
L
104 j: L 3000 kx [
1
1 1
] I
Pl
>

T
10! / 1 ! Seae
_—4 T oL
7~ —T FEHH
Il
/ H 1
Bt JE.400 hux H-HH
) Vee 5V . ESis
P ! f= HEHH
200 hax |11
7
/ HH
10 Hit
Z 3 [suus
10 0 E(lux) o 2 fee(V)

Fig. 4 - Courant collecteur en
Fig. 3 - Courant collecteur en fonction de la tension
fonction de I'éclairement collecteur-émetteur
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tr tf

oo 09 S
8 = 8 SR
— Lika H Vee:SV [
o— | 6
%\ - 500n]
_%._, [ T
S
o — — 1 — — — RL-1kn O
———— S o S G (Y S S NS A A S B S —TT
RL:-500n
I —— St T TT——T—+=HRL:100n(] L — e
1 b *H L ==
1 O Bt S e E— s 2 T
U DU _':__.," ;'_:, *”7 7”;;_g ——] VCE‘5V — 47 RL.‘IOOn:
e e e 1’1 - = H—
. (mA)
01 . 1 , . lc(m o1 . 1 . Ic (mA
Fig. 5 - Temps de montée en fonction Fig. 6 - Temps de descente en fonction (mA)
du courant collecteur du courant collecteur
100
90
80

.

7
. ///7/////////77{/////,%% AN
R I Il”,{{z«
0405 06 070809 1 11 Alnm)

de la longueur d’onde

Ptot
(MmW) N - L—:}» | | |
75
] 1 EREE L
H N ?- -
Q.’ 3.
Z X1 1\
2 N
e, | L
- °: &0 - |
o/< 1T 3
2N
INNENE
|| B I
A
oll = s
25 50 75 100 Tamb(°C)

Fig. 9 - Puissance totale dissipée en fonction
de la température ambiante
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diodes électrnluminescentes
(infrarouge)

et accessoires




diode electroluminescente
a I’arséniure de gallium
| infrarouge cQY 11B

transmission optique d’informations

Polarisée dans le sens conducteur, la diode électroluminescente CQY 11 B, émet un rayonnement dans le proche infrarouge
(880 nm) d’une largeur spectrale assez étroite (40 nm a mi-hauteur).

Cette diode étant montée en boitier TO-18 muni d’une fenétre plane en verre, la surface apparente reste tres faible et le rayon-
nement spatial bien défini.

La diode électroluminescente CQY 11 B est principalement destinée a la transmission a distance d’'informations modulées a
des fréquences élevées.

Caractéristiques principales

Caractéristiques électriques

R ot e max 2 V

L e e max 30 mA
TERM () e e max 200 mA
RENJ-aMD  « v v o e e e e e e max 600 °C/w/
RERJ-CASE  + v v v v ot e max 220 °C/W
Caractéristiques optiques

D/l IE =20 MA) « oot min 3 mW.A"'
L max 100 ns

L max 100 ns

A e typ 880 nm

(16 =0,1;tp=100ys.

Brochage TO 18

(Dimensions en mm) Fenétre en verre

oF
&
AN
%&(LS "‘ . 20,48 max —
Za N ¥ |
o, RO~ ¥ X %* %:
i
H U de s -
— m\ Q
kg =

1 et2:anode

i
3 : cathode 5,3max 4-12,7min+e

Valeurs a ne pas dépasser (Limites absolues)

| VR e e max 2V
LE o e max 30 mA
DR IM - vt e e max 200 mA
Piot (Tamb < 95 0C) « oot e e max 50 mW
L T PP max 125 °C
L TR I —55a150°C

Résistances thermiques

Rthj-amb ............................................................................ max 600 °C/W

61
RENJ-CASE  + v v v v r v rm e e e max 220 °C/W
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3 Te 12
(mW) / (W) r— T T T 1 /
02 VW

Caractéristiques (Tamp = 25°C)

@ CQY 11 B - Page 2/4

min typ max
VEUE=30MA) ot e 1,3 1.6 \Y
VEE=200MA) o 1.5 \
IRIVR= 2 V) o 0.5 mA
Be/NIF=20mA) .. ... D 3 5 mw.A"
Le(lF= 20mMA) .o 160 mW.cm™.Sr!
Le(l =200mA) (1) .. e 1500 mW.cm™.Sr™!
le (IF = 20 mA) 0,064 mW.Sr™!
0 + 35 °
A 880 nm
AN 40 nm
tr(IF =20 MA) .. 30 100 ns
HUE= 20 MA) .. 30 100 ns
A 410 cm?
Courbes caractéristiques
T S
17 ] IEEES NSNS RN NN e 20mA [—l
Lo—_‘ 20 ENEESEEENEERESAREAS 2 o_il_ _____
(mA) 1 t1t 1 P11l J 10 f¢——2ms
. EEREEE SEpEE 17 > 30ps T
. rh le—300 us 0 1 BRS
0 s O oo 150 usNEEREENEE LS
S
"'valeurs typiques 3
mesurées en i -201
f
20 100 -30 Valeurs typiques +——
T TTT 7 TTTT
w0 K:-‘Ol,7'l.l C'"Z;
I
] . -50 ;
10 T 50 I L
! -60 BERERE ]
! s Tamp =25°C 1
Tamb= 25 amb * -70 T I
NI Af T HHHH
o xl P.I—‘E'rj;' o o -80 Hi L"*Jr i 11_
o 05 TV s 0 0,5 T w15 0 50 100 T (C) 150

Tension directe
en fonction de l'intensité directe

Tension directe
en fonction de I'intensité directe

+—5ys

01 "—
2ms ——i
|

N
R
8

s /
006 96 L/
005 / ; 05 / //

Mesures en impulsions
Tamp = Tj=25 *C

’ Sans radiateur !
Tamb= 25 *°C
002 0,2

10 20

Puissance émise

30 Ig(mA) 40

en fonction de l'intensité directe

100 If(mA)

Puissance émise

200

en fonction de l'intensité directe

Décroissance de la puissance

émise en fonction

de la température de jonction

2
3
3
c
o
w
a2
£
w
1
05
/ Valeurs typiques
| {
v |
800 820 840 860 880 900 920 940 ?{‘SO
Alnm)

Spectre d'émission
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225 1 ! I TIITT 1 ‘[ V'J 1
Rthy T HHE 1T u
(°CIw) ISEEEI1 S E——— 5 I
200 H S s
| P ai” aiiny T
i S I i
]7: | = /lll' - ! 1
B s el
R D831 1> 57 < M s w3 i
150 i [ /‘ T ; T “f%l A_i_L
Tl T T I
S asil S ﬁ-i{ o 1 e R S
1 S N A R
1252 ! 3 T T ot + ‘TYTT‘ 1
o S maas 11 Valeurs typiques by e b
R S R R P A B et 57 m 11 1 ! I
100 1 ol =T - Sy :lr‘ f i :ﬁﬂ‘]i‘ul‘ _m; T
__..,Agid" S aigi) - M HL — e
(I e R T
2N —— 11 1T
e B Mt e e e i | S e 11| s m B at11
B i ERa i SRt SERSiu, R st Reaa
i { I __l{__ 1 1 ~~»,ﬂ»,4ﬁ{l T{ ;
I [ 1 I ] 01 N HEsli {
T 01 S - N S 5 O W U U 1 1§ !
25 T a T ji* }
| mas| T T
F—— R — - R P HEE : :
0 0 H I TH 1
10-5 10~4 10-3 10-2 107! 1 ton(s) 10

Résistances thermiques transitoires en fonction du rapport cyclique
et de la largeur de I'impulsion

50
\
Ptot
(mW)
\
\Z
>
3
\s,
25 o
S,
\ &
\ %
\
\
\
% 25 50 75 100 125 150
Tamb (°C)
Puissance totale dissipée permise en fonction de la température
ambiante
A

Intensité relative

-15° o -15°

-
e N

K

-60
-7 5
\

-90° -90°

Variation spatiale de l'intensité lumineuse.
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diode electroluminescente
a I'arseniure de gallium

infrarouge

COY 11C

couplage optique, transmission optique d’informations

La diode électroluminescente a I'arséniure de gallium du type CQY 11 C polarisée dans le sens direct, émet un rayonnement

dans le proche infrarouge (880 nm) d’une largeur spectrale assez étroite (40 nm a mi-hauteur).

Encapsulée en boitier TO 18 muni d'une lentille en verre, elle émet un faisceau de rayons pratiquement paralléles dont la
section varie peu en fonction de la distance (la section du faisceau a un diamétre variant entre 2,5 et 3,6 mm entre O et 1 cm

de distance de la lentille).

Les diodes électroluminescentes CQY 11 C associées a des phototransistors tels que les BPX 70, BPX 72 ou BPX 25, per-

mettent de réaliser des capteurs photoélectriques ne comportant plus de lampes a filament de tungsténe.

D’une maniére plus générale, la CQY 11 C a été concue pour effectuer les liaisons optoélectroniques a fréquence élevée,
pour la lecture des cartes ou des rubans perforés, pour réaliser des photochoppers ou des interrupteurs a trés haut isolement

et a haute vitesse de commutation.

Caractéristiques électriques

Caractéristiques principales

Caractéristiques optiques

VR t it e max 2 \% A e .typ 880 nm
= max 30 mA L R RN max 100 ns
IERM (1) oo max 200 mA L AR R max 100 ns
T max 600 °C/W Em (éclairement moyen & 1 cm
RpR i A - v e e e e eee e max 220 °C/W sur une surface de 3,14 mm?® .
thi-case AIE=20mA) ........... min 280 pW.cm™
soit(2) ........... ..., min 14 mW.A."'.cm™
Brochage TO-18
DI i ) . 6 lentille en verre
imensions en mm g erpeUBmax
[ee]
1 et 2: anode >)J! hs
3 : cathode reliée au boitier g _———-/_—__,:%
E I
fr’» l:‘,:
T |
5.90max  __ole 12, 7min
Valeurs a ne pas dépasser (Limites absolues)
17~ S PP max 2 \Y
= max 30 mA
FERIML <« c v v e v e e e e et et e e e e e e e e e e e e e max 200 mA
Ptot (Tamb < 95 %C) + ottt it max 50 mw
T ot max 125 °C
TQHQG - o v o s v s ettt 855a+ 150 °C
Décroissance linéaire @ partir de 95 °C « « o v v v ittt e et e et e e e e e e max 1,67 mW/°C
Résistances thermiques
Rthj—amb ....................................................................... max 600 °C/W
RUNJ-CASE  « -+ =+ o v v e e e et max 220 °C/W
Notes

(1) Mesure effectuée en impulsions § = 0,1 ;

t, = 100 us.

(2) Eclairement correspondant a un courant collecteur

typique de

200 wA pour un phototransistor BPX 72
400 p.A pour un phototransistor BPX 25
a lp=20 mA.




Caractéristiques (Tamp = 25°C)

GRES» coviic-pagezs

min typ max
VEIE= 30 MA) oottt e e 1,3 1,6 \%
VEUERM =200 MA) (1) oot 15 Vv
IRIVR =2 V) e 0,5 mA
Eclairement moyen a If = 20 mA & une distance de 10 mm sur une surface de
BA4 MM o+ e e e e et e e e e e e e 14 25 mW.A"cm~*
Décroissance de la puissance émise en fonction de la température . . .. ......... 0,7 %/°C
Section du rayonnement entre O et 1O mmdelalentille . ........... .. ... ... 7 mm?
Angle entre I'axe optique et I'axe mécanique - . . ... .o ool 6 degrés
D 880 nm
AX (A MIChAUTEUL) « o ot e et e e s 40 nm
tr (temps de montée du rayonnement a IF=20mA) ........ ... 30 100 ns
tf (temps de descente A IF=20MA) ...ttt 30 100 ns
Circuit de mesure
£
— e - — —1r—- -—-———-—-—N
S— %
cay 1nc |
e 10 mm photodiode a
grande surface
y s _ga de réception
Courbes caractéristiques (BPY 13)
1 20 T -
() h LJ‘ = st TL T
200 . 10 |+ T T 1 —
m F 20mA [on
_l l. _____ (mA) 0 | ]
30 Valeurs typiques s . ! E - ;t‘t;
Hs T mesurées en continu 10 ol Sus %
300ps
g 2ms
150 30 -20
Valeurs typiques -30
mesurées en impulsions
f =40
100 20 typ. =-7%/10°C 11T~
-50
]
: -60
' i
-70 T
50 10 1‘
' 7 -80
Tamb= 25°C Tamb= 25°C -90
T Y
T 1A P,
0 L 0 Z -100
0 05 1 VE(V) 0 05 1 Ve(Y) 0 50 100 150 Tj(°C
Tension directe en fonction Tension directe en fonction Décroissance de la puissance
de l'intensité directe créte. de l'intensité directe émise en fonction de la tem-
pérature de jonction
p H E D (MW)
(mW.cm=2) (mW.cm-2)
10 H 1 100
9 —_'___L J--] B Valeurs typiques Valeurs typiqt
—_——— L— | rées en continu T
8 ’&5% .| J:
2ms . } !
’ FHE
Valeurs' typiques B A
6 mes‘urées ‘en[imqulsions 7
I
5 05 50
4 :7 I\I\Il})lll%
Tamb =25 EEE
NS eur 11
3 amb = 25°C
1=10mm
2 s =11.102 cm?
. I (Z
pad aam ‘
; s 1
} - H FESERIEECSESRASSST T TTTT 1
0 100 IERM (MA) 0 10 20 30 I(mA) 0 10 20 30 Ig(mA)

Eclairement moyen en fonction
de l'intensité directe créte.

Eclairement moyen en fonc-
tion de l'intensité directe

Puissance émise en fonction
de l'intensité directe
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1 AL Tamb =25°C ]
Y 1=10mm 3
Vi ] s=3,14.10"%cm?
Ty TTTTT
T i 1
pas T
Valeurs typiques\-H-HHH{H
— I
I
I
T
H+
H
It T 1 1
-3 0 3 mm

Eclairement moyen en fonc
tion du déplacement latéral de

i'émetteur
' T T
sa FHHH
s T
f-junai ) T 17
T .
g aleurs typiques 11111
£
w ]
1 Eof e
L
e
mm FEET 2888
T 1
05, +
T 1
T
T
T
T
T
H t
- !
T ! !
0T
I i ]
[ unasi t i

T T
800 820 840 860 880 900 920 A(hm)

Spectre d’émission
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R -
th(t) - I L I I
(oc/w) r—d=1 : H/ jmuasa
200 T | i
175 = ! |
7 ! i T
. e
_d_g)‘.) i mmai
125 v—" t i ir
100 > > FHH
d’—OL i i T Valeurs typi EH
T | ypiques I Ea
75 N t —H T
—— 6*,0' — f—»ﬂktr%—?l
= | EStHH
Sifif =g
25 St e
T
i 1 T
H i ERAR
I i 1
%105 1074 10-3 10-2 101 1 ton (s)

Résistances thermiques transitoires en fonction du rapport cycli-
que et de la largeur de I'impulsion

4
Ptot
(mW) \
\
2
9'.
./‘O
\}
25 5
\"‘”.
\
0
0 25 50 75 100 125 Tamb(°C)

Puissance totale dissipée permise en fonction de la température
ambiante.
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diode electroluminescente
a I'arseniure de gallium
infrarouge COY 33 g

couplage optique

Ces diodes polarisées en direct émettent un rayonnement dans le proche infrarouge (330 nm) d'une largeur spectrale assez
étroite (50 nm a mi-hauteur).

L'angle d’émission de la CQY 49 B est trés ouvert, la fenétre plane utilisée ne modifie pas la forme géométrique du cristal et
permet donc de reprendre I'image de la source par un systéme optique associé.

L’angle d’émission de la CQY 49 C est assez refermé, ce qui permet d’obtenir une intensité d’énergie dans I'axe mécanique du

produit élevée.
Cette diode est donc recommandée pour réaliser des couples avec les phototransistors BPX 25 — BPX 70 — BPX 72 — BPX 95

sans optique associée.

Caractéristiques principales

1Y = max 2 Vv
D e e max 100 mA
L IR max 1256 °C
CQY 49 B
Lo (IF= B0 MA) ottt ettt e e e min 0,3 mW.sr™!
CQY 49 C
min 3 mW.sr!

max 150 mw

Brochage TO 18

(Dimensions en mm)

cQ498B cay49cC
o s 1,16 max
" 1.16max: . N 5,3max
1,17 max b 5_ i ;l

4,8 max

0 4,8 max

I
A O A A

6.9 max 12,7 min

1: cathode

2 : non connecté 1: cathode

3 : anode é
2 : non connecté

3 : anode
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Valeurs a ne pas dépasser (Limites absolues)
Tensions
1 R R max 2 \
Courants
= R max 100 mA
'FRM(tp=10#S:5=0101) ............................................ max 1 A
Puissance
Piot (Tamb < 25 %C) « e et e max 150 mwW
Températures
Tstg ................................................................ — 40+ 100 °Cc
Tj .................................................................. max 125 °C
Température de soudure (10 s a 1,5 mm min du fond de boitier) .. ... i max 260 °C
Résistances thermiques
RUR jo@ < oo oo mm e max 665 °C
R th G v+ e max 300 °C
y m . L o
Caractéristiques (Tj = 25 C)
CQY 49 8B cQvy 49 cC
VEUE=B0MA) Lottt typ 1,3 1,3 \%
max 1,5 1,5 \Y,
IRIVR = 2 V) ettt ettt e e max 100 100 HA
T (IF= B0 MA) « ettt e e e et e min 0,3 3 mW.sr™!
typ 0,5 5 mW.sr™

CV=0;F=TMHZ) ...t typ b5 55 pF

................................................................. typ 930 930 nm
7D N T R typ 50 50 nm
o) N typ + 40 +75 °
tr (lF= 50 mA, tp= 2us:f=A45KHzZ) .. typ 600 600 ns
tf(IF=50 mA, tp=2us ;=45 KHZ) ottt e e typ 350 350 ns
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Courbes caractéristiques

e Ie
(mA) (mA)
100 1000
80 800 '
yp I typ
60| 600
]
]
4 I 400
J
T
J -
2 200 Ton =10 ps
Tj = 25°C ] i d =001
TizTamb-25‘
T TT
- IEEE NN
I T17
0 0.5 15 VE (V) 0 1 2 3 VE (V)
Courant direct en fonction de la tension directe Courant direct en fonction de la tension directe
(régime continu). (régime d'impulsions).
Ve
I\
1.4
N typ
13 -
Ny
N
N
1,2 =0 A
|
i
TS
1.1
1
— WD G D G U L
-5 -25 25 50 7% 100 125 - (°C)

]

Tension directe en fonction de la température de
jonction.
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Courbes caractéristiques

te le

{pW/sr) (mW/sr)
103 10!
typ typ

z / /

10°

7 V4
y
4
/ y4
/ 4
)4 D4
// Tj- 25°C // T, 25
4 /
1
b 10 F (mA} " 1 10 Ig (mA)
CQY 49 B - Intensité du rayonnement en fonction du CQY 49 C - Intensité du rayonnement en fonction du
courant direct (régime continu). courant direct (régime continu).
l. Ie
{pW /s1) 4 (mW/sr) //
Vi Z
Yy
// //
// //
/| /
/ typ / typ
103 Vd 101 /]
Yy Yy
.4 P4
)4 )4
109 100
Ton =10 ps Ton =10 ps
d =001 —‘—‘ d =0,01
Ti=Tamb=25°C] T i=Tamb=25°C
10 101
1 102 Ig (mA) 0 102 1g (mA)
K]
CQY 49 B - Intensité du rayonnement en fonction du CQY 49 C - Intensité du rayonnement en fonction du

courant direct (régime d'impulsions). courant direct (régime d’impulsions).
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'e
(%)
100
I
\
1
typ
140
typ i \
120
N
\
100 50
AN
N
80 By 1
N
60 > f
a0 - AY
\
20
0 I
50 25 0 25 50 75 00 1% 1,00 860 900 940 980 X (nm)
Intensité du rayonnement relative en fonction de la Emission spectrale.
température de jonction.
Rine T
(°C/W)
400
350 T}L
T
T
300 it ==
250 i
-
— il
20 it =
405 typ
1
M 1
—t - -
=0,
100 =t H
Fd-0
50
0
105 10-4 103 102 107 1 ton (5)

Résistance thermique dynamique.




Courbes caractéristiques

W
Al

0
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Piot
(mW) \
100
2
%
\
o,
)
(23
2z
50 I
0 50 100 150 T, (°C)

Puissance totale dissipée permise en fonction de la

température ambiante.

25 0 25 50

CQY 49 B - Variation spatiale de I'intensité lumineuse.

Réf. 3927

typ

900

75 50 25 0 25 50 75 9 100

CQY 49 C - Variation spatiale de I'intensité lumineuse.




diode electroluminescente
a I'arseniure de gallium

infrarouge CQY 50

couplage optique

La CQY 50 est une diode en arséniure de gallium émettant dans l'infrarouge lorsqu’elle est polarisée en direct. Elle est

encapsulée dans un boitier miniature SOT 71 B.

Associée au BPX 71, elle constitue un couple parfaitement adapté pour la lecture des cartes et des bandes perforées. Sa

petite taille permet de la monter en matrice sur un circuit imprimé.

D’une maniere plus générale, elle peut étre utilisée pour tout couplage optique avec les phototransistors BPX 70, 71, 72,

25 et 95.
Elle se caractérise par une puissance totale émise et un vecteur intensité dans |'axe trés élevés.

Caractéristiques principales
T = e max 2 \%
=Pt max 100 mA
LI T T max 125 °C
B/ VE I =20 MA) ettt ettt e e e e e e e e min 8 mW/A
N PPN typ 930 nm
Brochage SOT-71B
(Dimensions en mm)
013.0.25 E\ 10.20.0.30
L cathqde 2anode g‘
5 / "
. H
1 a
)
\ >
1 ]
‘ ‘ 1.57.175 | Loa.osr:
\ [ 203.2.26
|
L 297.360
Valeurs a ne pas dépasser (Limites absolues)
1Y = max 2V
L = max 100 mA
|FR|V| (tp= 10[-1. 5;520,01) ............................. P e e e e max 500 mA
Piot (TJ<<25°C)  wvvviiaiiiiaiean e U PP max 150 mW
L T max 125 °C
TQEQ - -+« <« e et e e e e —65a + 150 °C

Résistance thermique

Rth j-amb (soudé sur circuit imprimé, surface de métallisation 6 x 2 mm sur époxy d'épaisseur 1,6 mm)... max 0,66 °C/mW

75



76

Caractéristiques (Tj = 25° Q)

GRESP cov50-Page 274

min typ max
VEUE= BOMA) ettt e 1,3 1,5 Vv
VEUERM =500 MA) (1) oo i et 2,3 \Y
IRIVR S 2 V) et i e 100  pA
B/ IEF ME=20MA) L.ttt 8 mW/A
le HE=20MA) L.ttt e 9 mW/sr/A
CaV=03F=1MHZ) oottt et e et 45 pF
A e e e e e 930 nm
AN@MISNAULBUI) .« . oot e 40 nm
€) (MIsRAULEUL) ettt e e e e e e e e + 17,5 °
G UE= 20 MA) e e 600 ns
HUE= 20 MA) e e 350 ns
(1)5=001:t,=10ps
Courbes caractéristiques
- Ig
I -1 (mA)
(mA)
100 ! 500
] ] 1 I
/ Sanaus
/ T
typ T max T typ
80 fHHf 400
} f
I
I
/ I
60 i, 300 7
Ji
| I
I
40 J 200 r
f
/ ]
=10
20 i I’ 100 ll ;(:"0‘01"8
Tamb=25°C
J I
]
0 05 15 VF(V) o] 1 2 3 VE(V)

Tension directe en fonction de I'intensité directe
(mesure en continu).

(mesure en impulsions).

§RSSSRESRESEESE
Ay

s T r
InEE | T
C TR i T
It N : o
! \
o Pt
1 | fardaapnas
]
0,
10 H-H —— S
‘ AT o
T [ E "T R
! ; ST I T
; L b HHHH
! | { ! ] |
‘ P e |
1 : ENEENEREEEE
LT 1 ul FHSFHcavso/sexn ]
b i 1'\, T LE L1
SaM e r i 5
IRREAERSIN I | 1
I
t I ‘ ‘ T IF-50mA
! i VCE =5V
. Ty d:7mm
1 1 T
11 H .
+
I
!
001 |
=50 o +50 +100 Tamb(°C)
Variation relative du transfert

CQY 50 - BPX 71 en fonction de
la température.

Spectre d'émission.

Tension directe en fonction de l'intensité directe
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[ 2 I —— i I
|c ! I I B A | 1T
= A A R ] ! I
(HA) ] 1 | |
RS \} | 1
1
N\ | ! |
| bl
, . wp
10 ‘ } \\ ;
P T
\ (mW, !
\ !
BPX 71 |
Ic:5mA 1 t
4 E.20mW/cm?2| T
i | T I
2| [ T
10 T N T { — l ’
[ 0 S | i N \\ — 1p=50mA [T} u 3
] \ V-5V H T
| | \ ] Tamb=?5°c o1 !
i i A
| I
| I
10’ ‘ 001 i
1 10 d(mm) 1 10 100 1000 1ERw (MA)

Courbe de transfert CQY 50 et
BPX 71 en fonction de la dis- Puissance émise en fonction de lI'intensité directe (mesure en impulsions).

tance entre les deux produits.

Ptot T T
(mw) [~ . T
+ - —
10 ;
|
100 | —
| . i
1 !
. |
|
|
50 I
01 : Co \
i | |
0,01 I i | | |
-50 o] +50 +100 Tamb (°C) 0 50 100 150 Tamb (c)
Variation relative de la puis- Puissance totale dissipée per-
sance émise en fonction de la mise en fonction de la tempéra-
température ambiante. ture ambiante.

/i /// AN
il e e\
Wl e \\

+90° - _—0° 77

Variation spatiale de I'intensité lumineuse.
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Réf. 3506
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dingle élel;troluminescente
a I'arseniure de gallium
infrarouge

CQY 52

couplage optique

La CQY 52 est une diode en arséniure de gallium émettant dans l'infrarouge lorsqu’elle est polarisée en direct. Elle est

encapsulée dans un boitier miniature SOT-71B.

Associée au BPX 71, elle constitue un couple parfaitement adapté pour la lecture des cartes et des bandes perforées. Sa petite

taille permet de la monter en matrice sur circuit imprimé.

D’une maniére plus générale, elle peut étre utilisée pour tout couplage optique avec les phototransistors BPX 70, 71, 72,

25et95 A.

Elle se caractérise par une puissance totale émise et un vecteur intensité dans |'axe trés élevés.

Caractéristiques principales

VR e e e e max 2 \
D o e max 100 mA
LT T T Tt S max 125 °c
T/ TEUE = 20 MA) o et e e e e e e e e e min 20 mW/A
A e e typ 930 nm
Brochage SOT 71 B
(Dimensions en mm)
g 0,20. 0,30
_cathode ~anode o
IR g]
8 2
w [J:§7.1,75
3 0,41.061
. 203.2.26
F, _2,97.3,60 .{
Valeurs a ne pas dépasser (Limites absolues)
VR ..................................................................... max 2 Vv
T max 100 mA
IFRM (tp = T0H s 0 =0,01) ... .ttt et max 500 mA
Piot  (TJ< 25 °C) oottt ettt e max 150 mW
LT R max 1256 °C
Ttg <« v e e ettt — 65 a+150 °C

Résistance thermique

Rn j-amb (soudé sur circuit imprimé, surface de métallisation 6 mm x 2 mm

sur époxy d'épaisseur 1,6 MM) . . . . .0 v vttt e e e e e e

...... max 660 °C/W
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Awi H P— o
VE (g=50mA) ... ... ... ... ......... e e 13 1.5 V
Vg (IFRM =B00 MA) L 23 \%
IR (VR =2 V) e 100 MA
Te/IEE=20MA) . . e 20 mW/A
le intensité dans I'axe (I =20mA) .......................... 22,5 mW/sr/A
Cq capacittaV=0;F=1MHz............................. 45 pF
A e, 930 nm
AN ami-hauteur ... ... 40 nm
0 (angle d’ouverture a mi-intensité). . . .. ...................... *+17,5 °
t,  (temps de montée durayonnement) (IF=20mA) ................... 600 ns
ty (tempsdedescente) (IF=20mMA) ......... ..., 350 ns
(*) 6 =0,01; tp =10 us.
Courbes caractéristiques
Ig T
' SENENN (mA)
(mA) SRRER
100 Ta,mb=25 C i 500 o
typ {rmax— I yp
80 I f 400 N
I
. ]
I
60 f 300 /
]
I
a0 200 i
HHH
f
/A
i 1 1 !on=10ps
20 I 100 [ d-0,01
Tamb.25°c
] ]
J
0 5 05 0 0 0 A O O L 1
05 1 15 VE(V) 0 1 2 3 VE(V)

Tension directe en fonction de |'intensité directe
(mesure en continu)

(mesure en impulsions)

e :
}i* L Ji I A S BREE EEE A FER RN R
EaeRa S RuA puaanay udkubas Sasiuin SRR FEU S RS EE R
wq HH TN T T
TT\‘ =t y .- DS SRS B
ERREERY ,i L G N e

1 , [*Iqﬂli_j] SEREERECEE S SR
10 — | | d N b typl!
T +
1 T BN IR REGON a0 R DR
I + ““r:f . - ff ;'1
3 P e T 1
AERRNRRNERN | SRR RS RS RN R RSN
{ :’ ST ‘ IEERESSaRRNaS 1RRSEEE
! I typ | B | R BN RS SR | D
1 - f - — | [ SRR I IR AT SR i
T T cay s2/8Px 71 nHEHNE ;
it LI HREE:: 7 HLE
RS e ¥ iRk
| fhy L L ! i
] i
’LT L”T T I IF.50mA !
| VCE =5V
, il d:7mm
Hrh +
N e 1 =i
! B 1
1
] [
‘ i
| I
001 L | |
~50 o +50 +100 Tamb(°C)

Variation relative du transfert CQY 52 - BPX 71
en fonction de la température

Emission spectrale.

Tension directe en fonction de I'intensité directe
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Ic T T T T
(uA
T
typ P, ) T
(mw)E— i =1
10 ™~ | T]H‘dﬂ 1+
% T |
H | i
1 SR
5 "
\ X71 Ic=10mA a E=20 F— 1T
I T‘
\ |
10 01— f 4 L
\\\ \ﬁ 7*74:?4. — I'iﬁif T I jus Tamb=2chEE
\ 1 1 i 1|| H ton =10ps ’:_1
: \ 11 T T I d:=001 T
1\ ] T ﬁ L | i [
Vee:5v | -SmA aF - 20mWiem' ”’ T |
I -50mA ,‘ \Bnm Ic:5mA aE - 20 | I \ [ ‘ T !‘ ‘ ‘T i !
Ta:25°C ‘ 001 I L L]
1 10 100 100
IFRM (mA)
10' 1 |
1 10 d(mm) . . . . ’- s .
Puissance émise en fonction de I'intensité directe
(mesure en impulsions)
Courbe de transfert CQY 52 et BPX 71 en fonction
de la distance entre les 2 produits
Ptot
e T T
BEl ,\'f** T
- | I
‘ \
t \ ]
‘ . L N IO I O
LN o BN
10 " | \ L Il
- .,T,\ ft - |
! - 100} | | |
- | - 1 .
; | INENE
T | B
; L | v te-soma || T
e | i ]
I T T T
| 50 1
| |
|
| i
o3 T .
TNT 1
— | - E —-T i
001 F L ‘
-50 o +50 +100 Tamb (°C) 0 50 150 Tamb ()
Variation relative de la puissance émise en fonction Puissance totale dissipée permise en fonction
de la température ambiante de la température ambiante

Variation spatiale de l'intensité lumineuse.
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diode électroluminescente
a I'arseniure de gallium
infrarouge CQY 58

La CQY 58 est une diode électroluminescente a l'arséniure de gallium émettant un rayonnement infrarouge, lorsqu’elle est
traversée par un courant direct.

Son encapsulation, tout plastique, a été particulierement étudiée pour pouvoir former, avec le phototransistor BPW 22, un
couple trés performant.

Le plastique de cet émetteur est coloré en rouge afin de le distinguer du BPW 22,

Caractéristiques principales
R e e max 2 V
=N max 50 mA
e (IE= 20 MA) oottt e typ 0,8 mW.sr™!
min 0,4 mW.sr!
A e e typ 875 nm
Ptot (Tamb < 25 0C) i max 75 mW
Brochage SOD53 B

(Dimensions en mm)

3.3 max

3,10-3.40

2,45-2,65

1 : cathode o
2 : anode el |
Nl w
plb‘ .
g
~
1 2
£ ‘
gl _|! ‘
2 : c -
s - E
({ F w —
[
L
0,56 max | i
' 1l
0,56 max

! 0,56 max
25

83
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84

Valeurs a ne pas dépasser (Limites absolues)

Courants
= R max
TERM (1) e max
Tension

LY = T max
Puissance

Ptot (Tamb < 25 OC) ......................................................... max
Températures

TQUQ « -+ o v ottt

Tj ....................................................................... max

T (température de soudage des connexions & 3 mm min du corps de boitier, pendant
7 SECONAES MAX) « o v v e e e et et e et et ettt e e max

Résistance thermique

Rth j-amb (voyant soudé sur circuitimprimé). . ... max

(1) ton= 10ps
toff= 1000 s

Caractéristiques (Tj = 25° Q)

VEUE= 20 MA) o e e

IR VR =2 V) ettt ettt e e e e e
lo IE= 20 MA) .« .ottt et e et e e e

tr(IF=50mA ;tp=100ns;f=100kHz) ..........ootiiiiiiii
tr(IF=50mA;tp=100ns;f=100kHz) ..... ..ot .

50 mA
200 mA
2V
75 mwW
—55a+ 100 °C
100 °C
230 °C
1000 °C/W
typ 1,2 \Y)
max 1,5 \)
max 100 pA
min 0,4 mW.sr'
typ 0,8 mW.sr!
typ 05 mw
typ £5 °
typ 875 nm
typ 50 nm
typ 80 pF
typ 20 ns
typ 20 ns
typ 3 mm?
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Notes

Circuit de mesure

+ 4V
50Q
0 gL +20V
CcQY 58
VS
50Q
Ve — L
| I
I I
I L]
Ve: t, t
tr < 1ns I : H
t < 1ns ! |
tp= 100 ns
f = 100 kHz

Courbes caractéristiques

IF
(mA)
50
typ
%
Rint
(sc/m I ]
1
d=1
1000 »
—
-
| 1
800 =1 /.
d=0.7 1
Yy Vp 2
A
600 2z
]
d=0,3 - o
pd
p ",
y
400 - P A
=03 114 ' 10
A
4=0.2 |_| 4
200 T T. = 25°C|
d=0,
d=d
0 ot
108 10" 10° 102 10 100 101 102 03 s 0 0.5 1 1.5 VE(V)
Résistance thermique dynamique en fonction du temps de I'impul- Caractéristique directe | /V en continu.

sion et du rapport cyclique.
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Courbes caractéristiques

Vg

I
V) B ”4 T (mA)
4 i
i i
13 AN 1 I
N X
[ [ 250
\\ T
A, N RN
N AN L |
h, t i |
h N F = 30 ma| Xp —
; AN \\‘ [ |
1.2 ! N f T 200 T
: ™N " F =20 mA 1 +
N \Q\w 1 typ “[
N = - +——+—+—+
\S \“\IF 10 mA ] t
§ :
\\ N \\ 150 ; .
If =5 mA A ;
11 T
N N t T
N N N ;
i I il
N 11
1
NC 100 i I
I ; 1]
t
1 !
t I
;
50 Ton=10ps
totf = 1000 ps
- Tamp = 25°C
1y TT
£ T
1 ] T P
0.9 1 NN NS EEaE
-50 -25 0 25 50 75 T (L] 0 05 1 1.5 VEV)
Tension directe en fonction de la température de jonction. Caractéristique directe | /V en pulsé.

Vg le T
W sy

pd

0.9

/,

102

0.8 . /

!
- 1
1= 50pA

Fo0) >~31 / URECTI J
/ |
i
‘M

07 10! . |
50 25 0 25 50 s 100 1 10 T (mA)

W W W W
|
S

Tension directe en fonction de la température de jonction. Intensité du rayonnement en fonction du courant |
en continu.




le % |
I
I
+ t
150
s typ T
N T
T
A,
N
A
~N
100
\\
I
AN
Y
50
1g=30 m
1F=20mA | ]
T
-
0 i
-50 25 0 25 50 75 T, (°C)

Intensité du rayonnement relative en fonction de la
température de jonction.

N i i m 1
(mA) — 1 !
= ==
10! / s
<
T
— 4

™
|
o

10 100 I (mA)

Courant collecteur typique dans le phototransistor
BPW 22 lorsqu'il est couplé avec la diode électro-
luminescente CQY 58 en fonction du courant di-
rect.

@ CQY 58 - Page 5/6

ﬁ T T =
(pW.st D 1 i J E— + H
t
t
|
T T
||
l
| | !
I
I
4 | / |
10 t ~
T y 4 T
/ T
; (SRS W ]
Ltyp
I
|
|
T
— I
ton = W0ps
togg = 1000 ps 17
Ti# Tamp = 25°C
102 |
10 100 IF (mA)

Intensité du rayonnement en fonction du courant
Ig enimpulsion.

IC T T T T T TTTT T T T T

() - — 1
 E— | d
b d b -
— — a l§|=v i

N I r — T

L i | r i
|

l :

w ; ———
— ! 1 R —
I b — H—

~ T T
NN
‘ r [T
N
| |
|| |
~ | |
[ o N | I |
! \*‘;N Ip=50mA | |
N i i
1 | [
TN 11
N\ -
N N\ f
N N\
| N g =20 mA
1= 10 mA
IVCEzsv L
amb = 25°C
0.1 ‘
1 1 . (mm}

Courant collecteur typique dans le phototransistor
BPW 22 lorsqu’il est couplé avec la diode CQY 58
en fonction de la distance entre les 2 produits.
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Courbes caractéristiques

759,

[
¢ HEEEEESEEENEEEEEENERE N
(mA) .
d
Il ———
== ==
T L
1 ~
< N
g
// NN If = 50 mA
e
™N
N
el B
T~
. N |20 ma
pt I
™~
I~
NNRLF - 10 mA
NN
VE - 5V
d- 10 mm
0.1
-50 .25 0 25 50 75 Tamb (°C)

Courant collecteur typique dans le phototransistor
BPW 22 |orsqu'il est couplé avec la diode électro-
luminescente CQY 58 en fonction de la températu-
re ambiante.

Variation spatiale de l'intensité lumineuse.

150 150
300 30
typ
Y a5
600 600
(3 50 25 ) 13 50 75

%
100
90
I
typ
80
70 1
60
40
\
30
4
0
800 820 840 860 880 900 920 940  A(nm)
Emission spectrale.
Ptot
(mW)
\?
Z.
®
A\Y
%
50 s}
2
” 25
1
0 25 50 75

Tamb (°C)

Puissance totale dissipée permise en fonction de la
température ambiante.




diode electroluminescente |
a l'arseniure de gallium @
infrarouge CQY 89

documentation provisoire

La CQY 89 est une diode électroluminescente a l'arséniure de gallium émettant a8 930 nm.
Son emploi est particulierement recommandé pour les commandes a distance par infrarouge.
Le récepteur utilisé est le BPW 34.

Caractéristiques principales
VR o+t e max 5 V
D e e max 130 mA
TERM (p= 50 15 ; 0= 0,05). ..ottt max 1A
Piot (Tamb=55°%C) -t e max 130 mW
Do (IE = T00 MA) oottt e e e min 5 mw
| Brochage FO-42
(Dimensions en mm) pa.10:5.08
|
COUPE Y DETAIL /-||—\
9 5.80 @
0,43 - 0,58 g
& ° z’: 1,0 0,80
Voir détail __/ N i
s E IL J[:
E || :
;: " l i|_0,43-0,58
cathode |

anode
j

Valeurs a ne pas dépasser (Limites absolues)

Tension :

VR crr i e e e e e e max 5 \)

Courants :

= max 130 mA

IFRM (tp max : 50}15;6:0,05) ........................................................ max 1 A
| | IFRM (tp max : 10 B 0= 0] e max 25 A

Puissance :

Piot (Tamb = 55 0C) . ottt max 130 mw

Températures :

LR R R —-55a+ 100 °C

L TR I R 100 °C

O max 350 °C/W
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Caractéristiques (T; = 25°C)

VR (IR =

VE (IF
VF (I
le (IF
De (IF
N (F
ANIE
6 (IF

Cq (VR=

min typ max

TOOR A) . o et 5 8 vV
TOO MA) o« e et e e e e e 1.4 1,6 \%
1500 MA ;ton=20ps;d=1/30). . ..ot 24 \Y;
TOO0 MA) o ettt e 7 12 mW/Sr
TOO MA) .« o ettt e e e e e e 5 8 mwW
TOO MA) « e e et e e e e e e e e e 930 nm
TOO MA) - ot et e e e e e e e e e e e 50 nm
TOO MA) - e e e e e e e e e e e e e e e e e + 15 °
O:f=TMHZ) -« s 100 pF




accessoires pour voyants
de diametre 5 mm
et pour phototransistor BPX 95 A RTC 757

RTC 758

Clip

Il est destiné a fixer les voyants sur des panneaux dont
|'épaisseur peut atteindre 4 mm.

Q=7
~ 1
] 2

~

\ 1 \ N‘\
~ H’J N 10
N NI
N . N

I

@ -6,35

0=8

Instructions de montage

Bague

Elle est nécessaire pour les panneaux dont I'épaisseur est
inférieure @ 4 mm. Elle n’est pas utilisée pour des panneaux
ayant une épaisseur de 4 mm.

2

/17

42

v/7/77/
“H'}H"H’W‘""‘ ATa?
WW%

09,4

Diameétre de percage 6,4 mm : pour les tdles dont I'épaisseur est inférieure ou égale a 3 mm.

Diameétre de percage 6,5 mm : pour les t6les dont |I'épaisseur est supérieure a 3 mm.

Pour les toles d'épaisseur 4 mm, il est nécessaire de prévoir un chanfrein c6té arriére du panneau afin de permettre au clip de

s’ouvrir lors de l'introduction du voyant.

Références

RTC 757 : clip + bague noire
RTC 758 : clip + bague translucide

Ces accessoires font I'objet d'une commande séparée.
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note d’application
optoelectronique

ONA 103

émetteurs infra-rouges CQY 50 - CQY 52
et phototransistors BPX 71

Les notes d’applications sont destinées a donner des exemples pratiques de réalisations utilisant les semi-
conducteurs “R.T.C.”. Elles comprennent des schémas avec valeurs des éléments (1) et des explications
succinctes mais suffisantes pour la bonne compréhension des circuits et la réalisation des montages. Les
notes d’applications ont un caractére essentiellement pratique et ne comportent presque pas d’exposés
théoriques.

Elles ont pour but d’aider les techniciens a résoudre leurs problémes, en les faisant bénéficier de I'expérience
de nos laboratoires de développement et d’applications.

(1) Certains composants sont a titre indicatif définis par des numéros de code ; ce qui n’entraine pas forcément la possibilité de fourniture
des éléments considérés.

La lecture optique, faisant appel aux photodiodes ou aux phototransistors comme récepteurs de lumiére, aux diodes électro-
luminescentes comme émetteurs de rayons infrarouges, ou a lI'ensemble de ces deux éléments, a aujourd’hui étendu son
domaine d’application dans toutes les branches de |'industrie.

Citons, a titre d’exemple :

— la commande de |’éclairage ou de balises en fonction de la lumiére du jour,

— les barriéres optiques, la détection d’intrus, le comptage, la protection sur les postes de travail, les détecteurs de proximité.
— la régulation de vitesse,

— la lecture de cartes, de badges et de bandes perforées,

— la télémétrie,

— le controle de transpérence du papier,

— la détection de fumée, de brouillard,

— la commande a distance d'un téléviseur,

— la lecture du signal vidéo, gravé sur un disque, etc...

C’est pourquoi la gamme de ces produits optoélectroniques s’est considérablement enrichie ces derniéres années.
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| - Notions generales sur les diodes electroluminescentes |
et les phototransistors

A - Définition des produits

1 - Diodes électroluminescentes

— Comme toute diode, un émetteur infrarouge est défini, entre autres, par sa tension directe au courant nominal, on peut
retenir I’ordre de grandeur suivant : 1,3 volt a 20 mA.

— Le deuxiéme paramétre fondamental qui caractérise cet émetteur est sa ouissance totale optique émise, ou mieux son
vecteur intensité.

Dans une premiére approche, on peut considérer que la puissance optique totale émise est sensiblement proportionnelle au
courant If traversant la diode. Cette puissance s’exprime en watt ou en milliwatt
— Le vecteur intensité dans I’axe | représente la puissance émise dans |'axe par unité d’angle solide.
Pour un méme produit, la valeur absolue de ce vecteur intensité est évidemment proportionnelle a la puissance totale
émise, donc sensiblement proportionnelle au courant IF.
Le vecteur intensité dans |'axe est exprimé en milliwatt par stéradian.
— L’éclairement donné par un émetteur infrarouge a une certaine distance est la puissance regue a cette distance par unité

de surface normale.
Il s’exprime en mW/cm?.

Dans le cas ou |'on veut calculer I’éclairement sur une surface S perpendiculaire a |’axe mécanique du produit a une distance
telle que I'angle solide puisse étre considéré comme négligeable (< 1072 sr), il suffit d'appliquer la relation :

d2

(%2

ATy

Fig. 1

Le plus simple schéma d’utilisation d’une diode électroluminescente infrarouge est donc le suivant :

—IF

W W W W
A
\

V = Vg + Rig
Fig. 2




GRESP 0NA 103 Page 3/30

Il faut cependant noter :
1° Qu'‘il est préférable de ne pas utiliser une diode électroluminescente a trop faible courant | car la variation relative de la
puissance optique émise en fonction de la température ambiante est forte a faible densité de courant.

D’autre part, le rendement optique P/IE, s'il peut étre considéré comme constant pour une grande plage de valeurs de I,
est plus faible a bas niveau de courant.

2° 11 est préférable de ne pas utiliser une diode électroluminescente a trop fort courant I, car la puissance optique émise
décroit assez sensiblement lorsque la température de jonction augmente ; d’autre part, I’évolution dans le temps d’un tel
produit est d’autant plus forte que la densité de courant moyenne est plus élevée.

Il ressort des deux remarques précédentes :
1° Qu'il est conseillé d’utiliser les diodes électroluminescentes, alimentées en continu, a la valeur Ig publiée dansles
spécifications.
2° Que l'on a intérét, chaque fois que cela est possible, d'alimenter ces produits en pulsé,
— pour bénéficier évidemment d'une puissance créte trés élevée,
— pour bénéficier d'un P/Ig plus élevé a consommation égale,
— pour s'affranchir de |I'échauffement de la jonction,
— _pour s'affranchir de I'évolution dans le temps du produit

DENSITE
DE COURANT

[}

- P/|F - Ig
Fig. 3

Enfin, travailler en pulsé permet de s’affranchir de I'influence de la lumiére ambiante sur le phototransistor.

2 - Phototransistors

— La quasi totalité des phototransistors que |'on trouve sur le marché est réalisée a partir de silicium.
lis ont donc tous approximativement la méme réponse spectrale, c’est-a-dire la méme sensibilité relative en fonction de
la longueur d’onde.
Pour chaque phototransistor, on retrouve les paramétres fondamentaux du transistor, c’est-a-dire : le gain en courant, le
courant de fuite, la tension de claguage collecteur émetteur, les temps de réponse.

a) Le gain en courant est cependant remplacé par la sensibilité.

. ., ra . - mA . mA
Elle s’exprime en mA par unité d'éclairement, soiten —————, soiten
mW/cm lux.
S
A
Fig. 4
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On ne peut donc parler de sensibilité que pour un point de fonctionnement donné.
S doit toujours étre spécifiée sous un certain éclairement et a une certaine tension VGE.

— La surface réceptrice du phototransistor est aussi un paramétre trés important.
La sensibilité est toujours donnée en sous-entendant que toute la surface réceptrice est soumise a |'éclairement.
Il est évident que I'utilisation d'un diaphragme, par exemple, peut cacher une partie de cette surface, il faut donc en tenir
compte dans le calcul du courant Ic.

b) Lorsqu’il s'agit d'un phototransistor, on préfére parler de courant d’obscurité, plutdt que de courant de fuite, c’est
cependant la méme chose.

L’exemple d’application suivant montre I'importance de ce paramétre :

5,25 a 4,75

Z BPX 95

Fig. 5 %

Lorsque le phototransistor n’est pas éclairé, I’entrée de la TTL doit étre au niveau haut, pour garantir ce niveau haut (2,4 V),
on place une résistance R entre le collecteur et le + V.

Si ce montage doit pouvoir supporter une température de 75 °C, le courant d’obscurité maximal du BPX 95 3 cette tempé-
rature étant de 10 uA, le courant d’entrée dans la TTL au niveau haut étant 40 uA max, pour garantir le niveau haut, il faut :

4.75 - 2,4
50 10

Le courant d’obscurité doit toujours étre spécifié a une température donnée et a un VCg donné.

R<

, so0it R < 47 k2

c) La tension de claquage collecteur émetteur : elle est couramment de 30 V ou supérieure.

d) Les temps de réponse :

tr = rise time = temps de montée
tf = fall time = temps de descente
td = delay time = temps de délai

to = saturation time = temps de saturation

Ces temps sont spécifiés a un courant | sous une tension VCE et avec une résistance de charge R|_ donnés.

Dans le cas du schéma de la figure ci-dessous, il est bon de retenir que I'ordre de grandeur de ces temps de réponse est
de quelques microsecondes.

5V

i1mA

o

100n

7

Fig. 6
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D’une fagon générale, pour une résistance de charge donnée, td, tr, tf, diminuent lorsque I’éclairement augmente, tsest
d'autant plus grand que Ic est plus grand et que V(oEg,¢ est faible.

Enfin, pour une éclairement donné td, tr, tf augmentent lorsque la résistance de charge augmente.

Lorsque I’'on veut des temps de réponses beaucoup plus faibles, on peut utiliser le montage suivant :

L 15V
100kn
-
BPX 72
10kan 1kn
»
Fig. 7

Ce montage consiste a utiliser la photodiode base-collecteur ; le transistor servant uniquement en adaptateur d'impédance, ce
qui permet de sortir le signal sous basse impédance avec des temps de réponse de |'ordre de quelques dizaines de nanosecondes,
par contre, on perd ainsi beaucoup en sensibilité.

B - Criteres de choix d’'une diode électroluminescente

En dehors du prix, trois éléments doivent orienter le choix de |'utilisateur :

1 - Le boitier
2 - La puissance totale émise et le vecteur intensité

3 - L'angle d’ouverture

1 - Le boitier :

On peut considérer qu’il y a trois types de boitier :
— Les boitiers SOT-71 (CQY 50, CQY 52), de toute petite dimension (¢ = 1,68 max) avec lentille de verre.
Ce sont des produits professionneis.

— Les boitiers TO-18 (CQY 11B, CQY 11C, CQY 49B, CQY 49C) ; lorsqu’il s'agit du type B, le produit est avec une fenétre
plane de verre (donc sans optique), lorsqu’il s’agit du type C, le produit est avec lentille de verre.

— Les boitiers tout plastique, & sorties axiales ou latérales (CQY 58 et CQY 59 associées aux phototransistors BPW 22 et
BPW 23).

2 - La puissance totale émise et le vecteur intensité :

Nous avons vu, précédemment, que ces deux paramétres étaient fondamentaux dans la définition du produit:
La puissance totale émise refléte vraiment la performance du cristal. Le vecteur intensité dépend en plus de |'optique
Il est primordial que I'un de ces deux parameétres soit garanti en minimum par le constructeur.

3 - Angle d’ouverture :

Ce dernier est étroitement lié au vecteur intensité. En effet, chaque produit est constitué d‘un cristal GaAs, qui, naturellement,
émet en loi de Lambert (le diagramme spatial du vecteur intensité est un cercle).

Une fenétre plane devant le cristal ne perturbera pas cette émission lambertienne.

Une lentille, par contre, concentrera |'énergie dans |’axe du produit et plus forte sera sa convergence, plus forte sera l'intensité
dans I'axe, plus faible sera |I’angle d’ouverture.

L'utilisateur pourrait donc étre tenté de prendre des produits a trés forte intensité dans I’axe et angle d’ouverture trés faible :
cela est cependant dangereux, |'axe mécanique et |'axe optique des produits n’étant pas parfaitement confondus, il se pose
alors des problémes d’alignement délicats a surmonter lors de |'utilisation de ces produits par grande quantité.

97
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C - Critéres de choix d’'un phototransistor

On retrouve, pour le phototransistor, des critéres identiques a ceux de la diode électroluminescente, 3 savoir :
1 - Le boitier
2 - La sensibilité
3 - L'angle de vue

1 - Le boitier :

La aussi, trois types de boitiers :

— SOT-71, pour le BPX 71, et le BPW 71.

— TO-18, pour les BPX 25, BPX 29, BPX 70, BPX 72,

— Boitier tout plastique - BPX 95 en 5 mm de diamétre, BPW 22 et BPW 23 en 3 mm de diamétre.

2 - La sensibilité :

Pour définir le sensibilité d’un phototransistor, il fallait que I'on se référe a une source de lumiére étalon.

Il a été choisi la lampe a filament de tungsténe 3 2854 °K de température de couleur.

C’est par rapport a un faisceau homogene et paralléle d’une telle lumiére, qu’est définie la sensibilité de la plupart des photo-

transistors. |
Il a été vu, précédemment, que cette sensibilité est toujours définie a un certain éclairement, en général 4,76 mW/cm?,ou

20 mW/cm?. : A
Certains produits sont définis aussi a partir d'une source infrarouge émettant a 930 ou 875 nm, ce qui a l'avantagede
rapprocher la spécification du produit de |’application.

3 - L'angle de vue :
C’est donc par rapport a un faisceau de lumiére paralléle a I’axe du produit qu’est spécifiée la sensibilité d’un phototransistor.

Cette seule notion de sensibilité dans |I'axe peut donc tromper | utilisateur sur la performance du produit ; il faut tenir compte
aussi de I’optique qui se trouve devant le cristal sensible, ou mieux du diagramme spatial de réception.

Ainsi, sous un éclairement de 1000 lux, un BPX 72 C, avec un Vg de 5 volts, a une sensibilité comprise entre 0,5 et 1,2 mA.
Un BPX 95 a une sensibilité typique de 8 mA.

Le premier a un diagramme de réception ouvert de 120° (4 mi-sensibilité), le deuxiéme a un diagramme de réception ouvert
de 25°.

De la méme facon que pour les diodes électroluminescentes, un diagramme de réception trop refermé rend le produit trés
sensible au positionnement.

D - Unités et équivalences

Il y a en optoélectronique, deux systemes d’unités :
— d’une part, les unités énergétiques,
— d'autre part, les unités photométriques.

Entre ces deux systémes d’unités, aucune relation n’existe, a priori, on ne peut passer de I’'un & |'autre que dans certaines
conditions que nous allons préciser.

UNITES UNITES
PHOTOMETRIQUES ENERGETIQUES

Flux de lumiére
ou lumen Watt
Puissance totale

Intensité Candela Watt/sr

Eclairement lux Watt/m?

Les unités énergétiques sont des unités absolues exprimées a partir du watt, les unités photométriques sont relatives a I’oeil et
a sa réponse spectrale V (A)
C’est ainsi que les éclairagistes ont défini |'équivalence suivante :

Une émission monochromatique a 555 nm d’une puissance énergétique de 1,5 mW correspond a un flux lumineux de 1 lumen, |
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— |l faut remarquer que dans cette équivalence, nous avons pris la précaution de préciser quel était I'émetteur de lumiére,
le récepteur étant I'ceil, ce n’est que lorsque I’émetteur est parfaitement défini que I’on peut passer d’un systéme d’unité
a l'autre.

— Considérons une lampe a filament de tungsténe dont la température de couleur est de 2854 °K.

Si I'on se place a une distance de la lampe telle que |’ceil recoive un éclairement de 1000 lux, cela veut dire que, si R (\) est la
courbe d’émission spectrale de la lampe en W/m? fonction de A, en m, on aura :

KJRM . vy . d 0= 1000 lux
avec K = 680 lumen/Watt '

Or, I'éclairement énergétique donné par cette lampe est :

fROY . d
o

Le coefficient d’équivalence k est donc :

RN . d()
K /RM) .V Q). dA
[o]

=475 103 wW.m?

soit 1000 lux équivalent 3 4,75 mW/cm?

_ 37415.A°5 _ 14388
RMA)=2 (A) 1 avec & = ———o

2 (A) est I’émissivité du tungsténe par rapport au corps noir. L'équivalence entre le systéme énergétique et le systéme photo-
métrique, lorsque I'émetteur est une lampe a filament de tungsténe de température de couleur 2854 °K, et le récepteur I'ceil,
est telle que 1000 lux = 4,75 mW/cm?. '
Par définition, il est pris la méme équivalence lorsque le récepteur est un phototransistor.
C’est ainsi que la plupart des photorécepteurs sont définis en sensibilité en fonction de |I’éclairement d’une lampe & filament
de tungsténe: soit 4 1000 lux ou 4,75 mW/cm?

soit 3 4200 lux ou 20 mW/cm?

Lorsque I’émetteur n’est plus une lampe & filament de tungsténe, mais une diode électroluminescente infrarouge, il est
nécessaire d'utiliser un autre facteur d’équivalence relatif, cette fois, au spectre d’émission E (\) de cet émetteur et a la courbe
de réponse spectrale S (\) du phototransistor.

Le facteur d’équivalence est déterminé par |’équation suivante :

ofR.s.da . off ) da
o

JEM.SM.dx . JRM dA

k =4,75

Dans le cas d'un phototransistor et d’une diode électroluminescente émettant 3 930 nm, comme la CQY 50, k ~ 2 mW.cm™2,
lorsque la diode émet & 875 nm, comme la CQY 11C ou la CQY 58, k ~ 1,6 mW.cm™ ou 1,6 mW.cm™2.

Cela signifie que 2 mW.cm-2 ou 1,6 mW.cm-2 de lumiére GaAs sont équivalents 3 1000 lux de lumiére blanche pour un photo-
transistor au silicium.

E - Exemple de calcul d’'un couple CQY 50 - BPX 71

1
Smm

Fig. 8
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Prenons une CQY 50 typique ayant une intensité dans I'axe de 14 mW.sr-'.A-1. ; on I'alimente par un courant pulsé de
200 mA créte et de rapport cyclique 10 % (soit 20 mA moyen).

L'intensité dans |'axe, créte, est de : 2,8 mW.sr'!.
L'éclairement donné dans Ilaxe a 5 mm peut se calculer par la formule :

I e 2,8
E= , soit : E = ~————(0'5)2

T ~ 11 mW.cm:?

Nous avons vu, précédemment, que 2 mW.cm2 de lumiére GaAs & 930 nm sont équivalents & 1000 lux de lumiére blanche.
La CQY 50 considérée donne donc 8 5 mm un éclairement équivalent 4 5500 lux de lumiére blanche.

Supposons que le BPX 71 ait une sensibilité de 5 mA, 3 20 mW.cm-2 de lumiére blanche, soit 4200 lux, (nous avons vu que
1000 lux de lumiére blanche correspond & 4,75 mW.cm2), le BPX 71 recevant 5500 lux, débitera donc un courant de :

5 x 5500

4200 05 MA

On considére que la sensibilité du phototransistor est constante entre 4200 lux et 5500 lux, approximation tout-a-fait justifiée.

Il - Schéma d’application du couple CQY 50 - BPX 71

A - Liaison directe entre le BPX 71 et I'’entrée d’un circuit TTL

Lorsque la distance entre la CQY 50 et le BPX 71 est relativement faible, il est possible de faire une liaison directe entre le
phototransistor et I'entrée du circuit TTL.
Nous avons considéré deux cas :

1) avec une porte Nand GFB 7400
2) avec un Trigger GFB 7413

/

Pour chacun de ces deux circuits TTL, nous avons étudié le comportement en transfert et en bande passante avec trois
résistances de charge :

R = oo, R =10 kg, R =47 kQ

A chacun de ces schémas d’application, correspondent quatre figures :
Figure a - bande passante en fonction de la distance d, avec |g = 50 mA pulsé.
Figure b - bande passante en fonction de la distance d, avec |g = 25 mA pulsé.
Figure ¢ - transfert en fonction de la distance d, avec | = 50 mA pulsé.
Figure d - transfert en fonction de la distance d, avec | = 25 mA pulsé.

Dans chacun de ces cas, il a été supposé que la CQY 50 était minimum en intensité (c’est-a-dire 9 mW.sr'l A1) et quele
BPX 71 était un produit minimum en sensibilité de la classe 203(c’est-a-dire | =4 mA sous un éclairement de 20 mW/cm?2de
lumiére blanche).
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1 - Attaque directe d’'une porte NAND GFB 7400
avec une résistance de charge infinie :

Limitation en fréguence due a la sursaturation du phototransistor pour les faibles distances, il faut alors diminuer le courant
dans la diode pour revenir aux conditions initiales c’est-a-dire bande passante maximale.

S
| d<36
b — — .——-—E
3. SR——— R i Bl B
d:4,5 d:a | d:36
a N s | re
044--—----1 e e F
T T —L— I — —»f (kHz)
90 1 200
S
*5V } d<22
———————
2af—r —_}---——- .
d:3 d:2,5 d:2,2
b — I o
1/4GF B 7400 044 ——--mmn I (S S R

BPX 71 S . do' - . - ' 1 (kHz)
Classe 203 150 250
cQyso0 min l

min

7Y S ————————
c
084 ool
7 y T 1 y I . . —=d(mm)
5
S
T - e~
d
044--—-—-—c - ——— P
Fig. 9 T '3j4 T ' > (mm)
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2 - Attaque directe d’un Trigger GFB 7413 avec une résistance de charge infinie :

Limitation en fréquence due 3 la sursaturation du phototransistor pour les faibles distances, il faut alors diminuer le courant
dans la diode pour revenir aux conditions initiales c’est-a-dire bande passante maximale.

1/

BPX 71
Classe 203

2GFB 7413

€QYs0 min I—
min * /\/

Fig. 10
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3 - Attaque d’une porte NAND GFB 7400 avec une résistance de charge de 10 kQ

Limitation en fréquence due a la sursaturation du phototransistor pour les faibles distances, il faut alors diminuer le courant
dans la diode pour revenir aux conditions initiales c’est-a-dire bande passante maximale.
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4 - Attaque directe d'un Trigger GFB 7413 avec une résistance de charge de 10 kQ

Limitation en fréquence due & la sursaturation du phototransistor pour les faibles distances, il faut alors diminuer le courant
dans la diode pour revenir aux conditions initiales c’est-a-dire bande passante maximale.

+5V

[] 10kn

cayso BPX 71

min * .
Yy N

Classe 203
min

Fig. 12
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5 - Attaque directe d’une porte NAND GFB 7400
avec une résistance de charge de 4,7 kQ

Limitation en fréguence due a la sursaturation du phototransistor pour les faibles distances, il faut alors diminuer le courant
dans la diode pour revenir aux conditions initiales c’est-a-dire bande passante maximale.

S
A d<225
I
244 -——4---A- - - - - ——— T B e ikt
d:35 d:3 d:225
a b—— p—— I
04t---- T i
|
T — T T —f (kHz)
50 100 250
S
+5V A d<1
= = —1 ==
20— mpny R I
b d:2 d:1,5 ' d:1
4a7ka 1/4 GFB 7400 b | P
Y S I S I
S T T T T T T T =f (kHz)
40 60 100
cQYs0 BPX71 s
min
/N ‘
Classe 203
min 2,4- ——————————————————————————————————
(o]
e
’ ” T T T i T T T T —=—d(mm)
37
S
A
20— -
d
[ —— o
I
T i T T T T T r—=d(mm)
Fig. 13 21

105
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6 - Attaque directe d’'un Trigger GFB 7413 avec une résistance de charge de 4,7 kQ

Limitation en fréquence due a la sursaturation du phototransistor pour les faibles distances, il faut alors diminuer le courant
dans la diode pour revenir aux conditions initiales c’est-a-dire bande passante maximale.

S d<2,5
.
|
P S [ S [ B
a d=33 d-3 | d=25
= —=
04t------f--—--—|--—---—------ ’!— --be=---
T T T T T T |ﬂl »f(kHz)
100 200 500
+5V S
[ ]
t ( d<i
24f————————}---- I
.
47 kQ 1/2 GFB 7413 b d=15 | d=1

s 044 ----—————- -1
| B | T T 7 T T = (kHz)

PX71
Crc“)i\:‘so | 8 X7K l" 150 250
/N |

Classe 203 ‘
min
24+ ———-—--= e . ek T
» (o]
4 4 0,4‘ _____________________________
|
T T '3,5l 'l;; T T T r—=d(mm)
S
|
24 ——+—7F"=F-------—--—-——--———-——- -~
d y
041+ --—--- e e = —
Fig. 14 T i ,i — " . . r=d(mm)

De ces différents schémas, on peut tirer les conclusions suivantes :

— A If constant, plus la résistance de charge est élevée, plus grande est la sensibilité du montage (plus grande est la distance
maximum d’utilisation).

Néanmoins, cette résistance permet d‘assurer le niveau haut a I’entrée de la TTL et d’éviter toute sursaturation du photo-
transistor pour des courtes distances.

La bande passante est d’autant plus faible que la distance est grande, en effet, le phototransistor est d’autant plus rapide
que le courant collecteur est élevé, a condition de ne pas sursaturer le phototransistor.

— A distance égale, donc transfert identique, la bande passante est supérieure pour le trigger GFB 7413.

— Enfin, aux conditions limites d’utilisation, c’est-a-dire lorsque nous sommes a la limite du seuil de déclenchement de la
porte TTL, le phénoméne d’oscillation qui apparait pour une porte Nand classique n’apparait plus pour un Trigger
GFB 7413. .

Pour ce dernier circuit, il apparait un phénoméne d’hystérésis utilisable dans certaines applications notamment pour des
détections a seuil en fonction de la distance entre deux dispositifs.

B - Utilisation d’un transistor d’interface

Afin d’améliorer le transfert, donc la distance d’utilisation, on peut placer un transistor d’interface entre le phototransistor et
laporte TTL, le schéma le plus simple est celui représenté figure 15 ; il est compatible avec 10 charges TTL en sortie du transis-
tor d'interface. On peut augmenter encore la sensibilité de ce montage en recherchant la compatibilité avec une seule porte
TTL, c’est le cas de la figure 16.

Ces exemples sont toujours relatifs 3 une CQY 50 minimum en intensité (9 mW.sr'1.A™!) et 3 un BPX 71 ayant une sensibilité

106 de 4 mA sous un éclairement de 20 mW/cm?2.
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1 - Attaque de 10 portes NAND avec un transistor d’interface :

a
+5V +5V
10k .
1/4 GF B 7400 24~ - - -4~ ---- I ------------
1 s b d:5 |d4| d:35 d:3 || d:27
BPX 71 ‘ O S N A A or....
Classe293- | : e,
cavso min BC 547 UL T T T T T r=f (kHz)
min t /\/ K 45 150 220 4!30 600
S
] |
A— S
o
» » N |
!
T T T T LA B T —»d(mm)
R=3300 N 65
OU 9 PORTES
Fig. 15 T Tttt oo
d
o
T T T T T T T —=d(mm)
43

2 - Circuit a haute sensibilité permettant de commander une pérte NAND :

[

24  J----—- oo - N

044 ~

+5V D —
+5V
/_i__ : :
100kQ :

171aGFB7400 || L —— 4 " T
= f (kHz)
BPX 71
Classe 203

cQyso min
min

24f==——===—==—=—===c-============} - - --

044+ —---— - — e —m—m - — - - | e
% S T T T T T T 1;6 T —d(mm)
Fig. 16
24fF ——=—=—=—=—=——========—=-7 - — - ——— - — — =~ —
d
Y N

=d(mm) 197

:
W
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C - Autre circuit de commande avec un transistor d’interface |

— On peut désirer obtenir la fonction inverse de celle obtenue figures 15 et 16.

Dans ce cas, on utilise le montage représenté figure ci-dessous, ol la sortance est aussi de 10 portes TTL, ou d’une porte
TTL avec 330 £2 de résistance de charge.

+5V

cavs0 Y /\/

— L’adjonction d’une diode entre |’émetteur du phototransistor et la base du transistor rajoute un seuil de déclenchement.

+5V

cQyY 50 /\/

— Un autre schéma d’utilisation, figure 19, consiste a utiliser un transistor d’interface monté en darlington. La résistance R¢
permet un meilleur blocage du transistor, lorsque le phototransistor n’est pas excité.

+5V

BPX 71 J [ 500 pA
cavso Y

T BC 547
16 mA

D

270n

\ S St

Fig. 19
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— Enfin, le circuit représenté par le schéma suivant, permet de délivrer un courant de 35 mA minimum sous 0,4 volt, avec

une CQY 50 et un BPX 71-204 distants de 4 mm.

—

cavso Y A/

+5V

3,3kn

Fig. 20

r

D - Association d’'un couple CQY 50 - BPX 71 avec des circuits C.MOS

Il est évidemment possible de commander des circuits C. MOS a partir de couples CQY 50-BPX 71.

De la méme facon que dans les chapitres prééédents, relatifs 3 la commande de circuits TTL, ont été étudiés dans les 4 schémas
présentés ci-dessous, la sensibilité du montage et la bande passante, en supposant toujours que la CQY 50 est minimum en
intensité et que le BPX 71 a une sensibilité de 4 mA, a 20 mW/cm? de lumiére blanche.

Deux cas ont été a chaque fois considérés, avec | = 50 mA pulsé et I[F = 25 mA pulsé.

Il a été pris quatre résistances de charge R = 1 k2, R = 10 k2, R =100 k£2, R = 1 M ; pour cette derniére valeur,
des précautions sont a prendre, a savoir le courant d’obscurité IcgEQ du phototransistor en fonction de la tension d'utili-
sation et de la température ambiante, ainsi que les fuites lumineuses ambiantes, le montage étant trés sensible.

On peut remarquer que la bande passante varie peu, quand on passe de 1 k€2 a 10 k2, par contre elle diminue trés sensiblement

pour R=1 MQ.
a
+ 5V
Ry=1kQ b
1 } c mos 40MAE
}i
CcQyso0 BPX 71

~ K

v A4

Fig. 21

S
[
PAY: B G p—————— S
1,1 1 05 mm
JLLA S -
044 ----——-- B R e oo
»f(kHz)
T T L T T ¥ T
40 % 80
S
A
P e N
044 - - ———-—— — — m e e e ——— -
]
T T T T i T T r—=—d(mm)
S 35
[}
244f ===} ---——— = —m——— - — — - - —
04t - -—-------- S e
T T T T T T =d(mm) 109




+ 5V

c mos 4011AE

cQys0 BPX71

~ K

7,
Fig. 22

+5V

Ry=100k 2

DD

c mos 40MAE

CQyYso0 BPX71

~ K

v/
Fig. 23

DD
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cQyso

+ 5V

A =iMa U

c mos 4011AE

BPX71

2.

Fig. 24
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S
!
PP e = L B — |
58 55 50 415 mm
o [ —
04t -—----- pe b o
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A
P .
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S
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E - Association du couple CQY 50 - BPX 71
avec un amplificateur opérationnel TBA 221/222

L’amplificateur opérationnel permet l'utilisation du couple CQY 50-BPX 71 a des distances beaucoup plus grandes.
Cette fois encore, pour 4 résistances de charges différentes 1,8 k2, 10 k€2, 100 k2 et 1 M2, les schémas suivants ont été
étudiés, en sensibilité et en fréquence, en fonction de la distance “‘d”’ pour |F = 50 mA et IF = 25 mA, pulsé.

Il est & noter que, dans le cas d'une résistance de charge de 1 M2, le circuit est trés sensible a un courant d’obscurité élevé
(cas de fonctionnement en température) ou a un courant de lumiére parasite.

Pour les faibles valeurs de résistance de charge (jusqu’a 100 kS2) la bande passante est limitée par I’amplificateur opérationnel.

Pour les fortes valeurs de résistance de charge (1 MS2), la bande passante est limitée par le temps de montée du phototransistor.



R.DE CHARGE: R1: 1,8kn
I —
| S|

15V -
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Vsl

Vs
cays50 Y A K Bpx71
TBA 221/222
%
2 |
-15V
Fig. 25
-|1 5,5 d(mm)
. |
14 kHz 59 kHz
Vs \
' 15V 4 \
R. DE CHARGE: R1: 10kn
| —|
| I— |
. 7,|4 16,5 d (mm)
6,25 kHz 43,5 kHz
Vs
O
cavso ¥ N ¥ BpPx 71
TBA 221/222
Vv
' J
7.
15V -
v \
-15V N
10 f=m >
|
Fig. 26 |
i
|
L P P, .{._-—_—_—-___—__..\_‘-.~-_~
K ‘ —
4,Is 13 d (mm)
|
n2 6.25 kHz 43.5 KHz
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Vs

15V 4

R.DE CHARGE : R1: 100 ka

16,5 39
[
6,25 kHz 43,5kHz

TBA 221/222

-15V

Fig. 27

2,8 kHz 8,5kHz

TBA 221/222

I |
5kHz 1,85 kHz 13
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F - Avantages de l'utilisation de I'amplificateur opérationnel

Les précédents montages présentent :

Une grande sensibilité,
Une grande simplicité de réalisation, |
L’avantage d’utiliser le phototransistor en dehors de sa zone de saturation,

La possibilité de mettre un seuil en courant en insérant une résistance sur la méme entrée négative de |'amplificateur
opérationnel que celle connectée au collecteur du BPX 71,

La possibilité d’inhiber simplement le signal de sortie en réalisant le montage suivant.

120 kn
| a— |
Jj S |
3
+ TBA 221/ 222
cQy 50 /\/ BPX 71

.

-15V 100 ka
590n
+5V
5 Y~ CNY 47
5V —— o——o ,
INHIBITION GFB 7400
-15V

SIGNAL D’INHIBITION

|

1 \

! |

|

| |

' |

COURANT DANS LA CQY 50 _r-L_r—LI_'_l_r_‘
r

SIGNAL DE SORTIE I | l ”

Fig. 29
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— La possibilité d’interroger I’état du phototransistor en réalisant le montage suivant :

TBA 221/222

cay 50 /\/ BPX 71

-15V []100 ka

+5V

CNY 47

INTERROGATION

1 ==
AL
0] o—

1/4 GFB 7400

-15V
CONDUCTEUR ———-
SIGNAL PHOTOTRANSISTOR : Ic BLOQUE -
SIGNAL D' INTERROGATION  —————————— ﬂ ”—
SIGNAL DE SORTIE +13V L U"
OV mm e

Fig. 30
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G - Utilisation d’'un double comparateur compatible
(SN 72 820 ou équivalent) : circuit a trés haute sensibilité lumineuse

Dans certaines applications, il est nécessaire que le couple émetteur-récepteur puisse fonctionner avec une lumiére ambiante
trés élevée, soit continue, (le soleil par exemple), soit alternative (la lumiére artificielle sur secteur).

Le schéma suivant représente un circuit de lecture a base de CQY 50 et de BPX 71 ayant la propriété :

— d’éliminer la composante lumineuse continue parasite,

— d’éliminer la composante lumineuse alternative a 100 Hertz,

— de réaliser un seuil sur les impulsions utiles lumineuses a détecter,

— d’amplifier et de transmettre les impulsions utiles aprés remise en forme pour étre compatible TTL.

Le circuit a été utilisé pour détecter et compter par réflexion des marques de peinture réfléchissante sur du verre.

L
RECEPTEUR BPX 71 f - EMETTEUR CQY 50
|
/7 ]
Q\\ <y 7/
ARNY | 7/ /
WM vas z
0L PLAN THEORIQUE
] - \\/—>\>/ / DE_LECTURE
AZ } 17 ¥
\‘\! < \ \\\
\ ) wans\
Fig. 31

La diode est alimentée en pulsé a des fréquences de I’'ordre de 25 kHz.

Il s’agit de détecter al’aide du BPX 71, les marques de peinture réfléchissante, étant donné qu’en |'absence d'une telle marque,
une certaine quantité d'énergie lumineuse sera quand méme réfléchie sur le verre et détectée par le phototransistor.
Il s'agit donc bien d’une lumiére parasite de méme fréquence que le signal utile mais de puissance beaucoup plus faible.

L =6 mm a = 35° Z=3mm

permettent d’obtenir un fonctionnement optimum du dispositif, avec un bon contraste entre la puissance utile et la puissance
parasite et une tolérance de positionnement AZ assez grande.

Dans un tel cas, un courant continu de 20 mA dans une CQY 50 typique donne dans un BPX 71 - 203 typique un courant
utile Ic de I'ordre de 20 pA 3 Vog =5 V.

Dans I’'exemple suivant, le circuit de la figure 32 fonctionne avec un courant dans la CQY 50 de 100 mA créte de largeur
20 us et de fréquence 25 kHz, la sortie étant compatible TTL, avec un éclairement ambiant de 3000 lux et un bruit lumineux
parasite d’amplitude égale 3 30 % du signal utile 3 la méme fréquence.

- 12

CS%Y VY AN § BPx71
Vs

SN 72820
SN 72820
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Dans une application en transmission directe, et non plus en réflexion, I'utilisation du circuit ci-dessus aura des performances
trés élevées : le dispositif fonctionnera jusqu’a des distances de 40 mm, avec une lumiére ambiante pouvant aller jusqu’a
5000 lux, rendant compatibles TTL en sortie des pulses infrarouges de 3 a 5 microsecondes.

H - Commande automatique du courant dans la diode CQY 50

Un tel circuit présente I'avantage de s’affranchir des fluctuations de lumiére ambiante, de s'affranchir du courant de fuite du
phototransistor BPX 71, et surtout d'avoir un-transfert global constant, quelles que soient la sensibilité du phototransistor,
la puissance de la diode, et la fréquence du signal (ou la vitesse de rotation du disque) de 100 Hz 3 100 kHz.

Le circuit suppose que le rapport cyclique de découpage de la lumiére infrarouge par le disque estde 1/2; pour des rapports
cycliques légérement différents (1/3 - 1/6), il faut modifier la valeur de la résistance émetteur de Tg.

+5V
LS -
DISQUE
1ka
-
10kn
Ta cay 50 —}
1/4 GBF 7400
T5
Loty 1 F
68 kn

° P v !
L

% T1 a T5: BC 407 A

Fig. 33

| - Exemple d’application du couple CQY 50 - BPX 71
a la mesure du déplacement d’'une roue

Soit une roue susceptible de tourner dans un sens ou dans I’autre et dont on veut connaitre le positionnement mécanique
précis a chaque instant.

DIAPHRAGME 2
PISTE 1 DIAPHRAGME 1

PISTE 2 EMETTEURS Ga As PHOTOTRANSISTORS
cQy 50 BPX 71

N
ST

DISQUE

Fig. 34
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Deux pistes sont tracées sur le disque et lues par un couple CQY 50 - BPX 71, comme sur la figure précédente.
Le montage suivant permet de compter et de décompter le nombre de tours effectués par la.roue, suivant le sens de rotation.

La capacité de comptage est de 10 000 points.

La sortie des compteurs peut &tre soit mémorisée et affichée ensuite, soit directement affichée, soit encore directement
exploitée en vue d’un asservissement quelconque.

Est joint le diagramme de phase aux points (1), (1'), (2), (2'), (3), (4) et (5) du schéma de la figure 36.

SENS DE ROTATION DU DISQUE A SENS DE ROTATION DU DISQUE B

l
=

©

— 1"

R R R

— 1
e
(___-I.__.__-.______

;l-___-___.._-.._-:L

ot w W W

L
::l“““------_---..-________:—------____
S [ I I

— T

Fig. 35




VERS MEMOIRE, AFFICHAGE,. . .. ... etc.

Ll L ' L]

COMPTEUR/ DECOMPTEUR COMPTEUR/DECOMPTEUR COMPTEUR/DECOMPTEUR COMPTEUR/DECOMPTEUR
GFB 74193 GFB 74153 GFB 74193 GFB 74193
UP/DOWN UP/DOWN UP/DOWN UP/DOWN T
1 It

®

o
T

GFB 74121
(a)

—&
GFB 74121 J"l:_ll_‘l I

(a)

@ GFB 74121
: (b)
cQy 50
BPX 71 4 I

oLyl 849

82n

CQy 50

T

82n 10kn

NOTA : (a) connecter la sortie du phototransistor en G1
ouG2 (G3 =+5V)

(b) connecter la sortie (2) du FJK 101 sur G3
de I'autre monostable (G1 ou G2 = 0)

N

611

0€/L¢ 9bed - €01 VNO
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J - Exemple d’utilisation du couple CQY 50 - BPX 71
a la mesure d’'une longueur

On peut envisager la nécessité de contrdler le bon positionnement d’une barre, ou encore de contrdler I'avance d'un chariot,
ou le niveau de remplissage d'une cuve, etc...

Le circuit décrit ci-dessous est tout-a-fait adapté a ces fonctions.

La tension VB présente la particularité d’étre proportionnelie a la longueur de la barre (si Rc est faible).

Ce circuit présente la particularité de consommer trés peu de courant lorsque la barre est totalement enfoncée.

+Va:-12V
CQyY 50 caQy 50 CQY 50 CQy 50 cQy 50
N— - / 14— f / 4— /
| Wzzzzzmiiisss W/////
BARRE A MESURER
L L L L LLL L L
BPX 71 BPX 71 BPX 71 BPX 71 BPX 71 :
I
|
4 7. 7. 4 7.
cay 24 cay 24 cay 24 cay 24 cay24

A

VISUALISATION DE|LA LONGUEUR DE LA| BARRE

} Y ‘ | . ]

S S, S3 S4 Sg

Fig. 37
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K - Réalisation d’'un tachymétre

Il suffit de lire le nombre de fentes disposées sur un disque et de délivrer un courant proportionnel a la fréquence des pulses

lus par le couple CQY 50 - BPX 71, donc a la vitesse de rotation du disque et de I'arbre qui lui est solidaire.
La résistance étalon R sera ajustée en fonction de la fréquence & mesurer.

CQY 50 BPX 71

ARBRE MOTEUR

/A
[0} <=1 =5

/‘

)<

+15V

TBA 221/222

DISQUE
470n

cQy 50 V

Conclusion :

Cette note d’application a été particuliérement orientée vers |'utilisation des diodes électroluminescentes CQY 50 et des photo-
transistors BPX 71. |l faut cependant noter que la plupart des circuits qui ont été présentés, sont facilement adaptables aux

BC 407

Fig. 38

autres couples émetteurs-récepteurs du type :

cQay 11 C -BPX 72
CQyY 49 C - BPX 70
CQY 49 B - BPX 95
CQy 58 - BPW22
CQy 59 -BPW23

BAX13

100 nF ¢

oatov

T
10 mA
(max.)

ou a toute permutation circulaire une de ces diodes électroluminescentes étant associée a I'un de ces phototransistors.

Chaque produit ayant des caractéristiques propres, une prochaine d'application mettra en évidence les avantages et les parti-
cularités de chaque produit vis a vis de I’application.
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NOTES DE L'UTILISATEUR
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diodes electroluminescentes
(visible)







diodes electroluminescentes
au phosphure arseniure de gallium COY 24 A

rouge CQY 61 B

Ces diodes électroluminescentes au phosphure arséniure de Gallium émettent une lumiére rouge, lorsqu elles sont polarisées
en direct.

Le cristal est enrobé dans un boitier plastique diffusant d'un diametre de 5 mm a sorties axiales au pas de 2,54 mm.
Le plastique de la CQY 24 A est coloré en rouge. Celui de la CQY 61 B n’est pas coloré.
La diode présente les propriétés suivantes :

— faible consommation
— compatibilité avec les circuits intégrés logiques.

Caractéristiques principales
VR et e e max 3 \
P max 50 mA
LT T max 100 °C
Prot (Tamb < 37.5%C) .« .t ettt e e e e max 100 mw
VEUE= 20 MA) . max 2 \
WUE= 20 MA) L min 0,3 mcd
typ 1,5 mcd
Brochage soD39C

(Dimensions en mm)

14,0 2,0-35

COUPE Y DETAIL
2 Voir détail 6570

4,90-5,08

|
I
i
|

al
& _| | 0s0-0.90 1: cathode

2 : anode

0.43-0.58
0.60-0.90 _

Valeurs a ne pas dépasser (Limites absolues)

Courants

TE e e max 50 mA
TERM (1) oo e e max 1000 mA
Tension

T max 3V
Puissance

Ptot Tamb < 37.5°C) oo e max 100 mw
Températures

LS T —55a+ 100 °C
L max 100 °C
T (température de SOUdAge) . . ..ottt ittt max 260 °C

(10 s au niveau du plan de siége)
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Résistances thermiques
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Rth-j-amb (voyant nonsoudé) .......... ... ... ... . ...l max 625 °C.w-'
Rth-j-amb (voyant soudé sur circuit imprimé) (2) . ......... ... ... i max 500 °C.Ww-'
(1) Mesure effectuée en impulsions tp = 1 s - 300 Hz.
(2) Plage de métallisation 2 mm? époxy d'épaisseur 1,6 mm, boitier reposant sur le plan de siége.
Caractéristiques (Tj = 25°C) min typ max
VEUES 20 MA) ot e e 1,7 2 v
IRIVR = 3 V) o 100 pA
W UE= 20 MA) 0,3 1.5 mcd
B + 35 0
A 650 nm
AN 20 nm
CIV=0:F=1MHzZ) -« o e ettt e e e e e e e e e 60 pF
Exemples d’applications

+5V +5V +5V

18092 18092
1/6 FJH 251 3309
caya24q A
cQy24 A
Z> cav24 A l 1/6 FJH 241 Z»

Accessoires RTC 757 - RTC 758
pour voyants CQY 24 A-CQY 61B
Clip Bague

Il est destiné a fixer les voyants sur des panneaux dont
I'épaisseur peut atteindre 4 mm.

Elle est nécessaire pour les panneaux dont |'épaisseur est
inférieure @ 4 mm. Elle n’est pas utilisée pour des panneaux
ayant une épaisseur de 4 mm.

7,45

42

9=6,35

Yy

o=8

Instructions de montage

Diameétre de percage 6,4 mm : pour les tdles dont I'épaisseur est inférieure ou égale a 3 mm.
Diameétre de percage 6,5 mm : pour les tdles dont I'épaisseur est supérieure 8 3 mm.

Pour les tdles d’'épaisseur 4 mm, il est nécessaire de prévoir un chanfrein c6té arriére du panneau afin de permettre au clip de
s’ouvrir lors de l'introduction du voyant.

Réferences

RTC 757 : clip + bague noire
RTC 758 : clip + bague translucide

Ces accessoires font I'objet d'une commande séparée.
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Courbes caractéristiques

F
(mA) (mA)
50 500
T
' 1
40 400 ]
30 300
T
20 200
I
F - 20mAAVF=-16 mV/°
I alg= 2mAAVF == 2mV/°(Q
T =25°C
10 100 q
1
I
0 0.5 1 1.5 VE V) 0 1 2 3 VE(V)
Courant direct en fonction de la tension directe Courant direct en fonction de la tension directe
en continu. en impulsion.
|‘l
(ned)
5000 2
]
4000
3000
N
1
2000 i
1000 ] 1g= 20 mAl 1]
T, = 250 ]
NEEREEERE L 0
0 0 2 3 %0 50 50 70 |FT.-‘TI) -15 50 25 0 +25 +50 5 4100 T, (C)
Intensité lumineuse en fonction du courant Intensité lumineuse relative, en fonction de la
direct. température de jonction.
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I, créte
(med)

1, moyen
v (med) T

77
4 7
| | / /‘ v
/ y./AV,
/
// Y/
/ W/
/i
1 / 0.1 |3, /
y 4 7
- >SS
Tj = mﬂ“
0.1 0,01 |
1 100 Ig créte(mA) 1 10 Tg moyen (m

Intensité lumineuse créte en fonction du cou-

Intensité lumineuse moyenne en fonction du
rant créte.

courant moyen et du rapport cyclique.

'tht
rc/m
LT
500 =
A
=
=
00 /
gt
REIN -
’
A d
300 p./.4
KED = ] 7
.
T / V..
200 |11 AV.0.4
T - 7
d=03 4= A
7
| d=10.2 = y
100 = »
4=01
|
=0
0 : L
10 104 103 102 107 109 10! 102 107 s

Résistance thermique dynamique.
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630 650 670 A (nm)

Spectre d'émission.
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Ptot
(mW)
100
A
N\
. 2
50 g Z.
ZX\<
o o
s
N\ 2 1
A\ O ]
2|
0 25 50 75 Top(°C)

Puissance totale dissipée permise en fonction
de la température ambiante.

Ak
R
W

Variation spatiale de l'intensité lumineuse.
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diodes électroluminescentes 1
au phosphure arseniure @
de gallium CQY 2
rouges COY 2

Ces produits dérivés de la CQY 24 A sont sélectionnés en intensité lumineuse a If = 20 mA.

I Classe T . e, 0,7 1,6 mcd
IV Classe 2 . e 1 2,2 mcd
IV ClasSSE B oo 1,6 mcd

Les autres spécifications techniques sont identiques a celles de la CQY 24 A.
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diode électroluminescente
a 'arséniure phosphure

de gallium

rouge

CQY 53

Diode émettrice de lumiére au phosphure arséniure de gallium (GaAsP) délivrant une radiation lumineuse rouge lorsqu’elle

est polarisée en direct.

La CQY 53 est encapsulée dans un boitier genre TO - 18 recouvert d’une lentille de plastique époxy non colorée.

Ce voyant compatible avec les circuits intégrés TTL trouve sa principale application dans la visualisation des états logiques.

Il présente les propriétés suivantes :
— Grand angle de vue
— Intensité lumineuse dans |'axe trés élevée.

Caractéristiques principales
VR o ot max 3 \Y
E o max 70 mA
I E= 1O MA) e min 0,115 mcd
Piot (Tamb K A5 0C) o oot max 125 mwW
Brochage
(Dimensions en mm) Boitier similaire a TO.- 18

5,08max ——*712,7min

\
|

_cathode

Valeurs a ne pas dépasser (Limites absoiues)

VEE= 10 MA) oo e
R e

===
— =]

0,48 max

max 70 mA
max 125 mwW
—40a+100°C
max 85 °C

320 °C/wW
max 133
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Caractéristiques (Tj = 25 °C)

VE(lF= O, 1mA) ..................

(IFE=10 mA) ... ... .. ......
IR(@VR=3V) ... ... L.
Iy IF=10mMA) ..o
0
N
AN o

40|

o

o os s Vav)

Fig. 1 - Tension directe en fonction
de l'intensité directe

typ 0.5

0.2

01

GRESD cov53-Page 22

min typ. max
.............................. 1 — — \%
.............................. 1,5 — 1,75 Vv
.............................. — — 100 UA
.............................. 115 — — ucd
.............................. + 45 — — o
.............................. 630 — 690 nm
.............................. - 20 40 nm
™ Spectre
d’émission 1T 1T TTTT
(mCa) (%) s H
I I
i ;
1 I
5 00 i T
\ 1 T I
i T
|
SEEES !
4 H-H - L —H
(i
1 I
I T
I N T 1
[Epa S
typ T 1 typ |
: , Sk EeiaEhit ey
} H T
I IBEE
s0 A H
umi i Ay T
T I
2 /! \ T I
i 1
. y :
71
T):25
1T
1T R
oo 0 20 30 40 50 60 70 IgmA) ° 610 630 650 670 A(nm)

Fig. 2 - Intensité lumineuse en fonction
du courant direct

15"

Fig. 4 - Variation spatiale de |'intensité lumineuse.

Réf. 3616

Fig. 3 - Spectre d’émission

Ptot|
ST
,*,, S S .
b+ 44+
125 +
SENEEEE
it 8
100 {17171 ]
H [
- !
L
75 >
444 "%o
\S
50 (] %
25
L \
\
o 25 50 75 Tamb (C)

Fig. 5 - Puissance totale dissipée permise
en fonction de la température am-
biante.




electroluminescente
au phosphure

arséeniure de gallium

COY 54

La CQY 54 est une diode électroluminescente au phosphore arséniure de gallium émettant une lumiére r

ouge.

Elle a un diameétre de 3 mm et des sorties axiales au pas de 2,54 mm. Le cristal est enrobé dans un plastique rouge diffusant.

Caractéristiques principales

1 =
IE(EN CONLINU) . - .t e
P'(Ot (Tamb < 37,56 OC) .............................................................
I E= 20 MA) o

max 3V

max 50 mA
max 100 mwW
min 0,3 mcd

typ 0,9 mcd
max 100 °C

BrOChage 3.3 max

(Dimensions en mm) 3.10-3,40
2,45-2,65
o
@«
lé,.o l';{
NEE
g .
1 : cathode ~l9
Ll
Tan
2 : anode 1_J E\
= ‘ I
E —tia— — A= L
S =
S 1 —'i . [
n
! e
! .
0,56 max | J
| | 0,56 max

! 0,56 max
L@J

Valeurs a ne pas dépasser (Limites absolues)

Tension

Courants

IE(EN CONLINU) . . .ot e e e
IERM (impulsionde Tus; f=300Hz) ... ... i s
Puissance

Piot (Tamb < 37,5 00) ottt

Températures

SOD53 A
max 3 V
max 50 mA
max 1T A
max 100 mW

—55a+ 100°C
max 100 °C
max 230°C
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Résistanées thermiques

Rthj-a (Produit non soudé) . ...... ... max 625°C/W
Rth j-a (produit soudé sur circuit imprimeé) . ... ... ... . e max 500 °C/W
T . °

Caractéristiques (T; = 25°C)

min typ max
VEUEZ 20 MA) « oo e e e e e e e e 17l 2 v
IRIVR S B V) ot e e e 100 u A
I IE= 20 MA) o e 0,3 0.9 mcd
A AIE= 20 MA) Lt 650 nm
B (@ MICINTENSIE) .« . oot *40 °
Cg(Vm 05 F= TIMHZ) - v e e ettt 60 pF

Courbes caractéristiques

I g T T
e (mA) RN
(ma) amms
50 500
[ f !
I
typ ]
40 400 f :
j typ
{ ]
]
1 1
30 ams 300 ]
T |
s ]
20 [ 200
. 11 T J L { HHH
1 Tt - ton=10us
11 Tj=25°0 i toff=1g1cs
10 : L EERE " 100 f Tj=25
oy T Ig =20 mA ; AVE = 1,6 mV/°C
ST | f Ig =2 mA; AVE = 2 mV/°C
! L i
s BT ; FETH
| 1 1+ | ‘ i T
T 17 t f | + i [T
0 0,5 1 15 VF (V) o] 1 2 3 VF(V
Courant direct en fonction de la tension Courant direct en fonction de la tension
directe en continu. directe en impulsion.

136




lv T TTTTIT
(pcd)f’“f L we [T
Tl ‘
T !
ESERESSEY! B
INSSSRSNEaRssanES
It ; Il
BaS SEESSSan +25°C
20001
i/ :
>ourant continu
Tamb = 25°C .
T
1000/ ]
T
//
(o] 10 20 30 40 50 60 70 IF(mA)
Intensité lumineuse en fonction du courant
direct continu.
ly moyenf——— R st
(med) [ wp L
o A & Rt
1 1 .
T
% i
H
/ dil
1 Ll
-
4 T
/ ]
|
|
i 1
! '
|
J E
o1 4£d:005
d-01 -
— A —d:02
/£ ldioo ]
7/
/ Tj=25°C
001
1 10 Igmoyen
(mA)

Intensité lumineuse moyenne en fonction du
courant direct moyen pour différents rapports
cycliques.
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erste £ [T R
(mcd) I ]
i i y
il | i
|
10 ‘ | |
7 I
| I |
] 1 ]
B —— [
|
4
1
|
T T
[
[
!
[ 1]
Ly
o1 Lidl
10 IFcréte (mA)
Intensité lumineuse créte en fonction du cou-
rant direct créte.
! T L
ENESEEENE H NES 1
2 | ShRes
I NSNS
! I T
. ] Sasah
T O
I {TH
TN
- N A
; 1
T
T
+
-
1
et mENE f - b
OO L
EREEREEEEN 1T J1HET T
obbHE HHF 1

75 -50 -25 0 +25 +50 +75 +100 Tj (°c)

Intensité lumineuse relative en fonction de la
température de jonction.
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Courbes caractéristiques (suite)

TTT T TTT
58 ! HH
1 [
EEEsan EEEENS
HEE __* typ | -1 FE T T .t,
100 ; T
ENEDPREEE A apasas
/A it
Hf ERE R H
- t 7\ 4 :1
\ RN RN
1 T
| N T
I \ I
\
/ T
50 ] ] I
/ A\
{\
]
7 N =
1 1
/1 N
y. \ o
4 - 1 TN
I ANEEE ] I N
0 ‘ T | I.“
610 630 650 670 A (nm)

Emission spectrale.

Rthj-amb

CC/W) [TT7

AV

400 [ 11 -

300

T
e
=
(&
\

T

100

TTU IR
&

10° 10 10° 10 10" 10 10' 10°

Résistance thermique en fonction du temps de
I'impulsion et du rapport cyclique.

Réf. 3705

1o.’i

t(s)
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Variation spatiale de I'intensité lumineuse.

Ptot
(mW)
100
b3
\’ 3
3 Y
NG NG |
L2 (=)
\ %3 & ||
% L]
2 |
N
50 N\
N
A\
N
A
|
o 25 375 50 75 Tamb (°C)

Puissance totale dissipée permise en fonction
de la température de jonction.




diodes electroluminescentes 1
au phosphure arseniure ?il
de gallium ooY 54, 2

rouges CQY 54-3

Ces produits dérivés de la CQY 54 sont sélectionnés en intensité lumineuse a Ig = 20 mA.

min max
IV ClaSSE T o 0,7 1,6 mcd
IV ClasSE 2 o oo e 1 2,2 mcd
IV ClasSe B . oo 1,6 mcd

Les autres spécifications techniques sont identiques a celles de la CQY 54.
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diode electroluminescente \
au phosphure arseniure de gallium

rouge CQY 88

La CQY 88 est une diode électroluminescente au phosphure arséniure de Gallium émettant une lumiere rouge.
Elle a un diamétre de 3 mm et des sorties axiales au pas de 2,54 mm.

Le cristal est enrobé dans un plastique rouge non diffusant.
Ce produit est particuliérement intéressant du fait de sa faible consommation (56 mA).

Caractéristiques principales
LY = T max 3 \%
TE (BN CONTINU) . -« ettt et e et e e e e max 10 mA
L T max 100 °C
I E S B mMA) L e min 0,3 mcd
Piot (Tamb < B0 CC) . o it e max 20 mw
Brochage 3.3 max SOD 53 A
(Dimensions en mm) 3.10-3.40
2,45-2,65
Tk
ror !
0,56 max |
| :
| Il 0,56 max ' 0.56 max
L@J
Valeurs a ne pas dépasser (Limites absolues)
Tension
R max 3V
Courants
IE (BN CONTINU) .« .ot e e e e e e e e e e e e e e e max 10 mA

IFRM (impulsion de 1 s & 300 Hz)

........................................................ max 100 mA

Puissance

Piot (Tamb = 60 9C) .o vttt e e e e e max 20 mW
Températures

Tt « v e e e e e 554+ 100 °C
L T max 100 °C
T (Température de soudage —5 s max a 3 mm min du corps duboftier) . . ... .ovinin ... max 260 °C
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Résistances thermiques

@ CQY 88 - Page 2/4

I max 2000 °C/W
”y - - . . o
Caractéristiques (Tj = 25°C) mn | wp | max
VE IE= B mMA) ot e 1,7 2V
TR VR = B V). ettt et e e e e 100uA
I E= B mMA) e 300 500 wed
N UE= B MA) 650 nm
B (A MICINTENSITE) « o o oot ettt e e e 25 °
Ca(V=0 ;F=TMHz) ... . e e 30 pF
Courbes caractéristiques
Ve
(V)
typ
1.9 ft
1.8
o
1588
1,7
1.6 HorHHH S
: 11 !
t f :
1 HH 11
1'5 : 1 H i L
‘ ‘* ' Ig = 5mA
! T
+ IS DOOS irw- Rah o ol
f 228830000,
-75 -50 -25 0 25 50 75 100 TJ(°C)
Tension directe en fonction de la température
de jonction.
(mA) (mA)
typ t
10 100
90
80
70
60
5 50
40
30
T
:" 20 ton = 50 Ps|
j=25°G 10 toff =450 ps
! Tj =25°C
i
0 0,5 1 1,5 VE(V) 0,5 1 1.5 2 VE(V)

Courant direct en fonction de la tension directe
en continu.

Courant direct en fonction de la tension directe

en impulsion.
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I moyen Iy
(ped) (ped)
typ typ
=0,1
10 /d=0,2 103
7 L/
d=0,05 // dc
y//4
///
/)
4

=25°C T;=25°C
101 10'
1 10 g moven (mA) 1 10 Ip(mA)
Intensité lumineuse moyenne en fonction du Intensité lumineuse en fonction du courant
courant direct moyen pour différents rapports direct continu.
cycliques.
IV TTIT TTITTT
aa H T
(°/0) ; . b BN
+ .
i S typ
150 R
s H HI_ i 1
: IS SOOeS 1
T Wil STt
125 HHH HH——
Saes NG TR
N
RS £ P et
b4+ e +
] NG
=essd IS NEBeEs N
100 e ™
b +1—+ ++ 4o
SRS I} i } -
EESSESELes SRsss & 1
4 R
b+ + 4- +
75 T ! I
T o ! {
4+ 4+ : + + .+ f ?
SR et assasasten s a
BEBSS I . :“‘”‘*“ }
50 HrorTT T m
BEEEE BEESE ce i E=5mA L
Sassssssssssessss -4 =
T eESnmES ps T
] 4 SERSN } T ’:;‘r T 1
25 Tt Tt Iif‘}' 1T
-75 -50

25 0 25 50 75 100 Tj(°C)

Intensité lumineuse relative en fonction de la
température de jonction.
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typ
100
50
|
Variation spatiale de l'intensité lumineuse. !
0
610 630 650 670 A(nm)
Emission spectrale.
Ptot
(mW)
20
N
2\
S
\\
B
©
\°\
10 Ie
2\
-—-1
1
0 25 50 75 Ta(°C)
Puissance totale dissipée permise. en
fonction de la température de jonction.
144
Réf. 4008
| |




diode electroluminescente
au phosphure de gallium
verte

COY 94

Le CQY 94 est une diode électroluminescente au phosphure de gallium émettant une lumiére verte lorsqu’elle est polarisée

en direct.
Elle a un diamétre de 5 mm et des sorties axiales au pas de 2,54 mm.
Le cristal est enrobé dans un plastique vert diffusant.

Ce produit présente les propriétés suivantes :

— faible consommation,

— comptabilité avec les circuits intégrés logiques,
— facilité de montage, grace au pas de 2,54 mm.

Caractéristiques principales
VR ................................................................ max 3 \Y
L e e max 20 mA
Piotusqua Tamb =55°C) -« o oo oo e max 60 mW
IWIE=TOMA) . o e min 0,5 mcd
T]- ................................................................. max 100 °C
Brochage FO 42

(Dimensions en mm)

COUPE Y DETAIL

@ 5,80

0,43 - 0,58

i 7

0,60-0,90

24,70-5,08

8,5-9,5

0,60-0,90

2,0-3,5

14,7 min
12,7min
E R | .

0,43-0,58

cathode |
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Valeurs a ne pas dépasser (Limites absolues)

Tension
|7 = S T T I max 3V
Courants
TE(CONMTINU) « o v ettt max 20 mA
IFRM (tp =1ms; 6 = 0,3 i e e e max 60 mA
IFRM (tp =118 8= T073). ..o max 1 A
Puissance
Ptot(jusqu'é Tamb R Y T O max 60 mw
Températures
TR v oo e e e —55a+ 100 °C
LT max 100 °C
T (température de soudage pendant 10 s max au niveau du plande siége) . ................. max 260 °C
Résistances thermiques
e max 750 °C/W
Rth j-a (MoNté sur circuit imprimeé) . ... i max 500 °C/W

y u_am . °
Caractéristiques (Tj = 25°C) .

min typ max

VE(IF= 10 mA) 2.1 3V
IR (VR=3V) 100 uA
|V(|F= 10 mA) 0,5 1 mcd
A (If=10mA) 560 nm
f (IE= 10 mA) +30 °
Cq(V=0;f=1 MHz) 35 pF

Courbes caractéristiques

Ve
0
(V)
2.3
typ
A
2.2
Ig = 20mA
2.1
A
IF = 10 mA
2
1.9 F = 5mA
18|
1.8

-75 -50 -25 0 25 50 75 100 Ti (°C)

Tension directe pour différents courants directs en
fonction de la température de jonction
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Courbes caractéristiques (suite)

1
I F
(mA) (mA)
20
50
a0
typ
typ
30
10
20
Ti=25°Q 10 Ti= 25°C
ton = SOwus
d = 1/100
3T
JEIENARERERAN!
IR B 1111
I EEESEEEEN]
0 1 2 Vg (V) 0 1 2 3 Ve (W)

Courant direct en fonction de la tension directe Courant direct en fonction de la tension directe

en continu en impulsion
1
\4
moyen
(pcd)
d:O,Z[ DC
4'V
103 d:lo.‘l
typ
L 4= 0.05 typ-
1
w02 A
v 4
y 4
T] = 25°C
IF— 10mA
T
1 T
10 ITTTTTL
1 10 |F moyen (mA) -75 -50 -25 [¢] 25 50 75 100 T.(°C)

Intensité lumineuse moyenne en fonction du courant

Intensité lumineuse relative en fonction de la tempé-
direct moyen pour différents rapports cycliques

rature de jonction
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Courbes caractéristiques (suite)

P
tot
(mW)
100 50
40
-
30 —
50 —
typ —
20 =
10
530 550 570 590 Ainm) 0 25 50 75 T_(°C)

Emission spectrale Puissance totale permise en fonction de la

température ambiante.

Variation spatiale de l'intensité lumineuse.

cr PPN



diode électroluminescente
au phosphure de gallium
verte coY 95

La CQY 95 est une diode électroluminescente au phosphure de gallium émettant une lumiére verte lorsqu’elle est polarisée en
direct.

Elle a un diamétre de 3 mm et des sorties axiales au pas de 2,54 mm.
Le cristal est enrobé dans un plastique vert diffusant.

Ce produit présente les propriétés suivantes :

— faible consommation,

— compatibilité avec les circuits intégrés logiques,
— facilité de montage, grace au pas de 2,54 mm.

Caractéristiques principales
L max 3 \Y
E ot e e e max 20 mA
Piot (usQU A Tamb =55CC). . oot max 60 mwW
I UE=TOMA) L min 0,3 mcd
Tj ................................................................. max 100 °C
Brochage SOD 53 A
(Dimensions en mm)
@ 3,4max
1 - 13,17
ﬁ\ m
{ 25 |
g !
0,96max .| l 'le
cathode 0.56max 0.5
2,54
anode

Valeurs a ne pas dépasser (Limites absolues)

Tension

17 = P max 3
Courants

TE(CONtINU) .« oo max 20
IERM (tp: 1ms; 5:0,3) ........................................................ max 60
IFRM (tp =TS 0 =10") -« o max 1 A
Puissance

Ptot (jusqua Tamp=55°C) ............. e max 60 m
Températures

TQEG  « v v v —55a+ 100 °C
Tj ........................................................................... max 100 °C
T (température de soudage 7 smax a 3mm mindu plandesiege) .................. . ... max 230 °C
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Résistances thermiques
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RENJm8 . i e

Rth-j-a (monté sur circuit imprimé)

Caractéristiques (Tj = 25°C)

VR (IE= 10 mA)

IR (VR=3V)

Iy (IE= 10 mA)

X\ (IF= 10 mA)

f (IE= 10 mA)
Cq(V=0;F=1MHz)

Courbes caractéristiques

-75 -50 -25 0 25 50 75 100 Ti (°C)

Tension directe pour différents courants directs
en fonction de la température de jonction.

max 750 °C/W
max 500 °C/W
min typ max

2,1 3 \)
100 wA
0,3 1 mcd

560 nm

+ 30 o
35 pF
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e s T
(mA) (mA) T |
20
50
40
typ
typ
30
10
20
T: = °
i=25 10 T,=25°C
ton 50 us
d = 1/100
T T
T TT
I NERERE
IS NEEEREEaE
0 1 2 Vg (V) 0 1 2 3 VF (V)
Courant direct en fonction de la tension directe Courant direct en fonction de la tension directe
en continu. en impulsion.
1
v
(‘ncd)
d:0.2/ DC
4
v
103 dvlo.‘l /
1
typ
|-d=0.05 typ
1
w2/
v 4
V4
Tj=25°C
IF— 10mA
T
IENERENI
101 T
1 10 Ip average (mA) -75 50 -25 0 25 50 75 100 T,(°C)

Intensité lumineuse moyenne en fonction du

courant direct moyen pour différents rapports
cycliques.

Intensité lumineuse relative en fonction de la
température de jonction.
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Courbes caractéristiques

100

50

530 550 570

Emission spectrale.

Réf. 3998

GREEP cov 95 - Pace 4/4

i
//
Z;

.. '
QL
X/

\\\ \

S X
LD

N,
O,

29
X

§
¢S

(mW)

30

20

10

||||\|\\\ !

900
75 4 100

W
[\
)
~ L)

Variation spatiale de I'intensité lumineuse.

LTI

0 25 50 75 T, (°C)

Puissance totale permise en fonction de la
température ambiante.



‘ _tiode electroluminescente
a I'arseniure phosphure de gallium

documentation provisoire

CQY 96

La CQY 96 est une diode électroluminescente a I'arseniure phosphure de gallium émettant une lumiére jaune lorsqu’elle est

polarisée en direct.

Elle a un diamétre de 5 mm et des sorties axiales au pas de 2,54 mm.
Le cristal est enrobé dans un plastique jaune diffusant.

Ce produit présente les propriétés suivantes :

— faible consommation,
— compatibilité avec les circuits intégrés logiques,
— Facilité de montage grace au pas de 2,54 mm.

Caractéristiques principales

VR VR max 3 V

LE IE max 20 mA

Piot (Tamb = B0 0C) - - oo Ptot max 60 mW

IWVUE = TO MA) o e ly min  0,5mcd

L T Tj max 100 °C
Brochage FO 42

(Dimensions en mm)

@ 4,70-5,08

v

o N

LA w

Q@ 1

o

@

o
)
Ll
; 0,80
o 5,80
£ —
El o
b il 0,58 s
s ‘ 0.43-0, 0,43 - 0,58 3

1 cathode | o

' anode

COUPE Y DETAIL
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Valeurs a ne pas dépasser (Limites absolues)

Tension
VR

Courants
s
IFRM (tp=Tps;6=107)
IFRM (tp=1ms ;6 =0,3)

Puissance

Résistance thermique

Rthj-a
Rthj-a (produit monté sur circuit imprimé)

Caractéristiques (Tj = 25°QC)

Ig= 10 mA)
IF-= 10 mA)

(
(
ly (Ip=
(
(

max 3 \%
max 20 mA
max 1 A
max 60 mA
max 60 mW
—55a+ 100 °C
max 100 °C
max 230 °C
max 750 °C/W
max 500 °C/W
min typ max

2,1 3 \%
100 MmA
0,5 1 mcd
580 nm

+30 °




diode electroluminescente
a 'arséniure phosphure de gallium

jaune CQY 97

documentation provisoire

La CQY 97 est une diode électroluminescente a I'arseniure phosphure de gallium émettant une lumiére jaune lors
polarisée en direct.

Elle a un diamétre de 3 mm et des sorties axiales au pas de 2,54 mm.

Le cristal est enrobé dans un plastique jaune diffusant.

Ce produit présente les propriétés suivantes :

— faible consommation,
— compatibilité avec les circuits intégrés logiques,
— facilité de montage grace au pas de 2,54 mm.

qu’elle est

Caractéristiques principales
1 P VR max 3 V
E IF max 20 mA
L T Tj max 100 °C |
IWUE = 10 MA) o e 1Y, min 0,3 mcd |
Ptot (Tamb = 55 0C) « o oo e e Ptot max 60 mW
Brochage SOD 53 A
(Dimensions en mm)
03,4max
02,65 -

15.5min

O .
4 ¢
gEu. i
Q

s Bl

.
—F- — I

O.Sémax 0,56max

anode

Valeurs a ne pas dépasser (Limites absolues)

Tension

1 O max 3

Courants

LE e max 20

IFRM (tp = Tps; 0 =1073) L. i max 1

Puissance

PtOt (Tamb = hH OC) ........................................................... max 60

Températures

L IR R -55a+ 100

LR e R max 100

T (température de soudage pendant 7 s a8 3mmdu plande siége) .. ........ooie e max 230

Résistance thermique
....................................................................... max

°C
°C
°C

750 °C/W
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Caractéristiques (TJ- = 25°C)

min | typ max
VE(E = 10 MA) ottt et et e e ! 3 v
IRIVR=3V) oo e 100 uA
WHE=10mMA ; Tamb = 25 °C) +t vt 0,3 mcd
A UE= 1O MA) « - e ettt e e e e e e 580 nm
O (I = T0 MA) - ettt ! 60 °




note d’application
optoelectronique

ONA 102

diodes électroluminescentes
CQY 24,46,47,53, 54, 60, 61,62

Les notes d’applications sont destinées a donner des exemples pratiques de réalisations utilisant les semi-
conducteurs “R.T.C.”. Elles comprennent des schémas avec valeurs des éléments (1) et des explications
succinctes mais suffisantes pour la bonne compréhension des circuits et la réalisation des montages. Les
notes d’applications ont un caractére essentiellement pratique et ne comportent presque pas d’exposés
théoriques.

Elles ont pour but d’aider les techniciens a résoudre leurs problemes, en les faisant bénéficier de |'expé-
rience de nos laboratoires de développement et d’applications.

(1) Certains composants sont a titre indicatif définis par des numéros de code; ce qui n'entraine pas forcément la possibilité de fourniture
des éléments considérés.

En tout point d'un circuit, que ce soit en analogique ou en logique, la diode électroluminescente permet
de visualiser un état marche/arrét, la détection d'un seuil, un non-fonctionnement, les états haut et bas
d'une logique quelconque, etc.

Ces différentes applications sont illustrées par les schémas ci-aprés qui montrent les immenses pos-
sibilités du voyant dans tout circuit électronique.

Nouveaux produits : CQY 24 A et CQY 61 B ‘identiques électriquement et optiquement respectivement
aux CQY 24 et CQY 61.



| — PRINCIPES FONDAMENTAUX POUR L'UTILISATION DES VOYANTS Page 2/6

€CQY 24 - CQY 46 — CQY 47 —CQY 53 -CAQY 54 — CQY 60— CAY 61 — CQY 62

a) Comparaison des caractéristiques électriques et optiques

cQy 24 CQy 46 CQy 53 CQy 54 CQy 60 cQy 62
CcQy 61 cQy 47
Courant direct IE (mA) | max 50 50 70 50 5 50
Tension directe VE (V) | max 2 2 1,75 2 2 2
(a 20 mA) (@ 20 mA) (@ 10 mA) (a 20 mA) (a 3 mA) (a 20 mA)
Angle d'ouverture @ mi-intensité
(degrés) | typ 70 100 110 70 70 70
min 90
Intensité lumineuse :
a20 mA (mcd) typ 1,5 0.8 0,8 0,8
(mcd) min 0,5 0.4 ;
a10 mA (mcd) min 0,12
Brillance (Ft.L) typ 150 700 200
min 50 300 100
(a 20 mA) (320 mA) (a 3 mA)

b) Critére de choix
En dehors du prix, les principaux critéres qui doivent orienter le choix de I'utilisateur de voyants rouges sont les suivants :

1. — dimension et couleur du boitier
2. — source ponctuelle ou diffusante
3. —angle de vue

I 4. — brillance et intensité lumineuse
5. — consommation

1. — On distingue généralement deux types de produits du point de vue dimensionnel quand il s"agit de boitiers tout plastiques :
— ceux de diamétre 5 mm (CQY 24 — 61 — 46 — 62 — 47)
— ceux de diamétre 3 mm (CQY 54 — CQY 60)
La diode électroluminescente CQY 53 est montée dans un boitier genre TO 18 (sorties isolées du boitier) recouvert de
plastique transparent.
Ces produits émettent dans le rouge & une longueur d’onde typique de 650 nm. Leur boitier est en plastique incolore,
c’est le cas des CQY 47 et CQY 61 ou en plastique rouge, c’est le cas des CQY 46, CQY 24, CQY 54 et CQY 62.

2. — Quels gu'ils soient, ces voyants sont constitués d’un cristal en phosphure arséniure de Gallium enrobé de plastique.
En jouant sur la position du cristal par rapport a I'enveloppe et sur la nature de cette enveloppe (possédant ou non des
particules diffusantes), on distingue a nouveau deux familles de produits :
— les voyants ponctuels (CQY 46 — 47 — 53 — 60)
— les voyants diffusants (CQY 24 — 54 — 61 — 62)

3. — La qualité d’'étre ponctuel ou diffusant définit en méme temps |'angle de vue du produit ce qui apparait trés nettement
sur le tableau de comparaison des caractéristiques principales.
— Un voyant ponctuel émet suivant la loi de Lambert autrement dit, I'angle d’ouverture & mi-intensité est trés large, il
est visible sous tous les angles.

— Un voyant diffusant a un diagramme d’émission plus étroit, il doit étre regardé de préférence dans I'axe.

4. — L'intensité lumineuse dans I'axe et la brillance sont aussi étroitement liées au fait que le produit soit ponctuel ou diffusant.
La brillance étant proportionnelle a la puissance émise et inversement proportionnelle & la surface d’émission, un voyant

ponctuel est plus « brillant » gu'un voyant diffusant. Par contre, I'intensité dans |'axe d'un voyant diffusant est plus élevée
que celle d'un voyant ponctuel.

5. — La consommation peut étre aussi un critére de choix fondamental. D'une facon générale, les voyants ponctuels peuvent
étre utilisés avec un courant plus faible que les voyants diffusants. Le CQY 60 est particuliérement adapté a une appli-
cation exigeant une tres faible consommation.

c) Principe d’alimentation

Le voyant doit étre considéré électriquement comme une simple diode avec une tension directe de I'ordre de 1,6 V 3 20 mA.
Il s’alimente trés simplement a partir d'une source de tension en direct avec une résistance en série.
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i — VISUALISATION DE LA PRESENCE OU NON D'UN COURANT OU D'UNE TENSION

n
”

+Vee

La diode est mise en série avec une résistarice R sur la tension d’alimentation. |l suffit que la tension V¢ soit supérieure a la
tension directe de la diode et de calculer R afin que I'on ne dépasse pas |F max.

Vee — VF

I =
F R

Les schémas présentés ci-dessous sont axés sur l'utilisation des voyants CQY 24, CQY 61, CQY 54, CQY 62 qui ont
des caractéristiques électriques identiques. Pour les voyants CQY 46, CQY 47, CQY 53, CQY 60, ces schémas restent
valables a condition de changer les valeurs des éléments.

Il — COMMANDE A PARTIR D'UN TRANSISTOR

a) Visualisation du niveau haut d’entrée Ve

Montage NPN

Vee — VF— VCE sat

|

C Re
Ic

B = .

B (en saturation)
VE -V

Rp ~ E BE

B

Exemple :

Ve=25V;Rp=22kQ;Re=22kQ;Rc=1200;
Vce = 5V ; transistor BC 407

Un courant I < 1 mA assurera la brillance minimum de 50 Ft.L pour le CQY 24 et de 300 Ft.L pour le CQY 46-47.
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b) Visualisation du niveau bas d’entrée Ve @ Page 4/6

+Vee

Cette fois, a I'aide d’un transistor PNP du type BC 307, on
alimente le voyant lorsque Ve est a |'état bas.

Des calculs et des mesures identiques au schéma précédent
donnent une consommation en entrée b inférieure au
milliampeére pour les mémes performances de sortie sur le
voyant.

IV — SCHEMAS DE COMMANDE A 2 TRANSISTORS NPN/PNP

Consommation d’entrée | < 40 A

— Visualisation de I'état haut avec cathode directement — Visualisation de I'état bas avec anode reliée directement
reliée a la masse. au +

v ‘ — +Vec
22ka
Ib _
o W
T 56ka
1800 VE 1800
L 3,3ka

L

22ka

V — VISUALISATION D’ETAT LOGIQUE EN SORTIE TTL

a) Montage non inverseur

CIRCUIT|A [> 1800
——————— +5V
LOGIQUE

1/6 GFB 7404

On veut visualiser |'état de sortie A d’un circuit logique TTL.
Si E symbolise I'éclairement de la diode électroluminescente, dans le cas précédent nous avons E = A.

b) Montage inverseur

CIRCUIT|A 3300 |
______ +5V |

LOGIQUE

— 1/6cFB 7405 TS —E E:RA

1l est & remarquer que I'on doit utiliser dans ce cas un inverseur avec sortie collecteur ouvert. Une sortie totem pdle serait
amenée a débiter un courant trop élevé au niveau haut.
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VI — VISUALISATION D’ETAT LOGIQUE EN SORTIE DE CIRCUIT MOS

On utilise dans ce cas les circuits a transistor paragraphe Ill.

+Vee

L~

CIRCUIT|
M.O.S

4 4

Visualisation de I'état haut.

Vil — DIVERSES FONCTIONS LOGIQUES
— Fonction ET E=AB

A :interrupteur fermé

— Fonction OU E=A+B

[
1/6 GFB 7405 g

Il est a remarquer qu'il faut utiliser dans ce cas des portes avec sortie collecteur ouvert.

CIRCUIT |
M.O.S

—— +Vee

/4

4

Visualisation de I'état bas.

+5V

A+
B—
1/4 GFB 7400

180a

WE

+5V

1/6 FJH251

1/6 GFB 7405

WE
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— Autres fonctions Page 6/6

Fonction parité Indicateur d’état 4 bits BC D
E = nombre pair visualisation des niveaux hauts
+5V . . :
o 5V
! |
>
| ! 41800
E { > l
7 1P % 20 24
| i a } ;
Q Q Q
1 2 1/2 GFB 7476 «Q _{——
RAZ— T W
] £
‘—-
JL 5 | :
| |
| 1
4 >+
| |
¥
I
|
| |
R | GFB 7404
VIl — SYSTEME D’ALARME : détection de lumiére dans un local
H_J_.—‘o Qv
3300
18kn Pl
W BPX72 7

BR10°
47ka

l0,1;JF

Ce circuit permet de detecter la présence de lumiere dans un local et de donner I'alarme en allumant un voyant rouge, il faut
alors une intervention humaine pour éteindre ce voyant.

Dans le cas du schéma précédent, une dizaine de Lux seront suffisants pour déclencher I'alarme.

Si I'on veut une plus grande sensibilité, il suffit d'utiliser un transistor supplémentaire monté en Darlington.

IX — VISUALISATION DE L'ALIMENTATION D'UNE CHARGE

12mA

y— +24V

L

CNY43

On commande I'alimentation de la charge par un photocoupleur CNY 43 et par I'intermédiaire d'un Darlington BD 263.
Lorsque la charge est alimentée, une partie du courant est dérivée dans la diode électroluminescente en série avec une résis-
tancede 1k Q.
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afficheurs |




afficheur numerique solide
rouge

COX 85

documentation provisoire

Le CQX 85 est un afficheur numérique a semi-conducteur (arséniure phosphure de gallium) émettant dans le rouge.
Il comporte 9 segments obtenus a partir de diodes électroluminescentes dont les cathodes sont reliées a un potentiel commun.
Il permet de composer les chiffres de O 4 19. Le caractére ,’:/ a pour dimensions 19,6 x 12 mm.

Ce produit présenté en boitier plastique DIL 18 broches (dont 13 sont apparentes) se distingue par les avantages suivants :
— compatibilité avec les circuits intégrés

— tres grande durée de vie

— lecture aisée sous un grand angle de vue

— variation de luminance facilement réalisable

— possibilité de montage sur support standard.

Caractéristiques principales
17 = T max 3 \Y
‘F(T) .............................................................. max 270 mA
lF(S) .............................................................. max 30 mA
ly(segmenta lF=20mMA). ... .t min 0,1 mcd
typ 0,5 mcd
Brochage SoT114

(Dimensions en mm)

2 9
9 DETAIL S
© o)
@ o
15 | . )
—l | repére fonction
. 3 1 cathodes
3,0 — 3,60
-2 T 200 2 anode f
3 pas de broche
4 anode h
= voir détail 5 pas de broche
- & 6 anode i
f 3 7 pas de broche
N 8
' Y -t anode e
! = 9 cathodes
} 4 e 10
| 3 1. cathodes
a p— " anode d
p § 5] RE— 12 pas de broche
[ e — 13 anode ¢
Iz - 14 anode g
8 o - — =] 15 anode b
o hi B 16 pas de broche
‘ 1/ anode a
-r 18 cathodes
| 0,51 min
" 7.6
- -
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Valeurs a ne pas dépasser (Limites absolues)

Tension
VR et e max 3 V
Courants
1 IR R T T T max 270 mA
o T max 30 mA
IFRM (Parsegment ity < 1ms; 6 = 1/8) . .oovininiiii i max 160 mA
Puissance
P (segment et point : Tamp = 25 ) e e e, max 65 mW
Températures
LR R R T N I I —40a+ 85 °C
LT I max 95 °C
T (température de soudage pendant 5s maxa 1,5 mm minduplandesiége) ... ............ max 230 °C
Résistances thermiques
Rth j-a(montage sur circuitimprimeé ;segment) ................. il max 1 000 °C/W

L 4 - - — o
Caractéristiques (TJ- = 25°C)

min typ max

VE(segment ; I = 20 mA) 1,6 2V
IR (segment ; VR = 3 V) 100 uA
lv (moyenne de I'afficheur rapportée a un segment I|p = 20 mA) 0,1 0,5 mcd
A 650 nm
AN 20 nm
0 +45 °
Cq (par segment ; V=0 ; f= 1 MHz) 60 pF

Réf. 4147




afficheurs numeriques solide

rouge COY 81

CQY 81A

Les CQY 81 et CQY 81 A sont des afficheurs numériques & semi-conducteur (phosphure arséniure de gallium) émettant dans le
rouge.

Ils comportent un point décimal et 7 segments obtenus a partir de diodes électroluminescentes dont les anodes sont reliées a
un potentiel commun. lls permettent de composer les chiffres de 0 a 9 et quelques lettres. Le caractére 5 a pour dimensions
7.6 X5,2mm.

Ces deux produits difféerent par la position du point décimal (h) :

CQY 81 : point décimal & gauche,

CQY 81 A : point décimal a droite.

Ces produits présentés en boitier plastique DIL 14 broches (dont 11 sont apparentes) se distinguent par les avantages
suivants :

— compatibilité avec les circuits intégrés (8 TO4, 7447),

— trés grande durée de vie,

— lecture aisée sous un grand angle de vue,

— variation de luminance facilement réalisable,

— possibilité de montage sur support standard.

Caractéristiques principales

VR e et e e e max 3 \
= max 240 mA
FF ()« vttt e e e e max 30 mA
L == P max 30 mA
Iy (segment A IE =20 MA) . ... . min 0,1 mcd

typ 0,25 mcd

Brochage FO 34/1

(Dimensions en mm)

3 <
9] DETAIL ;0
o I3
(=)
f—l—-
. — ——-1— repére fonction
a — . cQys1 CQY81A
020. i 3,40-3,90 l
Rk 7.62 1 cathode a
g 1,27 max 2 cathode f
10° max 3 anodes
4 pas de broche
5 pas de broche
52 = Voir détail 5.2 6 cathode h non connecté
A < Ly 7 cathode e
" o ' 8 cathode d
’_1 I /' T R _s:.g_._;% 1 l WAL 1(9) non connect:éd cathode h
2|1 :l':: B EE J 2] cf=r 1 |13 > g::hgd:;
o 3 ”H o /b ]12 I g o3 'fﬂ i 12 12 pas de broche
> 4 = AR = s4e C&' Al i 13 cathode b
5| ULl 1| 10 §— ] 5| U=l lsfro 14 anodes
|t o7 T[o b— e Y R B
1 | X % | u! 8
LQL § 0.51min __A_O’]
: 3
l«—10,16 max—=- ~ 5.6 | +10,16max |

167
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Valeurs a ne pas dépasser (Limites absolues)

Tension
Rttt e et e e max \
Courants
T ) TR max 240 mA
D) v v e e max 30 mA
LR P) - et max 30 mA
IFRM (tp <1 ms; § < 1/8) ......................................................... max 160 mA
Puissance
P(segment et point : Tamp =25°C) .ttt max 65 mW
Températures
LR R —40a+ 85°C
LT max 95°C
T (soudage pendant 5 s max a 1,5 mm minduplandesiége). ......... ... .. .. max 230°C
Résistance thermique
Rth-j-a (montage sur circuit imprimé ; segment etpoint) .. ............o ittt max 1000 °C/W
, o _2a L o
Caracteristiques (T; = 25°C)
min typ max
VE (segment et pointdécimal ; IF=20mA) .. ... .. . i 1,6 2 \%
IR (segment et pointdécimal ; VR =3 V) ... 50 MA
Iy (moyenne de I'afficheur rapportée a un segment ; IF=20mA) ................. 0,1 0,25 mcd
A e e 650 nm
AN 20 nm
O t 45 °
Rp (segment et point ;| =20 MA) ...ttt e 2 Q
Cgq (segment et point décimal ; V=0 ;f= 1 MHz) 60 pF
Courbes caractéristiques
e T T - e
(mA) EE T T ST (mA) 1
SR ' i
50 - HH —+HH ‘
Sais il e g
+ 44 : :"M - s 111 - l‘ 1 —1 I A‘ T aEEN
0 e 200 T
:L:— - : T 1 —L tt I - ope
-t [ H - HEE gat 8
30 [t Lil . 150
RN i ! ot yp ! typ
IR - B 11
jas ‘;% ] i T a8 g
20 L SESSSESRIEAEaaxs 100 - 1
SSSRE RRSRI SRS T i
Bl RERER G 1 : E ‘ i
10 M- :: *:[ cert - i . 50 1 ,L'::on =50Ps
o T,z 259G H T =2‘5°cf‘s
+ T = 250
o ’ LT t1++ ] ] P AUNEENEN
A il 0 — tHHHH
o 05 1 15 Vg V) o 0s 1 1.5 Vpwv

Courant direct en fonction de la tension
directe en continu.

Courant direct en fonction de la tension
directe en impulsion.
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1
1 .
g
E
|F
a
>
-
[=3
[=]
. -
N
/ .
- ™ N
va = =) e
S =
<
o £
n
~N
I s
- S
-]
E
/ |K|
/// =)
a A
>
-
N
NN
&
o N&
I )
ol o
= B _
(=]
™ o~ -
(=] o

'y moyen

(ped)

Intensité lumineuse créte en fonction du

courant direct créte.

Intensité lumineuse moyenne en fonction

du courant direct moyen pour différents

rapports cycliques.

typ

(nm)

670

650

630

100

50

20 mA

3

[ GSaE SO E nhie

+

+

+

4+

610

100 Ti (°C)

50 75

25

-25

SEEES

-75

Emission spectrale.

Intensité lumineuse relative en fonction de

la température de jonction.
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P(soup) max
mW
60
\
160 o° 150 \
- \
45 50
Z \
’///éf’oe \ o \o
W \ X
14,.2% \7s \s
Mo s Al
/] PREKS &
'.A\Qe\:‘ 30
-90° N 900 \
100 75 50 25 0 25 50 75 9% 100
20
Variation spatiale de l'intensité lumineuse. \
10
\
0 25 50 75 Tamb (°C)

Puissance dissipée permise par segment et
pour le point en fonction de la température
ambiante.
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afficheur numerique solide
rouge

COY 81B

Le CQY 81 B est un afficheur numérique a semi-conducteur (phosphure arséniure de gallium) émettant dans le rouge.

Il comporte un point décimal situé a gauche du chiffre et 5 segments obtenus a partir de diodes électroluminescentes dont les
anodes sont reliées a un potentiel commun.

Il permet de composer le chiffre 1 précédé du signe + ou du signe —.

Le CQY 81 B est recommandé pour étre employé avec les CQY 81 et CQY 81 A, le chiffre 1 ayant la méme hauteur pour les
trois produits (7,1 mm).

Ce produit présenté en boitier plastique DIL 14 broches (dont 8 sont apparentes) se distingue par les avantages suivants :
— compatibilité avec les circuits intégrés

— tres grande durée de vie

lecture aisée sous un grand angle de vue

variation de luminance facilement réalisable

— possibilité de montage sur support standard.

La barre verticale du signe + étant composée de deux demi-barres d, et d, de surface sensiblement égale a la moitié de la
barre horizontale c, il est recommandé d’alimenter d, et d, avec un courant deux fois plus faible que celui de ¢ ; ainsi la lumi-
nance sera identique pour toutes les barres.

Caractéristiques principales

1= S I R max 3 \%
1o T T R R R max 180 mA
FE(S) v v v v v e e e e e e e e e max 30 mA
o U max 30 mA
hy(segment A IE =20 MA) . . oottt e min 0,1 mcd
typ 0,25 mcd
Brochage FO 34/2

(Dimensions en mm)

DETAIL

1..0,38-1,59

o repéere | fonction
voir_detail
X 1 anodes
3 / 2 pas de broche
~ ] 3 pas de broche
o - 4 cathode d,
b 5 pas de broche
;; . 6 pas de broche
| 7 cathode d,
j +_=-;"__ 8 cathode c
g == 9 cathode e
|
e -ﬁ 10 cathode b
u:' 11 cathode a
—{ 12 pas de broche
13 pas de broche
I 14 anodes
O51min
56 .|

17
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Valeurs a ne pas dépasser (Limites absolues)

Tension

IF(p) ....................................................................... max
IFRM (par segment ; tpb < 1 ms; 1 S 743 T max

Puissance

P (segmentetpoint : Tagmb =25°C) - . oottt manx
Températures

TUG « v v v v ot

T max
T (soudage pendant 5 smax a 1,5 mm mindu plandesiége) ......... ... ... ... .. ....... max

Résistances thermiques

Rth j_a(montage sur circuitimprimé ; segmentetpoint) . ......... ... max

Caractéristiques (Tagmp = 25°C)

min

CQY 81 B - Page 2/4

—40a+

typ

180
30
30

160

65

85

95
230

1000

max

mA
mA
mA
mA

mwW
°C

°C
°C

°C/W

VE(segment et point décimal ; If = 20 mA)
IR (segment et point décimal ; VR = 3 V)
Iy (moyenne de I'afficheur rapportée a un segment Ig = 20 mA) 0,1

A
AN
a

Rp(segment et point ; If= 20 mA)
Cq (segment et point ; V=0 ; f= 1 MHz)

Courbes caractéristiques
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Courbes caractéristiques (suite) GREDP covs18-page 44

P(sour)
mwW
60
\
\
\
50
\
3
a0 5 -
v
o
oO
(a)
30 =
\
\
20
\
10 \
\
\
0 25 50 15 Tamb (°C)
Variation spatiale de Puissance dissipée permise par segment et pour
I'intensité lumineuse le point en fonction de la température ambiante
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afficheurs numeriques solide

jaune
CQY 81C

COY 81D

documentation provisoire

Les CQY 81 C et CQY 81 D sont des afficheurs numériques a semi-conducteur (arséniure phosphure de gallium) émettant
dans le jaune.

lls comportent un point décimal et 7 segments obtenus a partir de diodes électroluminescentes dont les anodes sont reliées
a un potentiel commun.

Ils permettent de composer les chiffres de O a 9 et quelques lettres. Le caractére g a pour dimensions 7,6 X 5,2 mm.

Ces deux produits différent par la position du point décimal (h)
CQY 81 C : point décimal a gauche
CQY 81 D : point décimal a droite

Ces produits présentés en boitier plastique DIL 14 broches (dont 11 sont apparentes) se distinguent par les avantages suivants :
— compatibilité avec les circuits intégrés (8T04-7447)

— trés grande durée de vie

— lecture aisée sous un grand angle de vue

— variation de luminance facilement réalisable

— possibilité de montage sur support standard

Caractéristiques principales

VRt e max 5 \%

] = 1 T max 160 mA

S T I T max 20 mA

FE(P) « v o e e e e e e e e e e e e max 20 mA

Ivisegment a IE =20 MA) . ... e min 0,1 mcd
typ 0,25 mcd

Brochage FO 34/1

(Dimensions en mm)

o
3 4
Q DETAIL 10
| (=]
o | o
! [
3,40-3,90 I
1,27 max
. fonction
5.2 ] ]
= Voir détail 5.2 repere cavsic cay 81D
u%’; e F 16
B < -1
w
1= ~b Yo " 1 cathode a
1] / [ 1]a —ie "N [ || 2 cathode f
. - . 3 anodes
2|1 . (1]13 ¢— cotmmc]] 2|1 a_ 13 4 pas de broche
3 |1] |12 — o] 3 lfﬁ T 12 5 pas de broche
6 cathode h non connecté
w
= =5 AN — o] 2. t:b AR bt cathode e
51n ‘ 1110 p— 5 d: In]10 8 cathode d
? 3 O (o] ] © 9 non connecté cathode h
el 1le - === 6]! | 'I 9 10 cathode ¢
7|h 1]8 <] 711 i'lg 11 cathode g
L | 12 pas de broche
x 13 cathode b
Lﬂ— E 0.51min —ﬂ—l 14 anode's
w
l+—10,16 max—w-! ~ 5.8 J=—10,16max_l

175
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Valeurs a ne pas dépasser (Limites absolues)

Tension
1 = S max 5 V
Courants
FE(T) =+ v v e me e e e e e e e e e e max 160 mA
TF(S) « + + v v v e e e e e e e max 20 mA
T R max 20 mA
IFRM (tp <1 MS: 0 K 1 8) o ettt e max 160 mA
Puissance
P (Segment et point . Tamb - T O T max 65 mWw
Températures
TG « v o v et —40a+ 85 °C
Tj ......................................................................... max 90 °C
T (soudage pendant 5 s max a 1,5 mm min du plande siége) . .............. .. max 230 °C
Résistance thermique
Rth j-a(montage sur circuitimprimé ; segment et POIN) o vt max 1000 °C/W

y u - L o
Caractéristiques (Tj = 25°C)

min typ max

VE(segment et point décimal ; I = 10 mA) 3 Vv
IR (segment et point décimal ; VR = 5V) 100 LA
Iy (moyenne de l'afficheur rapportée a un segment ; g = 10 mA) 0,1 0,25 mcd
A 590 nm
AN 40 nm

Ref. 4150-




afficheurs numeriques solide
rouge

| COY 82
COY 82 A

documentation provisoire

Les CQY 82 et CQY 82 A sont des afficheurs numériques a semi-conducteur (phosphure arséniure de gallium) émettant dans le
rouge.

lls comportent un point décimal et 7 segments obtenus a partir de diodes électroluminescentes dont les anodes sont reliées a
un potentiel commun. lls permettent de composer les chiffres de O a 9 et quelques lettres. Le caractéere a pour dimensions

11 x7 mm.

Ces deux produits différent par la position du point décimal (h) :
CQY 82 : point décimal a gauche.

CQY 82 A : point décimal a droite.

Ces produits présentés en boitier plastique DIL 14 broches (dont 11 sont apparentes) se distinguent par les avantages
suivants :

— compatibilité avec les circuits intégrés (8 TO4, 7447),

— trés grande durée de vie,

— lecture aisée sous un grand angle de vue,

— variation de luminance facilement réalisable,

— possibilité de montage sur support standard.

Caractéristiques principales

VR et e max 3 \
= 1 T max 240 mA
F T T S max 30 mA
T = max 30 mA
Iy (segment a IE =20 MA) . . .. min 0.1 mcd

typ 0.25 mcd

Brochage FO 40/1

(Dimensions en mm)

DETAIL

0.38-0.59
0.90-1,40

—— .

3.40—-3.90

voir detatl .
repére fonction
le 12.7 max ] i cQy 82 CQyY 82 A
le 6:2 ﬂ' I 2
| o
XS K o 1 cathode a
| I 1| 14 er:; 2 cathode f
- =] 3 anodes
4 pas de bioche
= 5 pas de broche
. ‘ =] 6 cathode h non connecte
H 4 — / cathode e
:; 8 cathode d
< = 9 non connecte cathode h
] et 10 cathode ¢
| 11 cathode y
L) ; 12 pas de broche
0.51min ’Lt‘ 13 cathode b
7 14 anodes
LA 177
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@ CQY 82/CQY 82 A - Page 2/4

Valeurs a ne pas dépasser (Limites absolues)

Tension

IE(P)
IFRM (tp< 1 ms; § < 1/8)

Puissance
P (segment et point : Tamp = 25 °C)

Températures

Résistance thermique

Rth-j-a (montage sur circuit imprimé ; segment et point) . ... ... .. e

Caractéristiques (Tj = 25°C)

min

VE (segment et pointdécimal ; IF=20mMA) ... ...
IR (segment et point décimal ; VR = 3 V)
ly (moyenne de I'afficheur rapportée a un segment ; |g = 20 mA)

Rp (segment et point ; | = 20 mA)
Cq (segment et point décimal ; V=0 ;f= 1 MHz)

Courbes caractéristiques

1,6 2
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Courant direct en fonction de la tension
directe en continu.

Courant direct en fonction de la tension
directe en impulsion.

max
max 240 mA
max 30 mA
max 30 mA
max 160 mA
max 65 mwW

—403a+ 85°C
max 95 °C
max 230°C
max 1000 °C/W
typ max

\%
MA
mcd
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90
100 75 50 25 0 25 50 75 % 100

Variation spatiale de l'intensité lumineuse.

P(soup)
mwW

50

40

30
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max

pad

Pess

A 190

0 25 50 75 Tamb (°C

Puissance dissipée permise par segment et
pour le point en fonction de la température
ambiante.




afficheur numerique solide
rouge

COY 82B

documentation provisoire

Le CQY 82 B est un afficheur numérique a semi-conducteur (phosphure arséniure de gallium) émettant dans le rouge.

Il comporte un point décimal situé a gauche du chiffre et 5 segments obtenus a partir de diodes électroluminescentes dont les
anodes sont reliées a un potentiel commun.

Il permet de composer le chiffre 1 précédé du signe - ou du signe —.

Le CQY 82 B est recommandé pour étre employé avec les CQY 82 et CQY 82 A, le chiffre 1 ayant la m&me hauteur pour les
trois produits (10,2 mm).

Ce produit présenté en boitier plastique DIL 14 broches (dont 8 sont apparentes) se distingue par les avantages suivants :
— compatibilité avec les circuits intégrés

— tres grande durée de vie

— lecture aisée sous un grand angle de vue

variation de luminance facilement réalisable

— possibilité de montage sur support standard.

La barre verticale du signe + étant composée de deux demi-barres d, et d, de surface sensiblement égale a la moitié de la
barre horizontale c, il est recommandé d’'alimenter d, et d, avec un courant deux fois plus faible que celui de c ; ainsi la lumi-
nance sera identique pour toutes les barres.

Caractéristiques principales

177 =T max 3 \

IE(T) - v evrree e e e e e e e e e max 180 mA

I R max 30 mA

IF(P) - v voe oo e PP max 30 mA

I(segment A IE =20 MA) . . ..ottt e min 0.1 mcd
typ 0,25 mcd

Brochage FO 40/2

(Dimensions en mm)

DETAIL

\ repere fonction
i B\

| " '

0.20-, f i 340-3,90

—==T0.36 ; [ S anodes

038-0,59

1

' -62 2.54 max 2 pas de broche
,/ s *‘ T 3 pas de broche

10 4 cathode d,
5 pas de broche
voir détail 6 pas de broche

12.7max 7 cathode d,

° 8 cathode c

et 9 cathode e

—f N - - 10 cathode b

i 11 cathode a
12 pas de broche
| . 13 pas de broche

- 14 anodes

10.20
19
T
U
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Valeurs a ne pas dépasser (Limites absolues)

Tension

FE(T) - v v e e e e max 180 mA
|F(S) ....................................................................... max 30 mA
|F(P) ....................................................................... max 30 mA
IFRM (parsegment ;tn < T ms; G 1/8) v v vvnvenn et max 160 mA

Puissance
P (segment et point : Tamb =25°%C) -« oot i i max 65 mw

Températures

QUG+ oo e e —~40a+ 85 °C
LI P max 95 °C
T (soudage pendant 5s maxa 1,5 mm mindu plandesiége) .......... ... ... ... .. ...... max 230 °C

Résistances thermiques

Rth j-almontage sur circuitimprimé ; segmentetpoint) ......................... .. .... max 1000 °C/W

Caractéristiques (Tgmp = 25°C)

min typ max
VE(segment et point décimal ; I[f = 20 mA) 1,6 2V

IR (segment et point décimal ; VR = 3 V) 50 uA
ly (moyenne de I'afficheur rapportée a un segment | = 20 mA) 0,1 0,25 mcd
A 650 nm
A A 20 nm

0 + 45 °
Rp(segment et point ; I = 20 mA) 2 Q

Cq (segment et point ; V=0 ;f= 1 MHz) 60 pF

Courbes caractéristiques
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Courbes caractéristiques (suite) GREDP cov528-Pages 4

P(Snu P)
mwW T
60
\-
50
\
\
3
a0 5
v
2
(=]
O
A
30
\
20
\
10
\
900 o
100 75 50 25 0 25 50 75 % 100 0 25 50 15 Tamb (°C)
Variation spatiale de Puissance dissipée permise par segment et pour
I'intensité lumineuse le point en fonction de la température ambiante
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afficheurs numeriques solides

jaunes
CQY 82¢C
CQY 82D

documentation provisoire

Les CQY 82 C et CQY 82 D sont des afficheurs numériques a semi-conducteur (arséniure phosphure de gallium) émettant dans
le jaune.

Ills comportent un point décimal et 7 segments obtenus a partir de diodes électroluminescentes dont les anodes sont reliées
a un potentiel commun.
lls permettent de composer les chiffres de O a 9 et quelques lettres. Le caractére a pour dimensions 11 X 7 mm.

Ces deux produits différent par la position du point décimal (h)
CQY 82 C : point décimal & gauche
CQOY 82 D : point décimal a droite

Ces produits présentés en boitier plastique DIL 14 broches (dont 11 sont apparentes) se distinguent par les avantages suivants :
— compatibilité avec les circuits intégrés (8T04-7447)

— trés grande durée de vie

— lecture aisée sous un grand angle de vue

— variation de luminance facilement réalisable

— possibilité de montage sur support standard.

Caractéristiques principales
L = T max 5 \Y
FE(T) « v v v v e e e e e e max 160 mA
[ IR R R T T max 20 mA
T max 20 mA
Iy(segment A IE= 5 MA) . ..ot min 0,1 mcd
Brochage FO 40/1

(Dimensions en mm)

DETAIL

0.38-0.59
| 0,90-1,40

]

,m N fonction
ePeTe | cavs2c cay 82D
©
x
M
o -t 1 cathode a
—e— 2 cathode f
e — 3 anodes
4 pas de broche
| th: — 5 pas de broche
e .= : - K ..‘ c — 6 cathode h non connecté
5 eﬁ it e oo E _._j 573 caizogez
. cathode
a8 | e i 1o l 4 re= 9 non connecté cathode h
7" & | "o - ez 10 cathode ¢
i.£=96.'..5.,-_‘§,- m1 ] 1 cathode g
T T ¥ 12 pas de broche
0.51min 13 cathode b
7 14 anodes
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Valeurs a ne pas dépasser (Limites absolues)

Tension
T = max 5 V
Courants
=T 1 TR T T max 160 mA
£ T T max 20 mA
L == PP max 20 mA
IFRM (par segment ; t<ImMs:d=1/8) ... .. ... . max 60 mA
Puissance
P (segment et point : Tampjusqu'a 55°C) . ............ e max 67 mWwW
Températures
LR R T TTT —40a+ 85 °C
Tj ........................................................................... max 90 °C
T (soudage pendant 5smaxa 1,5 mmminduplandesiége) . - -« oo vevnnnnnnen .. ... max 230 °C
Résistances thermiques
Rth j-a(montage sur circuit imprimé ; segment €t point) . .. ....oooueiiiee .. max 530 °C/W

vy = . L o
Caracteéristiques (T; = 25°C)

min typ max

VE(segment et point décimal ; IF= 60 mA pulsé) .. ............. ... ... 2.7 3,3 V
VE(segment et pointdécimal ; I[E= 5 mA) ... ... 1,9 v
IR (Segment et point décimal ’\/R: 5V) ................................. 100 A
Iy (moyenne de I'afficheur rapportée a un segment = 5mA) . ................. 0,1 0,25 mcd
lv (moyenne de I'afficheur rapportée a un segment IF=20mA) . .. ... .ot 1.5 mcd
A 590 nm
O + 45 °

RAf A140_




afficheur numerique solide
jaune

COY 82 E

documentation provisoire

Le CQY 82 E est un afficheur numérique a semi-conducteur (arséniure phosphure de gallium) émettant dans le jaune.

Il comporte un point décimal situé a gauche du chiffre et 5 segments obtenus a partir de diodes électroluminescentes dont les
anodes sont reliées a un potentiel commun.

Il permet de composer le chiffre 1 précédé du signe + ou du signe —.

Le CQY 82 E est recommandé pour étre employé avec les CQY 82 C et CQY 82 D, le chiffre 1 ayant la méme hauteur
pour les trois produits (10,2 mm).

Ce produit présenté en boitier plastique DIL 14 broches (dont 8 sont apparentes) se distingue par les avantages suivants :
— compatibilité avec les circuits intégrés (8T04-7447)

trés grande durée de vie

lecture aisée sous un grand angle de vue

variation de luminance facilement réalisable

possibilité de montage sur support standard.

|

La barre verticale du signe + étant composée de deux demi-barres d, et d, de surface sensiblement égale a la moitié de la
barre horizontale C, il est recommandé d’'alimenter d, et d, avec un courant deux fois plus faible que celui de C ; ainsi la lumi-
nance sera identique pour toutes les barres.

Caractéristiques principales
172 = T max 5 \%
T o R max 120 mA
I R max 20 mA
o =3 T T T max 20 mA
Iy(segment A IE=5MA) .. .ottt e min 0,1 mcd
typ 0,25 mcd
Brochage FO 40/2

(Dimensions en mm)

O,
o b
]
' DETAIL S
d|
4.,{,4L
& — S repére | fonction
: ) r
0:20-0,3¢ ¥ 162 ! 340-3,90 ] 1 anodes
' - 2.54 max 2 pas de broche
,/ T 3 pas de broche
1 4 cathode d,
5 pas de broche
voir_détail 6 pas de broche
12.7max 7 cathode d,
8 cathode ¢
i 9 cathode e
- 10 cathode b
i/
" ""l e — 1 cathode a
2 i3 - 12 pas de broche
3 UL1 ali2 — 13 pas de broche
- t : w2 o - 14 anodes
3| e al 2
5| q‘z b Ijlo ~ E - —==]
« 6 I o He :'.': =]
F TR e =g
0.8, i
* 1 0.51min
-] ol
1.6 r:k_ 7
«6:2 5
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Valeurs a ne pas dépasser (Limites absolues)

Tension
17~ T R max 5
Courants
TE(T) v v v e v e e e e e e e e e e e max 120
TF(S) - - v v v v v e e e e e e e e max 20
== R R R ERE R max 20
IFRM (parsegment ; tp <1 ms; 6 < 1/8) - oovviii i max 60
Puissance
P (segment et point : Tamb JUSQUA@B5°C) « v o vvv vt max 67
Températures
LIS R R —40a+ 85
T e e max 90
T (température de soudage pendant 5 s max a@ 1,56 mm min du plan de siége) v max 230
Résistances thermiques
Rth j-a (montage sur circuitimprimé ; segment et POINT) vt i max 530
C r t ” - - . — o

aracteristiques (T; = 25°C) min | o | max
VE(segment et point décimal ; I = 60 mA pulsé) 2,7 3,3
VE(segment et point décimal ; IF= 5 mA) 1.9
IR (segment et point décimal ; VR =5 V) 100
ly (moyenne de I'afficheur rapportée a un segment [p= 5 mA) 0,1 0,25
Iy (moyenne de I'afficheur rapportée a un segment I = 20 mA) 1,5
A 590
0 +45

mW

°C
°C
°C

°c/W

mcd

mcd
nm




afficheur numerique solide
rouge

COY 84

Le CQY 84 est un afficheur numérique a semi-conducteur (phosphure arséniure de gallium) émettant dans le rouge.

Il comporte un point décimal situé a droite et 7 segments obtenus a partir de diodes électroluminescentes dont les anodes
sont reliées a un potentiel commun.

Il permet de composer les chiffres de O a 9 et quelques lettres. Le caractére ll:ll a pour dimensions 19,6 x 12 mm.

Ce produit présenté en boitier plastique DIL 18 broches (dont 13 sont apparentes) se distingue par les avantages suivants :
— compatibilité avec les circuits intégrés (8T04-7447)

— trés grande durée de vie

— lecture aisée sous un grand angle de vue

— variation de luminance facilement réalisable

— possibilité de montage sur support standard.

Caractéristiques principales

1= T O max 3 \

T o T T T T T I I I max 240 mA
1 T T T max 30 mA
== T T T I max 30 mA
I(segment A IE =20 MA) . . . .o i e i min 0,1 mcd

typ 0,25 mcd

Brochage FO 36

(Dimensions en mm)

S DETAIL ‘L
a
—+
L repére fonction
3,0-3,60
0.23. e ]-L
=032 1 anodes
7L'4'/ voir_détail 2 cathode a
R 3 cathode f
4 anodes
j 5 pas de broche
L 6 pas de broche
! =g 7 pas de broche
2 — =] 8 cathode e
: = 9 anodes
e s _ . 10 anodes
™ 1 6 - =] 11 pas de broche
i 7 — o] 12 cathode h
;Z‘ 8 p—— 13 cathode d
| 9 - — =] 14 cathode ¢
i 15 cathode g
— v 16 pas de broche
. 17 cathode b
1
otmin 18 anodes
f . 20.32max - 7,6 y
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Valeurs a ne pas dépasser (Limites absolues)

Tension

1 S T max 3V
Courants

o R R R R max 240 mA
TE(S)« « v v v v e e e e e e e max 30 mA
L (P« « v v e e e e e e max 30 mA
IFRM (tp<1 ms; 6<1/8) ....................................................... max 160 mA
Puissance

P (segment et point : Tamb = 25 %C) -ttt ittt e e max 65 mwW
Températures

Tstg ......................................................................... —40a+ 85 °C
T e max 95 °C
T (soudage pendant 5s maxa 1,5 mm minduplandesiége) ... ... max 230 °C

Résistances thermiques

Rth j-a (montage sur circuitimprimé ; segment etpoint) . .......... i max 1000 °C/W

Caractéristiques (T; = 25°C)

min typ max
VE(segment et point décimal ; I = 20 mA) 1,6 2V
IR (segment et point décimal ; VR = 3 V) 100 ® A
ly (moyenne de I'afficheur rapportée a un segment ; If= 20 mA) 0,1 0,25 mcd
A 650 nm
A 20 nm
| ¢ + 45 °
Cd (segment et point décimal ; V=0 ; f= 1 MHz) 60 pF
l 4 - -
Courbes caractéristiques
P aases: TTT 1 I
(mA) Frt m ! T i [ i (mA) HH
ity : 4 r +H
ssEE EEERI R : T r T
1t 4. e oy + -+ —+1
50 Eet e b ‘,{ + bt = b4+
Sesss SE8 TR T T ;
Sadsagss gisassisegpaseanasstsgses Toft
OO 1! jann
] ”:, . mad HiH ! E ]
40 e L SElsmEnw 200 ;
o A T 1 T &
BesugRaN mas ; B PR EEREN
St I ! [ i ; o
S I PR r 3 :
C o ; THH ] &
30 i : Ji A - N 150 _JIA : -
mustf S B it X mua m. typl: 8.
S SN J 2= L
s [ ‘ - t = -
seet il R SEsEsass: Hitlits
seeessiinil L a8 100 ] RS RERSE NSNS
20*—*“‘ Py THHEY H T R R _i HH
Sy I waan {
: : 1
SeRint Seiais T | !
- . SR ; T T T Y1
SSEREREE e S o ] i ; }:
e : H ok 7 i§sss
SN B Mpe 1 ; T T i t Ton :SOPS
AR RO ! i 1 a
I } ! VYT, - 280C FHTH HH isgant =450 ps
T /T T - 280
T H“} AL 0 HHH T
0 0.5 1 1.5 Ve (V) ] 05 1 1.5 VF‘.V)
Courant direct en fonction de la tension directe Courant direct en fonction de la tension directe
en continu en impulsion
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Iy moyen 1

v
(ped) (rcd)
WA
i/
3 4
10 103
typ
— typ
74 !
4 y
A/
’
107 102
4
4-0.05 / Ton=1ps i
= T - d =0
4=0.} 4 d-/02 j-25°C T £T,=25C
Dd
10 / 10
1 10 I moyen  (mA) 10 100 g (mA)
Intensité lumineuse moyenne en fonction du Intensité lumineuse créte en fonction du courant
courant direct moyen pour différents rapports direct créte
cycliques
I ITT T T
I HTH T %
Iy | s T SESSENEREEEN
FHEEE T T T
v jpsne i TR
: bt { —{: i + + t4 -1 1T J 1*‘ 1’"“_‘ [ 41 (i1 1111
ety - !
I 100 - +
ST ]
ESssssmasmsEmssmassEs H aaal
:-7’ [ }-- - ;] »A,,_—_T_‘». I T ! <+
- R i_%a Htye
. HEH T T JRESE 88
T gitasseas: SEERINE e
sIEESEisante: : 14 =
L T Imn | Jna 8!
T TN EEEEn H
[ T T I
T N 1
T T IT T
1 T 50 —
! 117
: ] : )|
T iy 1
HT T+t {4
: L
- 7 Ig = 20 mA
__{,.. HiH
,
1
-75 -50 -25 O 25 50 75 100 T,(°C) 610 630 650 670 (nm)
Intensité lumineuse relative en fonction de la Emission spectrale

température de jonction
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Courbes caractéristiques (suite)

Ny,
A
,

R ":“ )

5
NSO T |

Variation spatiale de
l'intensité lumineuse

RAf AN1R2_
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pad

50

40

30

20

\

0 25 50 75 Tamb (°C)

Puissance dissipée permise par segment et pour
le point en fonction de la température ambiante
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photocoupleur

CNY 22

isolement galvanique entre 2 circuits
haut transfert — haut isolement

Le CNY 22 est un photocoupleur constitué d'une diode électroluminescente en arséniure de gallium qui transforme le signal
électrique recu en un rayonnement dans le proche infrarouge et d’un récepteur composé d’'un phototransistor NPN au silicium,
qui transforme le signal recu en signal électrique.

Il existe donc un isolement galvanique parfait entre I'entrée et la sortie du photocoupleur. Il est totalement compatible en
transfert avec les circuits DTL-TTL. La base du phototransistor est accessible.

Caractéristiques principales
ICIE(VCE= BV I ES 8 MA) ittt e e e e min 0,25
VeEsat IFT 8 mA  IC= 2 mA) oo max 04 V
By (valeurcréte 5O Hz, 1 mn) ... oo 4 000 \%
R max 2V
o o TR T S max 50 \Y
N max 30 mA
lERM (tp< 10ps; 6'< 107:’) ...................................................... max 200 mA
Iceo (VCce= 1OV;TJ'=25°C) ...................................................... max 100 nA
Piot (Tamb < 25°C) (diode EL) - o oo v vt max 50 mwW
Piot (Tamb < 25 °C) (phototransistor) - . .. ..o max 200 mw
Brochage
(dimensions en mm)
.. _V7max .
c .. Bgmax ~ . 73max
i E, _—
1 Anode diode EL 31‘ @
2 Cathode diode EL o ! —732;
3 Base phototransistor 9145_“"_ __ 1524 ,_f;1,27‘8* 15025 k045
4 Collecteur phototransistor 0557 e R
5 Emetteur phototransistor x o
1 R 35
A o Q8
5 3 &

Valeurs a ne pas dépasser (Limites absolues)

Cote diode électroluminescente

17 = T T max 2V
= T max 30 mA
IERM (tp< 10ps; d L 10 ) max 200 mA
PtOt (Tamb < 25 OC) .............................................................. max 50 mW
Tstg ........................................................................... —55a+ 125 °C
Tj ............................................................................. max 125 °C
Cote phototransistor

oo I T P max 50 V
VB - v v v v v s v et e e e e e e e e e e max 50 VvV
oo R T T I max 6 V
o max 30 mA
Piot (Tamb < 25 0 C) « vttt e max 200 mw
Tj ............................................................................. max 125 °C

Tstg .......................................................................... —55a+ 125 °C 193
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Résistances thermiques

Coté diode

Caractéristiques (a Tamb= 25° Q)

@ CNY 22 - Page 2/4

min
Diode EL
VEE = B mMA) L
IRIVR = 2 V) o e
Phototransistor
VIBR)ICEO (IC =0, MA) . .. e 50
VIBR)ICBOUIC= 0,1 MA) . L e 50
VBRIECO(IC= 0,1 MA) .. 6
ICEO (VCE = 10 V) ot e e
Photocoupleur
IC/IE(VCE=5V  IF= 8 mMA) e 0,25
VCEsat IF=8mMA  IC =2 mA) ... e
C (Capacité primaire-secondaire V=0;F=1MHz) ........ ... ... 0000 ..
By (tension de test primaire secondaire) valeur créte, 50 Hz (1mn) ...................... 4 000
R (résistance d'isolement primaire-secondaire Vi.o= 1000V) ........................ 100
ton=tofflc=2mA;VcCc=5V;RL=1000Q) ... . i

Montage de mesure

°C/W
°C/W

typ max
1.2 1,6 V
100 uA
Vv
V
\Y
5 100 nA

0,50

0,171 04V
1 pF
\%
10" Q
5 uS

VINO o-+Vce
4 o]
vV IN
ouT
50 0
RL

Courbes caractéristiques

30 A T
e w }
' (mA) 12
= i
(mA) 200 -
: T
20 —— i
B Ve =155mV /°C 111
.v_tYD_"—,H ftyp i
1 n t T
100 o
T
T
10 T
IR EBRN
0‘1 T
[ 11
; . SbEuas
2| Tamb =25°C P ]
/o s Y A i ;*"
‘ I EEER RS EOV 4 EREES P00 SROS RS POSE s b 14
0 05 1 V5 Ve 2 05 1 15 2 VEy) 0 25 50 00 125 T;(C)

Courant direct en fonction de la tension directe.

température de jonction.

Tension directe en fonction de la



CNY 22 - Page 3/4

(=] o
T T T YT ™ ™
TTT L_ ZWFJA_:. NI vHA 3 AwA -
IR DI e} E D EINEN Y (EX. Ef\ eXHeb el = € m
- - - A R 0 A WS ofvil 2 © -
ERmEmiEe I *
pEnan \ | | e
T Y ADE | pii o
D WA \ 1 prgt o - o
T B U W tH ~ o ~
BEEESS DA A L 1 AR YO | Zw he]
- r A WAL O, W I | .
- | ] A \ i 4
1 (- \ \ | V- G o
o v —H
T 18 £ 0o \ Y 1 3
[ v, -z R g
SRR SR 3
, - 3 1 2 g 2
. SRS W wm &1?. o]
T 4 7 X1 [&]
1 111 ~ N ©
‘ T o -+t -\ 5
Shisant: ARV S
IHNENEREENge SN NESRE L T |
T ) O\,
T Il Il - =) o
— o o o
I 2 8 .m.. e < g ISy 2 2 S a & e E
..m»m -2
=)
e
T T T TITT _ T
i ﬁ © ] 1 T .
- L | S kel i T : F—=F *VL I Bae s
; B e R e I c I . o i in
e e 5 _ £ g B
e ” i =t " \ L N aad ! =
= : 5 | 7 p F ek
o . 4 4
. —— IS o c ] — © B Elc ke seees sere
i A = rm M + = el = [ Put BunnE SRR
1 ha T a [b S S
HHH i = o 2 1 1 3 > ey —
+ - N + w ]
, g 285 : g Ees S Saadfhest Colls Bill ek Eraes 2 i
T i e et totase s e I m g > S T Lﬂ K pamas e
! . T mam R i
T 1 NS + 9 5 1 = 4 H oot Anng
T B— 2 17} ST Jmneu sEnge
T T T Q2 5 -z e ~ 2 -
| i 1 T T T i =i o oz 1 \© - e : T
e T . ! , . — 8 w©0 NRaReN 5 HH Jee o e e
ik : i ! e S =2 3 T : =
: = 3 = : €a T 5 T e 8 EeE S Euguny
e ] ] i : cE I Lo S Saunananns 5= e
! : 1 e e ML : 50 I Tt SessEESsesSnate pallel o S nknannaags bes:
I T HNE LT T o o+ 11 iluL, t *I I I I e
o - w ~ ™ ~ o - [SR] BBEE 1 e . T Maes
< o - _ - © ~ o~ o
pe o ® ® ® B R %8 8§ 3 g 8 2 8 @
e »w x 2
o
.- L] T T T ™
g s S SEasEEE=EEE
< \ B i ! =
= © <
I < i N b £
(=3 H B t l_._\-
t > ~ t
I 5 ; \L_ rrf et Hio o =
5 ! Fef et Ciw H ! -
c . 7 N SERDE SRS RY N > ] N
1o o c EPUDDN DEEEE N RN b
2 hle] T T 1T T !
{8 ° B ' SEREMDE IR B L
c's HES : N I
(3] m + ] S » —+ + Tt TN - -
- - S £ errri- T+ Tt -~
,w.m. et 1 -t 4 i 1 (/, ,1
S T o BERGS J TN T
8 53 ] N o
o BEE - <
° —t - ]
g janes SRS B ,
S Lo o Lty F - -
= DEESE S : ; i
2 T @ sume - - —
QO 1 [t~ 1r b S 1 t t
- 4|H + ettt
S E T T HH ] eEmaans
N 11 1T T
<5 SRERERRERREARSARRRIREES) i T
c 8= g 3 2 B o
(S} o

'c
(mA)

195

+100  Tamb(°C)

+50

Rapport de transfert en fonction de

la température ambiante.



Courbes caractéristiques (suite) GRESP v 22-Page 414

P
T T T ] ] TTITTT tot T
Vee TR ] [ 1 EEEEERRE NRE
(mV) t - H (mw) phototransistor i ,J
assase’ s S Ripj_a=05°C/mW f
T LT T i
400 H — H 150 !
FHH pHA e H L1
SSiihe AT .
300 J[ i : 100
T ; H
L o e 7. SRS EeEal BRaS!
[t P } t §94 B ju diode électro - |
T luminescente
: P . - .
. : 1 - A i IF=8mA Ripj_a=12°C/mW |
2005t ; 2 Ic=2mA 50 |
Tt 1 N
yf> L
8 N
100 L
-50 0 .50 <100 150 2200 Tgp (0 0 2 50 » 100 125 7mpe)’0
Tension de saturation en fonction de la température ambiante. Puissances maximales dissipables en fonction de la température
ambiante.
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photocoupleur \

CNY 23

isolement galvanique entre 2 circuits
haut transfert - haut isolement

Le CNY 23 est un photocoupleur constitué d'une diode électroluminescente en arséniure de gallium qui transforme le signal
électrique recu en un rayonnement dans le proche infrarouge et d’'un récepteur composé d'un phototransistor NPN au silicium,
qui transforme le signal recu en signal électrique.

Il existe donc un isolement galvanique parfait entre I'entrée et la sortie du photocoupleur. Il est totalement compatible en
transfert avec les circuits DTL-TTL. La base du phototransistor est accessible.

Caractéristiques principales
I/t E(VCE =BV IE = 8 mMA) « ot e min 0,6
VeEsat IE= 8 MAIC= 4 MA) oo e max 04V
By (valeur créte BO HZ) . ..o oo e 2800 V
R = max 2 vV
VEGEQ + v v s m o m v m e e e e e e e e e e e e e max 30 V
E o R R e max 30 mA
IERM (tp< 1095(5< 10"5) ...................................................... max 200 mA
Iceo (Vcg= 10V;Tj=25°C) ...................................................... max 100 nA
PtOt (Tamb L 25°C) (diode EL) « oo it e e max 50 mwW
Piot (Tamb < 25 °C) (Phototransistor) - . . .. .ot max 200 mwW
Brochage
(dimensions en mm) 177max
c 13,6max ~ . f3max_
£ 5
S, 2
1 + anode diode EL it \
2 — cathode diode EL 3:4 - 127'5 025,-.045
3 Base phototransistor S8 10 3 '
4 Collecteur phototransistor % ~ &
5 Emetteur phototransistor E' 4 = 3. x
& 4. 33
N, Ao 0 N
2 5 8

Valeurs a ne pas dépasser (Limites absolues)

Cote diode électroluminescente

£V = max 2V
LE e max 30 mA
IERM (tp< 10}155 o < 10_3) ...................................................... max 200 mA
Ptot (Tamb < 25 OC) oottt s max 50 mwW
TQUG « o vt e —55a+ 125 °C
Tj ............................................................................. max 125 °C
Cote phototransistor

Yo 1o T T T T S max 30 V
Yol : 10 T T T T S O max 40 V
VEGD + t v o v s v o e e ot et e e e e e e e e e e max 6V
O e e max 30 mA
Prot (Tamb < 25 0 C) i e e max 200 mw
Tj ............................................................................. max 125 °C 197

TEG  + oottt e —5B65a+ 125 °C
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Résistances thermiques

GRESP oY 23 -Page 2/

Diode

P 1200 °C/W
Phototransistor

Rthojea « e 500 °C/wW

Caractéristiques (a Tamb = 25° Q)

Diode EL

VE (I =8 mA)
IR(VR=2V)

Phototransistor

VBRICEO IC =05 MA) .« . oo ettt
VIBRICBO (IC =0, 1 mA) ..

VBRIECO (IC=0.1TmA) ... e
ICEO(VCE=T0V) . i e e e e e e

Photocoupleur

IC/IE(VCE=BV  IE=8mMA) . .
VCEsatUF=8mA;IC=4mA). .. ...
C (Capacité primaire-secondaire; V=0; F=1MHz) .. ......... ... ...
By (Tension de test primaire secondaire), Valeur créte, 50 Hz. . ...............
R (Résistance d’isolement primaire-secondaire; Vi_.o=%x1000V) .............
ton =toffllc=4 mA;Vcc=5V;RL= 100 Q) e

Montage de mesure

VIN +Vee

4

VouT

50 0
RL

30
F
(mA)
20—+
10
) ARE1ES:
G A A
0 05 1 s Ve, 2

Courant direct en fonction de la tension directe.

min typ max
1.2 1,6 , \%
100 u A
30 \%
40 \Y
6 \%
5 100 nA
0,5 1
0,17 0,4 \Y%
1 pF
2 800 \Y,
10]() 10]2 (_l
5 us
90°%
X10%
o totf

A
(v)

typ

1 EEESENEREEREE

25 50 75 100 125 T(°C)

Tension directe en fonction de la
température de jonction.
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&

200 Tj(°C

HZ/HH

20 Ip(mA)

T gmb= 25 °C

- VCE=5V

IARRERERRRRARE

Courant d'obscurité en fonction de

la température de jonction.

30
20
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+100 Tamb(°C)

+50
Rapport de transfert en fonction de

la température ambiante.

-50



Courbes caractéristiques (suite) GRESP VY 23-page 4/

P, T T 1T T
tot [TITTITTT VCEsm T g agaasasass J—FH:]“L
(mw) T (mV) INNN NSNS jENERNRE RN
phototransistor I — M iH
Ripj_a=05°C/mW HHHEE A T
1 17 ! I | .
150 400 {1 mS ppusNEs T T A
] Hir] e P
P
+— 1 ; 1
i T +t + —+
1 T va
100 300 J[ T i
-
diode électro - "[L hi ! I
luminescente man :_;:f - HHH
R, . .=12°C/mW H- HHTHH IF=BmA
thi-a 200 (- 11 T T
50 T I ] A HHH Ic=4mA
| N _} HHH
] ERASERSESNES
™~ aSsny T
100 -
0 25 50 75 100 125 10050 -50 0 +50 +100 4150 200 Ty, (°0)
Puissances maximales dissipables . Tension de saturation en fonction
en fonction de la température am- de la température ambiante.

biante.

200
Réf. 3510-




photocoupleur

CNY 42

isolement galvanique entre 2 circuits
haut transfert - haut isolement

Le CNY 42 est un photocoupleur constitué d'une diode électroluminescente en arséniure de gallium qui transforme le signal
électrique recu en un rayonnement dans le proche infrarouge et d’'un récepteur composé d'un phototransistor NPN au silicium,
qui transforme le signal recu en signal électrique.

Il existe donc un isolement galvanique parfait entre I'entrée et la sortie du photocoupleur. Hl est totalement compatible en
transfert avec les circuits DTL-TTL. La base du phototransistor n’est pas accessible.

Caractéristiques principales
IC/VF(VCE=BVIE=8MA) et min 0,25
VCEsat IF=8MAIC=2MA) oot max 04 V
By (valeur créte 5O HZ, T MN) oottt 4 000 \V]
1Y = T max 2 Vv
VCEO .......................................................................... max 50 VvV
= e max 30 mA
IFRM (tp S 108 8 107°) oot max 200 mA
IceE0 (VCe= 10V ; Tj= 25 0 ) e e e e e e max 100 nA
Piot (Tamb < 25°C) (IO EL) -« . e v ev ettt et et et e e e e max 50 mWwW
Piot (Tamb < 25 °C) (DROTOtrANSISION) . .+« e v et e et et e e et et e max 200 mW
Brochage

(dimensions en mm)

Cathode diode EL

Anode diode EL

Emetteur phototransistor
Collecteur phototransistor

APWN =

Valeurs a ne pas dépasser (Limites absolues)

Coté diode électroluminescente

1 - T max 2 VvV

T max 30 mA
IERM (tp < 10185 8 < 10™) oottt max 200 mA

PtOt (Tamb= 215 T O TP max 50 mW
Tj ............................................................................. max 125 °C

LES R R R R R R —55a+ 125 °C

Coté phototransistor

(o 0 I T R max 50 VvV

VECO v v ot v e e e o e ettt e max 6 V

oS T R max 30 mA
PtOt (Tamb < 25 OC) .............................................................. max 200 mW
TJ; ............................................................................. max 125 °C

QUG ~ e oo e e 552+ 125 °C

201
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Résistances thermiques GRED Vv 42-page 214

Diode

RENoje@ v o o r e o e e e e R max 1200 °C/W
Phototransistor

Rth—j—a .............................................................................. max 500°C/W

Caractéristiques (a Tamb = 25° C)

Diode EL min typ max
VE(E =8 mMA) o 1,2 1,6 \
IRIVR = 2 V) ettt e 100 wA
Phototransistor

VBR)ICEO IC=0.5MA) .. .. 50 \%
VIBRIECO (IC=0,1mA) .. 6 \Y;
ICEO (VCE =10 V) L oo 5 100 nA
Photocoupleur

INF(VCE=BV IF=8mMA) . .. e 0,25 | 0,50
VCEsatIF=8mMA;Ic=2mA). ... . 0,17 0.4 \Y
C (Capacité primaire-secondaire ;V=0;F=1MHz) .. ..........cu ... .... 1 pF
By (Tension de test primaire secondaire), Valeur créte, 50 Hz(1mn) . ... ... ... 4 000 Y,
R (Résistance d’isolement primaire-secondaire; V.0 = £ 1000V). . ... .. ...... 10 |10 Q
ton=toff lc=2mA;Vcc=5V;RL=100 Q) ........ ... ... ... ....... 5 us

Montage de mesure

VIN +Vee
% v
y IN
ouT
50 N 90
RL
10%
Vout
7 ~-toft
Courbes
30 (- Ve T T
“ T
12
e | \ ]
(mA)
20 . o
AVE =-1,55mV/eC ]
v\\ ’TIF"
typ
11
10 _i I[ ‘l\l _jj
N
5 TN
- I,::BrnA‘
1i:f”: HH 1
0 25 50 75 100 125 TJ('C)

Tension directe en fonction de la

" . . . température de jonction.
Courant direct en fonction de la tension directe. P !
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Puissances maximales dissipables en fonction de la température

ambiante.

Tamb (°C)

+150

.50
Tension de saturation en fonction de la température ambiante.
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photocoupleur

CNY 43

isolement galvanique entre 2 circuits
haut transfert - haut isolement

Le CNY 43 est un photocoupleur constitué d'une diode électroluminescente en arséniure de gallium qui transforme le signal

électrique recu en un rayonnement dans le proche infrarouge et d'un récepteur composé d’un phototransistor NPN au silicium,
qui transforme le signal recu en signal électrique.

Il existe donc un isolement galvanique parfait entre I'entrée et la sortie du photocoupleur. Il est totalement compatible en
transfert avec les circuits DTL-TTL. La base du phototransistor n‘est pas accessible.

Caractéristiques principales
I/ IE(VCE =BV IE= 8 mMA) o min 0,5
VCEsat IEF= 8 mMA  IC= 4 mA) e max 04 V
BA e e 2800 V
VRI(diode EL) ..ot max 2 V
VCEQ (PhOTOLransisStor) . .. ..ottt e e e max 30 V
= e 1o o= I max 30 mA
IERM (tp< 1O ES: 8 € 10 )t e max 200 mA
ICEO(VCE= 10V Ti=25°%C) v e max 100 nA
Piot  (Tamb <25 °C) (diode EL) . . .. .o\ttt et e e e e e e e e e max 50 mw
Piot (Tamb <25 °C) (Phototransistor). ... ...ttt i max 200 mw
Brochage
(dimensions en mm) 16,4max
c : 1B34max | o~ . 73max
= o™
&
o'
1 Cathode diode EL 04s™ 1524 % Joas
2 Anode diode EL ‘ 055" 1 op By 023M 055
3 Emetteur phototransistor 3
4 Collecteur phototransistor

2,54
[ 2a ﬂ-"
l .0
|
L
NS
354

254

Valeurs a ne pas dépasser (Limites absolues)

Cote diode électroluminescente

17 = S R max 2V
I = max 30 mA
IFRM (tp S 10 s 8 S 10 ™) v et max 200 mA
Prot (Tamb < 25 OC) + vt ettt max 50 mw
Tj ............................................................................. max 125 °C
TQUQ « + v+ v et —55a+ 125 °C

Vo) =Te T S T max 30 v

(V1o o T T T R max 6V

o S T T R max 30 mA

L TR max 125 °C 205

Ttg <+ v+ e e e —55a+ 125 °C
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GRESP oy 43-Page 2/4

Résistances thermiques

Diode
Rth-j-a
Phototransistor
Rth-j-a

Caractéristiques (a Tamb = 25° C)

max 1200 °C/W

max 500°C/W

Diode EL min typ max
VEUE= 8 MA) o 1,2 1,6 \Y
IRIVR = 2V) et 100 wA
Phototransistor
VBR)CEO (IC=05MA) ..o 30 \Y
VBRIECO (IC=0.TmMA) ... s 6 \Y
ICEO (VCE =10 V) L it i 5 100 nA
Photocoupleur
IC/IE(VCE=BV,IF=8mMA) ... 0,5 1
VCEsat{IF=8mA;IC=4mA). ... 0,17 04 Y,
C (Capacité primaire-secondaire ;V=0;F=1MHz) .. ....... .. ... .. ...... 1 pF
By (Tension de test primaire secondaire), Valeur créte, 50 Hz (1mn)........... 2 800 \Y
R (Résistance d'isolement primaire-secondaire; Vi_g = £ 1000V) .. .. ... . ... 100 1012 Q
ton=toff IC=4mMA;Vcc=5V;RL=100 Q) .......................... 5 ®s
Montage de mesure
VIN *Vee
v %
IN
Vout
50 1 |
RL |
/4
o T i . P
IF mui 12 i |
) [ A HiE :
H F J} : H1H f |
i SN EREEE § :
ik S
I g [1 | ] AVep= 1.55mV/°£? B
! Ay TN - g ]
il i T i ]
T mox ] - { typ ] |
: - H ,- 11 ! TJ
- li. 1
e — t
10 ks %'7 SIEpsssssatans
. : ;4: asi \ i
: BEESaES [T T THM
. T T1 T Ig=8mA
N TS T
B T FH HT T TR
ik A ] y e |
0 05 1 15 VF(V) 2 [} 25 50 75 100 125 T(°C)

Courant direct en fonction de la tension directe.

Tension directe en fonction de la
température de jonction.
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50 75

25
Puissances maximales dissipables en fonction de la tempé-

rature ambiante.

Tamb (°0)

+100 +150 .200

+50
Tension de saturation en fonction de la température ambiante.
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photocoupleur

CNY 44

haut transfert faible VCE sat
compatible en transfert avec la logique TTL

Le CNY 44 est un photocoupleur constitué d'une diode électroluminescente en arseniure de gallium et d'un phototransis-
tor NPN en silicium

Ce photocoupleur, en boitier JEDEC TO-12 présente un haut transfert sous un faible Vg ce qui le rend compatible avec les cir-
cuits logiques TTL.

Il peut étre utilisé avec un Vg de 50 volts.

Caractéristiques principales

IEE= 10 MA VEEZ T0V) . o ettt ettt e e e et min 0,3
VCEsat IC= 3 mMA  IE= 10 MA) . o e max 04 V

(IC= 4,8 MA;IE= 1B MA) - et ettt e et e e et e e ...  max 04 V
2 min 1000 V
tr(|C=2mA;VCE=1OVetRL= 100 ONMS) v v et e e e e e e e typ 2 us
H(c=2mA;VCe=10VetRL=1000hms) ... . it typ 2 us
ICEO(VCE= 15V  IE=0) i e e e e e max 100 nA

Brochage 10-12

(Dimensions en mm)

it i £
R s =
z E h o
< 0 i t
o ® :b i
' u

(#) L, .

20— 3 (*) Electrode reliée au boitier

Valeurs a ne pas dépasser (Limites absolues)

Coté diode électroluminescente

172 = max 3 V
=S max 30 mA
IFRM (o K B0 880 = 0,1) oot ettt e e max 200 mA
Ptot, ................................................................................ max 50 mW
L T R R max 125 °C
1L R R —55a+ 125 °C
Coté phototransistor

o (0 B I T T T T P max 50 V
A ol T max 8 V
O max 30 mA
POt max 80 mW
L T max 125 °C 209

—554a+ 125°C
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Résistances thermiques GRS o\ 44 -Page 2/4

Coété diode
Rth—j—a ............................................................................... max 500°C/W 1
Rth—j—c ............................................................................... max 150°C/W |
Cété phototransistor
Rth—j—a ............................................................................... max 1200 °C/W
Caractéristiques (Tamb = 25 °C)

min typ max
Diode électroluminescente
VE(E=T10mA) ... 1 1,2 1,5 \Y,
VEUE=30mA) ... 1,3 1,6 \Y
VEUE=200mA). ... et 1,5 \Y
IRIVR=3V) e 20 wA
Clcapacitt aV=0;f=1MHz).................... 50 pF
Phototransistor
VBR)CEOC=01mA) ......................... 50 Y,
VBRIECO (IC=0,1mA) . ........................ 8 \Y
ICEO(VCE=5V). ot 3 nA
ICEO(VCE=15V) .o e 10 100 nA
ICEQ(VCE=15V ; Tj=85°C).................... 10 100 uw A
Photocoupleur
IC/IF(lF=10mA;Vcg=10V) .................. 0,3 0,6
VCEsatlF=10mA;lc=3mA) .................. 0.4 v
VCEsat(lF=15mA;Ic=46mA). .. .............. 0.4 v
VE(VCE=10V;Ic=10pA) ... ... 0,9 1 \Y,
Clcapacitte V=0;f=1MHz) .................... 1,5 pk
By tension de tenue (UTE NSC93050).............. 1000 \Y,
R résistance d'isolement (V= £500V). . ............ 10'® 101! Q
te (1) o O 2 us
(1) e 2 us

(1) dlc =2 mA, Vg = 10 V,.R = 100 Q (voir le montage ci-aprés).

Montage de mesure

oV 470 o
o 4 L e,
in
O,1PF
560 -
- /7
—
Vout
479
Vout
7 4
Vin=t, =tf= 20 ns
474 tp= 30 us
z = = f = 500 Hz
Courbes caractéristiques
/
¥ T T I r ¢ CTTTT 77T T 7
: : ma) | T SRRERBNS (mA) {} '1’; i
e BT T T T s0o HE EEHHHH T ] M ERRaE SREE A
u | 1] 2 ] RN ]
: : B e I |
i . 80 us i 4 AR j: 4
so Lttt L T SRERE lq——-—lOms——-» A4 li HH H I ;
o e e s - R B At 8 'zﬁﬁ' CCUTHTHT f'
e Sscigase! seas : i EEESsRgERInNEY/ dRphL
¢ =+ 10 -+ t t ’
HH 1 - H o in ot A e
T T " ! T - e '}‘ T i
20 It Tr 100 L i [ 1 111 I =
T T 8 JOEE R i ) ! ;
; typ. 1 T + i1
A4 H - ! Gj A T { ]
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(courbe de transfert a VCE = 10 V)



GRESP Ny 44-Page 34

Ic T [ ' TT T :v T
(mA}_:.E—T‘ T ‘f v,'lF 25mA
16 l;/rv I 1 J;L‘J
i e S 1
: 1 —-—10ms = il N
1% 20mA N\ N N
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Caractéristiques de transfert a bas Réponse en fréquence.

niveau de tension VCE.

Ic 8 T T
(mA)* [ _
T Py - Valeurs typi —
T i aleurs ues
T (us) - , ypPIq H
) ! — S——— RL=1k07 ]
i ’ - i M
e s = ‘
6 [ BEEEPE xaill Ami —
PSilBEE: N - !
T H : N t t
5 €7 rrrt . 3 : '\ J] '% T
e — ———— AL=s000
| g |
1 | L 1 T
LTS : ‘ I I N
t}:v 255 -t ‘ - L \\\
BRSSP . e B! T 1
Seshasiins e RL=1000
ARSSuREEBESE 2 ——
H—HHH I —
SBS REE IR BRn 10 ! 1 T 1]
|| f L"',"%_—,‘.‘_,—: 1 ] - I I ‘{ % — VCC: 10 Vﬂ}:
[ Sespaanans 1 ‘ Tamp =25°C ]
anA Khaacy ‘ ‘ EEEs
N SEEIRESNAIE! 0 . o j I
0 10 20 10-1 1 Ic (mA) 10!
Caractéristiques de transfert a haut Temps de montée et de descente en fonction du courant collecteur.
niveau de tension VCE.
Tego, ton T T T T T T 1T 1T T 11
(pA) -
(ps) Ve =3V 4]
FJL131 4]
Vout I
0,5 - -+
AN
AN
\ o
y Tamb=25 °C
25 50 75 100 1,(C Oo 5 10 Ir (mA) 5

Courant d'obscurité en fonction de
la température de jonction. ton en fonction du courant direct.
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Courbes caractéristiques (suite)

Iceo

(vA) ;

-

10T

mi

A

100

)

Courant d’obscurité en fonction de

la température.

1c(TE ‘
Tc(To) ‘ ! *
e 1 S
IC(TO)=Vuleur typique a 25°C
L] S i TR LR SRR 1
|
]
2 f—— e e —
S R SR -
-\\\\
Ll R e = > \
- o ) \‘\
\
0,8
Vcg=10V
- - T - —]
IF=10mA
06p——1- 1
|

ol
~75 -50 -25 0 25 50

75

100 Tqmb(*C)

Courant collecteur en fonction de la

température ambiante.

Réf. 3201-

toft T -
I
(ps) %
. I
Tamb=25 °C EEEE ]
—1 Vee =5V N
10 - cc -1
p FJL131 a
/ _
/ Z Y ]
/ FJH131 out
/ l Vin il
5 ’ -
/ W=0,5 ps - -
F=10 kHz
56 00
I O O A O O A |
0 LT T >
0 5 10 15 20 IF(mA)
toff en fonction du courant direct.
Ptot —
(mW)— L
o
(e}
75 ®
\\\ <
AN <
()
e <
60/ EX
N )
50 N\ ®
Ns, )
N S/ %
o,KP %
v
\(5/\ \?:;
\\O\\ =
25 N -’e,C o
- p
’77;1/_ %a
N
N\
N
0 25 50 75 100 125 Tamb(°C)
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Puissance totale dissipée en fonction de la température ambiante.




photocoupleur

CNY 46

Haut transfert. Faible VCE sat
Compatible en transfert avec la logique TTL

Le CNY 46 est un photocoupleur constitué d'une diode électroluminescente en arsénium de gallium et d'un phototransis-
tor NPN en silicium.

Ce photocoupleur en boitier JEDEC TO-12, présente un haut transfert sous un faible VcEg ce qui le rend compatible avec les cir-
cuits logiques TTL.

Il peut étre utilisé avec un Vcgo de 50 volts.

Caractéristiques principales

IIEUE=10mMA ;VeE=T0V) oo min 03 V
VeEsat IC=3mMAIE=T0MA) oo max 04 V

(=46 MA IE= 15 MA) it max 04 V
B ¢ min 1000 V
tr(Ic=2mA;VCE=T10VetRL=100 0hmSs) . ...t typ 2 us
tflc=2mA;VCE=T0VetRL=1000hms) .. ..ttt typ 2 us
ICEO (VCE= 15V  IE = 0) ot e e e e max 100 nA

Brochage TO-12

(Dimensions en mm)

0,48 max

Emetteur
25.08

2 3 (*) Electrode reliée au boitier

Valeurs a ne pas dépasser (Limites absolues)

Coté diode électroluminescente

1 max 3 V
= max 30 mA
IERM (tp K30 0858 OM) oot max 200 mA
PrOt « v v ot e e e e e e e e e e max 50 mW
L R max 125 °C
1P IR T —55a+ 125°C
Coté phototransistor

Ve =0 I T T S T max 50 V
VEGQ  + v v v e e e et e e e e e e e e max 8 V
e S PP max 30 mA
o P max 80 mW
Tj .................................................................................... max 125 °C

Tstg .................................................................................. —55a+ 125°C
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Résistances thermiques
Cété diode

Coté phototransistor

Rth_j_a ................................................................................

Caractéristiques (Tamb = 25 °C)

GRESD oy 46 - Page 24

max
max

500 °C/W
150 °C/wW

max 1200 °C/W

min typ max
Diode électroluminescente
VEUE=T10mA) .. 1 1,2 1,5
VEUE=30mA) . ... 1,3 1.6
VEUERM = 200 MA) .. e 1,5
IRIVR=3V) 20
Clcapacitt aV=0;f=1MHz). ................... 50
Phototransistor
VIBR)ICEO(lc=0,1mA) ... ... .. ... ... . .. 50
VIBRIECOIC=01mA)........ . ... ... ....... 8
ICEO(VCE=5V). oo 3
ICEO(VCE=15V) . oo 10 100
IcCEO (VCE= 15V Tj=85°C).................... 10 100
Photocoupleur
I/IFE=10mA; Vcg=10V) ... ... .. ....... 0,3 0,6
VCEsat{lF=10mA lc=3mA) .................. 0,4
VCEsat IE=15mA Ic=46mA)................. . 0.4
VE(VCE=10V:Ic=10UA) ... 0.9 1
C(capacite V=0;f=1MHz) .................... 1,5
By tension de tenue (UTE NSC 93050).............. 1 000
R résistance d'isolement (V = 2 500V).............. 1080 10"
tr 1) 2
() 2

(1) alc=2mA, Vee = 10V, R = 100 (voir le montage ci-apres).

Montage de mesure

0V 470 a
o | ] + Vcc= 10V v
O,1PF
56 n —-»
—-»> A
-
479
Vout
7 4
’ 470
Courbes caractéristiques
/
1] TITTTI 1T 1 . T T I T
T S
r - et
I 200 1 17 +
(mA) [T 1 AT ans l_'l i
H - + + 1 - +
T 0 e T = pe==eeessee i
1] TT FTIT T ol leso ps i
[ TH {ﬁ RS l——— 10 ms ———» 4]
30 T ! 150 —TTT T
111 T T | L L]
1 i L typ 11
i IS . rt
| 558
20 100 FEHHHH- i
e : !
° T * T T T T Ny iNEE
Tamb + 25°C __1 I Tamb =25°C t__‘. B
H ] T A
o"l‘h'f T . Il 0: 11 :j- 1] H H - 14
0 0,5 1 VE (V) 0 0,5 1 VE (V)

HA
pF

nA
nA
@A

Il
J s
Vip ity =tg= 20 ns
ty= 30 us
f = 500 Hz
e T T T T AT T
ol T HTH RE:
j i IR .
S nE nanEE s S BRI S ot
Nl onasy sanpssussEsRSRE I
BSRS89 S Rl . ok
ey [ A - ‘f“ ey
Wb BEREER Lo T4
i bl ot B! T L
- RES - i -4
1 Tju T
PREN RSN : :
12 tor |5 B 11
DS S B
SEEEE DRSNS B
HRBNE i
SEESS o) g
10 JuS RS . -
,u_'r+ JNBII
B-Jf‘ %; ‘I*
EEERD B 1 + 1
R i i
. - ARES
M ks toofie
AT
44 DDV AN S B
] Lorrrtrt
‘BT
il ﬁl'll
A
! l.A. T t
SR SRR
NEZALIENI IR
0 5 10




Ic TR

(maf T T s 25ma
L
wHA ) L.
1] J*sous ]
H1 — 10 ms =~
1% , 20mA
[T s T
L/ 2T 1111
Y|
12 - d
it
[ T t T
I I i
10 - - 15mA
[~
- 1 s
HH -t
L8/ munnnne:
+ }
§ SEES SESEN S}
6 T . == - 10mA
[ ! | T
| SRSS NN bas: [ '
. i ¢
Ht A
RO B |
3.
24+ r 5mA
T $* H Tamp = 25°C T
SIS T Tamb = 697 T
j’( T*"TI' N es
0 i T T
0 2 4 6 8 10 Veg(V)

Caractéristiques de transfert & bas
niveau de tension VCE.

W‘ T
T lp=R2mA

»7* 80us

fe——10 ms*l - 6 mA
B 1
SRR

L + LZmA
Tt
40 50 Veg (V)
Caractéristiques de transfert a haut
niveau de tension VCE.

leeof =T
(pA)

} Tl
|ERRE RN

Ll

50 75 100 1,(°C
Courant d’obscurité en fonction de
la température de jonction.
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4
1 N
N N
10mA 010V °No N AN typ
08 | AN N AN
: N
2k0 N
| N\ N
R =100nH
i AN N RL
0,6} 470 . N
ro—— 1+ \
10pF \v c
N
0,4 \ \
AY \
1 \ \
) '\
02 R RL=1kQ R =500 0]
’ |
T 17
Tamb = 25°C
- . I
10 10! 102 F (kHz)

Réponse en fréquence.

S et s o O
Ky ~Valeurs typiques ————
(ps) Qeurs ypique : | ]

'";:' Y o { 1 kQ ]

*~~3ﬂRL 1000 |

- - BT SO ‘7:‘,%"’?45"‘.* - ,,VCC-10Vﬁ_
- — 74‘—7 — I’iw‘" Tqmb =25°CT
— ! F—— S ——— —
0 _ I [ [ A i [ 1 |
10-1 1 Ic (mA) 10!
Temps de montée et de descente en fonction du courant collecteur.
ton 4 T T T T T T 1T T 1 11
(vs) Vee =5V 4]
FJL131 4]
Vout _:
0,5 N -+
N
N
A T 25 °C
[ amb=
% 5 10 IF (mA) "5

ton en fonction du courant direct.
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Courbes caractéristiques (suite)

TceokE: :
(WA HH i H
T
1550
-t - i H
102 P e
ypique - HH H
=5V H A
-4 1 f iS4
1 A
10 SEs E==c|
1 B saisi
1 AT
, vl
FEEEEEEERY. :
1l . o
’ H
10! b ;
7 i §
A
14 1 } L
“‘ U HH 1 14 H
2l ] | ; :
10 pEsEssszzen EfEEgsEgEas
SHUEHT 3 gE8ssSsbas
ERSS SRASH FER0 sRREs ROBRRRARE
‘H‘ﬁl +4 ¢—+tu R BARES SRS
e s T
10-30_ i [ Ll 1[ |\| e
25 50 75 100 T,C)

Courant d’'obscurité en fonction de

la température.

Ic(T) 1
I1¢(To))
IC(TO):Vqleur typique a 25°C
177 U S W S S S
N B ——
12— e
T —
1) - -
TN
08
Veg=10v
L | - .
Ig=10mA
o} —1 ot e
0, >
“75 -50 -25 0 25 50 75 100 Tamp(‘C)

Courant collecteur en fonction de la
température ambiante.

GRESP v 46 -Pageaa

Loft
(ps)
Tamb=25°C —
- Ve =5V ]
0 ] I cc .
v 7
FJL131 ]
4 ]
T z Vout -
FJH 131
] / | Vin :j
W=05ps = .
F= 10 kHz
56 ()
y e
] L r
0 I HEEEREREERERRN [ 1)
0 5 10 15 20 IF(mA)
toff en fonction du courant direct.
Piot ] i I
ot L+ -+ J( §
(mw)r- o R R t—
l Lol o L
- EEEEEE N V.
75 ‘T AN — © N
EESESIAY T
N BEEEEE f
i o1 %
50 N L3
J N O,) ' )
- S N S D 1N SR S A W
] ‘ N o, %
1 ) o N
T N \(@ TINE T
NN T
25 NG \o,
—— - +— V. \o = e
] nE /})‘I/T ol
SN A O N O B o N Q
. L 1o O 1
T . \1\‘ 3i
i
0 25 50 75 100 125 Tamb(°C)

Puissance totale dissipée en fonction de la température ambiante.




photocoupleurs

CNY 47/CNY 47 A

Les CNY 47 et CNY 47 A sont des photocoupleurs constitués d'une diode électroluminescente et d'un phototransistor NPN
au silicium.

lls se caractérisent par un transfert en courant élevé, défini sous une tension de saturation trés faible ce qui les rend compa-
tibles avec les circuits logiques TTL et DTL, tout en assurant un isolement galvanique parfait.

TP T . . CNY 47 CNY 47 A

Caractéristiques principales

A

E e max 30 30 mv

VECEQ  rvrvom oo e e e e e max 30 30

| . o

-—C— (IF=10mMAVCE=04V) .. min 20 40 6

IF

By (Valeur créte BOHzZ) o oo min 2 800 2 800 V
Brochage
(dimensions en mm)

Récepteur (base, collecteur, émetteur)
AO C NC Diode (anode, cathode, non connectée)
[ | -
- _89max |

Valeurs a ne pas dépasser (Limites absolues)
Coté diode électroluminescente CNY 47 CNY 47 A
L max 3 3 \4
E e max 30 30 mA
IERM (tp < 1085 6K 0,1) o max 200 200 mA
Piot (Tamb < 25 °C) - vttt ettt e max 100 100 mW
TELG v e ot —55+ 150 —55+ 150 °C
T max 100 100 °C
Coté phototransistor
VEEQD +t v vve e o e et e max 30 30 \
VEBO s v vovem o e e e e max 50 50 \
VEBQ v v v v vmeee e e e e max 4 4 vV
L o max 30 30 mA
Piot (Tamb < 25°C) « e vntnene e et e e max 150 150 mwW
Tstg .................................................... —55+ 150 —55+ 150 °C 217
Tj ...................................................... max 100 100 °C
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Résistances thermiques

Coté diode

Rthjramb - cre v e max
Rth j-amb (le produit étant soudé sur circuitimprimé) ........... max

Céoté phototransistor

max

Tth j_amb ..............................................
max

Rth j-amb (le produit étant soudé sur circuitimprimé) ...........

Caractéristiques (Tj = 25°C)
Diode

VE@IE=T0MA) oo e
IREAVR= 3V oottt e

Phototransistor

VIBR)CEOUC=TmMA) -
VIBR)CBO (I =0, 1TmA) ...
VIBR)EBO(l =0, TmA) ...

ICEQOAVCE=T0V) ottt e
IcBO@VCB=10V) o

Photocoupleur (& Tamb)

IIF@IF=10MAVEE=04V) © o

I/IF@IF=10mMA ;VCE=5V) .
VCEsat(@IF=10mA;Ic=2mA) ... . .

@IF=10mMAIC=4 mMA)

CAV=0 :F=1MHz) ..o e e e e
BV (valeur créte BOHz) -+« o oo i i i e

Riso @V =4+ 5800 V) .o e

ton=toff* |=2mA;Veec=5V RL=100Q ........ i,
lc=4mA;Veec=5V ,RL=100Q ... .. .. i

* Circuit de mesure

Circuit de mesure

Ve Vcc

% Ve

Vs
Vs

50n RL

4

GRESP cNY 47/ONY 47 A-Page 2/12

90% 10%

CNY 47 CNY 47 A
750 750 °C/W
600 600 °C/W
500 500 °C/W
400 400 °C/W
CNY 47 CNY 47 A

typ 1,2 1,2 Y
max 1,5 1,5 \
max 100 100 uA
min 30 30 Y
min 50 50 Y
min 4 4 v
typ 5 5 nA
{ max 100 100 nA
max 20 20 nA
min 20 40 %
typ 30 60 %
min 20 40 %
typ 35 85 %
typ 0,2 \Y
{ max 0,4 \Y
typ 0,2 \Y
max 04 \%
typ 1 1 pF
min 2 800 2 800 V
min 10" 10" Q
typ 10" 10" 0
typ 3 us
typ 5 us



GRESD Y 47/CNY 474 - Page 3/12

Courbes caractéristiques

H 1 i I HEHH
T Lt o BE (mA) )
SHUH T s
A A . L o]
: : 200 —
L : B i - i ] ]
H L 1 1
Nt P [ b 1 i 1
| | | I T
R R I 1 w i = /
R RN SR ] I CITTTT 7 7
DU AR O e - ]
20— um
[ | T K 1] L] - 1 ]
SSSEREE typ -}/ max
i i 100
I i
F T
10
i
“
T I T
F bt : L ‘
1 i IR
TE£ L -t b f Tj25°C
Eeaatis i I /
1?& PR TS L /L I»r
T T ol SERENSNENE
ANRNIH iistisednstifaibidhssisibinta o T
[0} 05 1 15 VE (V) 05 1 15 2 VE(V)
Caractéristique directe courant tension Caractéristique directe courant tension
(en continu) (en pulse)
VF [ TP . VF
v) 11 ) g
14l L 11
i‘ ; et typ
13
o NN
T Ip-20mA B
bl g : Ig=30mA
1201 T
“Ig-10mA
il 1
T
LT 11
EE a
- — |
11 [ [ I
[ | )
A Vgp=—2mv/°C
t
I 1 L I
i sERRAN H SR AR i w
| T orb it il
-50 -25 0] +25 +50 +75 T (°C) -50 -25 (0] +25
Tension directe en fonction de la température de jonction. Tension directe en fonction de la température de jonction pour une

faible valeur de courant (60 microampéres).
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Courbes caractéristiques (suite)

IcBo
(nA)
T T
Ve =30V I
NERAENRY
10 #iVeg =20V 5= i
Tl T
Vg =10V -t
/ ST
| j 1H
P ‘ |
1 T +
I
BN 71T
= iaa
RN B! L
NN
T
01 B o e
/ | : 7,}7_' :‘
P
T T + T
|
001 ‘ ,
(o] 25 50 75 100 125 150 175 200 Tj (°C)

Courant d'obscurité collecteur base fonction de la température de

jonction.

Iceo
(nA)

SIS
L

H
it b
e .
r .
i | I Vcg=10V ]
j ; S
10 | SN ;
" - s T
il | i
0 25 50 75 100 125 10 W5 200 1 ()

Courant d'obscurité collecteur émetteur fonction de la température

de jonction.

ICEO T :
o) R 7 i
1()5
t 50 8 R 0 A O e e
0 0 S ¢ i 3 i
VCE =20V -
y Nge =10V |
a RN
10 f#NcEg=5V : ==
Vi T
/
- typ H
wﬁ as L L | 1 L
T 7 i 5 IEEEEESaS
J
u= / M-
T
10° i
S ll I‘ 1
1+t + o
I Lolisd
o \ e
10 / Ll
- “f
L[]

1
(o] 25 50 75 100 125 150 175 200 T (°C)

Courant d’obscurité collecteur émetteur fonction de la température

de jonction pour différentes valeurs de Vg

Vce
v)

80 —

60

40—

20

T
T

P

b ]

Rgg (k)

Tension maximum collecteur émetteur fonction de la résistance

base émetteur.
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'c”F,_,”ﬁ+a,,A.: | T -
SESansARERRREREE RRREEREREE
| T i e - J‘(ﬁ
L ; SERARESERERS:
3 | —
? ‘
typ
100

‘|F=10mA

‘ i
| ;
1 ! ‘ I ‘ i ‘ ‘ i [
10 | [ 1] ‘ i EEEEEE | L]
-50 -25 ) +25 +50 +75 Tamb ©C)

Variation du transfert en fonction de la température ambiante.

I
e o ¢ T
TT (mA)| ——- [BE
(mA) I
i 1 0V B
‘[ I T‘_ l i 5V i
v ‘ |
| /5" ‘
10 ! /W 10
— - — /é/vcpo.‘W; - —
e : T = % 1 ,A :// T ERE
‘ ‘ / 1
fr—r et f I T | T
il | /‘ ' | {
.l L
‘ ‘ typ | E
— 1 /i T — B
- — e
Fr e l ] T 7
T 'V"v ; ‘ 1 -
Tamb =25°C .
|
n [ 1]
L ol L
Ig=(mA) 1 10 IF (MA)
CNY 47 CNY 47 A

Caractéristiques de transfert en continu I/ I pour différentes valeurs de VCE.
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Courbes caractéristiques (suite)

Ic
I 81TTTTTT
(ma) ¢ ,,_ﬁ 1 P H
(mA) ] .
8 el 1] —
SENEEE BEEEEEE
7 Wl 1 ]
,_;, 1} } } T
6 12 [ SEEE S
| | |
] I DR
[H O
5 0l ]
‘ LT | IE<16mA
T 7 - — 1T
typ - B ] I i i
4 - lp<10mA 8 » :
L= ST
[] |1 — <‘ J 17 L l,, + ttlF-SmK—
— ‘ T -
3L1A ! 6 S T
, e T
I i [TT1 10T
[ 1L IF-6mA
2| f s s L eeoma
L ip=6mA - LT
= mmma SR REREEEE Tamb=25°C - |
I Tamp=25°C [ [T 1T b L ipaama
1 2
Ig=4mA — LT
s s EEENS
T I NpERNEEEEN F=2m.
I--2mA C |
o 4 [T
) 2 4 6 8 10 Veg(V) o 2 4 6 8 0 v w
CNY 47 CNY 47 A
Caractéristiques de transfert |c/VcE en continu pour des valeurs faibles de courant If.
o 2 <
(mA) 1 typ mA) [T T 111 T INNEN N
16 _liF-30m 32 ma SEEERANEE.
e {] typ T i
= 1T T IF=30mA L 1T
14 28 1 "J{' L 1
—{IF=25mA| ety /| A T
12 NN 24
[ — N
l' 20mA
10 [T/ N o 20
-l /1A
/ = Y
8l LIy b
/ |
1 iF«15mA i
= = 2
6 - - 12 » e
A [/ ol o
1 BEES I =10mA
4 - I:—"OmA 8 p—— j .
gme = P GSEesEEETRERIEERERRENE
an ] HTT SRR
2 : Tamb =25°C 4 : - . L
E=5mA L1 - R I=5mA |
[T T 11 m=25°C| © | | -
1 ] | \HaF“b‘,ﬁ#:j*‘
1T . 1 T T o ]
(o] 2 4 6 8 10 VCE (v) (o] 2 4 6 8 10 VCE (V)
CNY 47 CNY 47 A

Caractéristiques de transfert Ic/VcE en continu pour des courants Ig jusqu’'a 30 mA.
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Ic Ic
(mA) (mA)
10V
5v
10V 1v‘
5V i
v /vc5=o,4v
10 ' A/ _Ncg=04v| ] 10 - ‘ o ‘
77 1 ; e
V/ /4 ] N
7 - ; : 4
4 i/ il
I — | it ]
| ! 1 i
! ! I { !
typ ‘ | typ |
T f —f
i ‘ !
1 1 ‘ |
T o G
B ‘T’ + Tamb=25°C —
[ | | ton=50us L1
Tamb=25°C L toff=450us | = !
ton=50pus i i t
| toff-450 us f FHH
|
| |
o1 o1 |
1 10 Ig (mA) 1 10 IF (mA)
CNY 47 CNY 47 A

Caractéristiques de transfert |c/ | en pulsé pour différentes valeurs de VCE.

Ic e , -
; . - T
(mA) AR
5 E— ' s
.
-
]
| |
L1 i I ‘ L]
] -
| ‘YD‘ Lo
100 L L
. CNY47A ——r|
> —— CNY47
g i
7 P ‘
|
4 1
Vcg = 5V
ton =10ps
10 d= 0,1 o
7 Tamb=25C 1
7
/
/
1
10 100 IF(mA)

Caractéristiques de transfert |c/1F en pulsé.
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Courbes caractéristiques (suite)

(mA)

SSSESSSRRARRESCSSSRsses
1
T
[ [
35 | ! T
R o . Tamb:25“C
- 'lp 110 lton =5(5>g$
T it -4 S
30 \ ! —loff ) H
" Il It
B [ 1
25 1 j 1
,._F,% i :
|
; : u I -30mA
2007 ] ‘
. | [T
- : = Tl
N = I g -25mA
15[ e
7 | = ! [T
[ = L1 [ jip<20mA
] % L 11T
v ap== 11
- i 15mA
{ ] TTT1
Sty IF=10mA
’ I
I 5mA
117
o 2 4 6 8 10 Veg(V)
CNY 47
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 FTHTTITTT
A t § ot R O U e o
mA) L1 R B ]\ i Lo
et 4 Tamp=25°C + =1-30m
40~ ton =50ps g
toff -450ps . - -
- .o . P 1 ‘1 l t .
as[ 1l - i -
' Ip=25mA
|
lp=20mA
1
|
£=15mA
Sean
T
s T
Ig=5mA
]
RN
0 2 4 6 8 0 vee(v)
CNY 47 A

Caractéristiques de transfert |c/VCE en pulsé pour différentes valeurs de Ig.

|c T { 1
(hA) H |
e CNY47A
CNYA47
| / |
| !
10
1 /
! Vg OV
/ I Tamb=25°C
01 |
1 10 |F (mA)

Caractéristiques de transfert Ic/IF, le phototransistor de
sortie étant utilisé en photodiode.
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|
Ic g1 i C ' ol B S e e R AT
WA SRl wA) R e e
i ! ™ + Hig-20mA i 1F-25mAftl 1g-30mA)
S R . P - - + 1 110 T T
RS- FTTIIE=20mA 1 IE=25mA lIE=30mA | et /" H H
10 1 T -t 10° ‘ ) _~Tg15mA[ | [T 1g0mal]
— i |F=15mA'2_‘ 1 Vs T
- — T 2 Bl III 1 - % i 11
T IF=10mA []] ] / H tH
- — ,Fr TT 117 | Ig:5mA
RN [ 11 1
IF:=5mA /
10° ; J b = 10° .
s 7 g i Fre
7 / 73] T
M1 i f / T T H - B f’ | | { 1
| ] !U i N Bt | T‘ | ‘ [ L
N L // typ ‘ i ) I typ | 1 l
10 bt - L e 10 oAl : bt
A i e = T 7 H ST
- - J I
/i8] 17 / M
fi ! I i
{ i\ 4
1 =T | Vep:=5V
| CE*
il i
1 : —+ e 10 Tamb:25°C ==
] ! / i VCE=5V 5 I
H Tamb:25°C ]
I IR [ I
1 2 3 0 ) 1 1 4
1 10 10 10 10 Rpg k0 1 10 102 10° 10 Rgg (ka)
CNY 47 CNY 47 A
Courant collecteur en fonction de la résistance base émetteur pour différentes valeurs de If.
VCE L TTTTTTT T
sat - S
(mV) [ 1‘ ‘ L
400[ || !
. —
ic T ‘. : T
(%) - . 1o
L 3 N e P . [
AN SR Y7 2N N S AU O I A
I N
\‘\ Ri:-kn \EL'wOQ_, T - ‘ ]
. S . G
N Eas o fos
| ANVEEN . ]
vp N j ]
10 2 N - IR
\ 200 o [t
. e —— [ —t 4. b EEE R 4o - 4‘7
L _t_ﬁj AT 1 + }- I ]
A I ' B el IR R
] il Ig=10mA N | A T
J f | / Vce:10V rTT7]1:CNY 47 ! 7 ‘ B O A T
[ | Tamb' 25°C 2:CNY 47A }r + ‘ } ;- : I - T ¥ A J; f
AR i g
; 1
LI ERnE l'F=1|°"‘A Pt
1 10 100 f(kHz) H © | CNY47:1.-2mA(L:03aV._-04V) ]
C i CE N
Bande passante pour différentes valeurs de la résistance en charge 1| CNY47A: lg-4mA (E:O,eé Vg =04V) L]
du phototransistor. T ]
P 0 T T TP T T TP TTTTTT
-50 -25 (o] +25 +50

5 Tamb (°C)

Variation de la tension de saturation en fonction de la température
ambiante.
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Courbes caractéristiques (suite)
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VCE IS ‘ VCE :
sat ,’ ,if ! sat
) /9 ‘ )
/il 11
o1|lp= 2mA
o Iz 4mA
I 6mA
IF= 8mA
= ! I Ip=10mA_N]
: L IF =15mA RS
1F=30mA Tamb=257C IF=20mA [ amb~25°C
001 e ‘ 001|Ig=25mA_;
e 1 T |F=30mA/:" TI1T
1 1
| | i | |
T ‘
- O [
0001 I ‘ 0001 |
0,01 o1 1 10 Ic (mA) 001 Ic (mA)
CNY 47 CNY 47 A
Tension de saturation fonction du courant | pour différentes valeurs de If.
v _ Vce
CE sat ; BN N S S
E(sva) C sat. b ——F— b .
Cod V) [ — 1 L-
i - | -
T F -
| , \;\ )
| \\"\
01 ' 03]
i ! =
E Thn
i * 1 17
| ‘ ‘
001 ‘ 0,01 BRI [
o1 1 10 Ic (mA) 01 1 10 Ic(mA)
CNY 47 CNY 47 A
Tension de saturation en fonction du courant collecteur pour différentes valeurs de If/Ic.
t e ‘ e t : A
(us) R o oy et ! ) -
i | on Vet — “typ - ] {on Veeslov 1 !
; | —t — Tamb-25°c . " — “Tamb:25°C
: ———— 1
; I Z L
R e e “RLkn
e RLdkn -
T RLaka ] — e
T RLAkQ ]
B 1 - RLs5000 ——
'RL-5000 sk
feefe o RLeS000_ - —
S \ RL'1°0°“ - :
! N —
; e RL,1oom + 17
0 — T 0 P~ |
o1 1 Ic (mA) 01 1 Ic (mA)
CNY 47 CNY 47 A

ton et ty en fonction du courant collecteur pour différentes valeurs de la résistance de charge.
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t . — — t ‘ ‘ . .
(us) T T { T I T i R (us) i : | I : .v 10 I I
i S torr . Vecsov T R B I ton  VecOV
SR Jﬁ L] 2 i ppe25°C o /== ty © Tambs25°C |
I VT T i N BT N i 1 R K L
,L- I | ! E S T S .
I~ i typ | - o o
1003 ~ ! i RL-1kn
L - = “RL-1kO

CNY 47

CNY 47 A

toff et tf fonction du courant collecteur pour différentes valeurs de la résistance de charge.

Cpc | i Hﬁ T s e
t 1
(pF) i P ——111HH
o B 1T
1 IR I
s ! _— —
typ I
|
10+ -
]
| | LL i
i ‘ Tamb=25°C
| ’ f=1MHz
1 | ! 5
1 1
o1 Veg(V)
Capacité base collecteur fonction de la tension V¢cpg.
Ptot Ptot
(mw) (mw) 4
\
g 3
\ °
(O
%
100 o 100 ” ,%
N N, ¥
\% AN \&,
& 8 KX
C A 2
2, o, o
¢, N\&
N L 1\2
o& T
\\"O
5,1
g
S,
50 50 \? f
] 2. I\
‘%’o{ \
o
Nz
\\
N\
N
\ N
s} 25 50 75 Tamb (°C) o 25 50 75 Tamb (°C)

Puissance totale dissipée permise fonction de la température am-

Puissance totale dissipée permise fonction de la température
biante, le produit étant soudé sur le circuit imprimé.
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photocoupleur

CNY 48

Le CNY 48 est un photocoupleur constitué d’'une diode électroluminescente a I'arséniure de gallium et d'un phototransistor

darlington NPN au silicium.

Il se caractérise par un transfert en courant élevé, défini sous une tension de saturation tres faible, ce qui le rend compatible

avec les circuits logiques TTL et DTL, tout en assurant un isolement galvanique parfait.

Caractéristiques principales

E e e e e e e max 60 mA
AN ol =10 T S S PP max 30 V
ICUE=10mA  VCE= T V) L e min 60 mA
By (1 mnabBO HZ) ..o e e e min 1500 Vgt
Brochage SOT 90
(Dimensions en mm)
| 8,3max
= o
E _\E
['e] | ] | w\
o\ | ; ]S
AL A e
! | !
| | l o
A N
' ! ‘
— ™
B C E
p C NC
L_I&é maxL_'
Valeurs a ne pas dépasser (Limites absolues)
COTE DIODE ELECTROLUMINESCENTE
Courants
S R max 60 mA
IFRM (Picpendant 10usaf=300Hz)..... ... i max 3000 mA
Tensions
1Y~ T T max 3 \%
Puissance
Piot (Tamb < 25 0C) ot e s max 100 mw
Températures
L I —65a+ 150 °C
i —b55a+ 150 °C 229
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COTE PHOTOTRANSISTOR
Courants

Puissance
Ptot (Tamb < 25 OC) ...........................................................

Températures

Résistances thermiques

DIODES ELECTROLUMINESCENTES

Rth j-amb R T T T PP
Rth j-amb (Produit soudé sur circuitimprimé) . ............... . ... .. L o il

PHOTOTRANSISTOR

Rt jramb - - o v e
Rth j-amb (le produit soudé sur circuitimprimé) ........ ... ... ... .. ... ...

Caractéristiques (TJ- = 25° Q)

DIODE
VEUE = 10 MA) . ottt et e e s

LR VR = 3 V) o ettt e e e e e
Ci(VF=0;f=1 MHZ) ottt e e

PHOTOTRANSISTOR DARLINGTON

VIBR) CEO (IC=TMA) .o e s
VIBR)CBO (IC=0,TMA) ... i e
VIBR)EBO (IE=0,T MA). . .o e
ICEO (VCE= TO V)t o e e

PHOTOCOUPLEUR

Ic/IF E=10mMA  VCE= T V) i e
VeEsat IE= B mMA 1= 10 mMA) . e e
VeEsat IFE= 10 mMA Ic=60mMA) ..o e

C capacité entrée-sortie (V=0 ;F=1MHz) ...... ... . ... . . i ...
BY (50 HZ) « v v e ettt et e e e e e e e e e
Riso (V= 1500 V COMTINUY -+ttt ettt ettt e et et et et e e e e e

Temps de commutation
(lc=10mA;Vcc=10V ;R =100 Q)

Circuits de mesure

Ve Vcc

- PR I

|
|
Vs { 90% 10%
Vs

50n RL

mA
mA

mW

°C
°C

°C/W
°C/W

°C/wW
°C/W

1,2V
1,5 V
10 pA

pF

nA

%

08 V

\
p F
Vett
Q

50 us
35 us




@ CNY 48 - Page 3/8

Courbes caractéristiques

1
F T F T
(mAY mual (mA) HH
t )
50 200
40
Frrr o A e
30 nEN EESESEEEEEN
FEaT W
100 N ]
mEEeEN EENEEEEN
44 —t bt ot S ot T :_
20 r m
S L —~+ S -
- O ton = 100 ps
SEE| .. __‘ Tl =25°C T togf = 900 ps
HE T.=T,0p = 25°C
SR +H ]
- 1] 1] T
0.5 15 VE 0 05 1 1.5 VE (V)
EN CONTINU . X i EN IMPULSIONS
Courant typique en fonction de la tension
directe.
v v
FIOTT [T T 1117 FI [T 1]
v T H‘H, ] ) 1]
! T
N 4 A S bt — R IS S -
11 ! Y 1.4 ! y p 5
—— At
T N 1T INEEERNENE
I N ]
N
[ 1.3 NN
\ N\
N N T
\ N N 11
ANIEAN N
Y N,
N
0s \ 2 L N g = 30mA
' N ' AN NN p-20ma][ [
[ AN AN [T
\\ \\ N IF = 10 mA
HE N AN N
N NG
\\
g =5mA C N
0.8 11
N
\\ ™
If = 50 pA N
5|
i
0.7 1 1 I
-50 -25 0 % 50 75 T °C) -50 -25 0 25 50 75 Tj °C)

Tension directe typique en fonction de la tem-
pérature de jonction.
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Courbes caractéristiques (suite)

'cen ‘cen TR =
(nA) (nA) T TTTT
T | T
[ i 4000
v [ Vee=104
tys L 1l AL
7 Veg=5V
/
102 7[ 104 / /
7 1
/
V.
/ 4
/- Vi
103
/
11 Y !
/ ! L
10! / 102 ( / / I
7 i HA
/ = ViV duaha
v l ————— -
I 1 10! /
Tamb =25 FEEE S5
r—JJ—’— - M
[ jiin
100 100 igL
1 10 Veg (V) 0 3 50 75 0 T;(°C)
Courant d’'obscurité typique en fonction de la Courant d’obscurité collecteur-émetteur en
tension collecteur-émetteur. fonction de la température de jonction.
'ceo % T
(nA) —i“ RN 74l
__ 1T A
typ
veg=20v | / A
[ /] 4
Vce = 10V ,/ /
4 4
/] Vel
/ Veg = 5V
; Ay, cB
4 A
Y, 4
4 4
y. /|
/ //
ALY
"4 4
/
A1/
A1/ 1/
0.1 L
Yy
y.
L/
4 y
‘4
'l/
//
A
0,01
25 50 75 T ()
Courant d’obscurité collecteur-base en fonction
de la température de jonction.
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e L]
(mA) (pA)
/I
pd
typ typ 4/
Ve =10V
)/l(/cgsv
100 . : Ve 10
77 |
/.
!/ /
[A/ '/
/7/
J Ve 0.8V

/ Tamb=25°/C =0

4
1 01
1 10 g (mA) 1 10 I (mA)
Courant typique collecteur en fonction du cou- Courant typique base en fonction du courant
rant direct. direct.
'c TT 'c 117
(mA) 1111 (mA) ] J[Hﬂ
RN [ 1
160 ty _{ 160! t p
/ 1
I .
140 14
Al =10mA ] lp=6mA [
v il
Ig= 10 mA
120 120 7 M
e / L1 =5mA
A
P y,
P = 150 mW 4 P =
100 " 100 150'“', / 4
) / 1 ..
x Y
N\, \ |, ‘4
L~ 1= 6 mA I S
80 2NN - v St - ama
Nl I =5 mA =
1 .
- I HEEEEREEE JLA T\ 3
= T
60 . g =4mA 60 LAY
SEERESEREAR A =
I m
I \ _H] -3
I =3mA 40 -
40 p—— I3 m = N
] N
[T X C
" e =2mA BT T i = 2mA
TTT] 213 LT
4 T
.’ g =1mA [T = 25°C Tamb=25°C
TITTITTTT Ll I
0 05 1 15 25 Vgl 0 [ 0 Ve (V)

Caractéristiques typiques de transfert.
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Courbes caractéristiques (suite)

Ve sat 1] c T
v 1] (mA) |
1 [
t t
1 |y 100 lT
I |
T
T a0
- 90
T~
—— !
0.9 T~ - 20 - Ig = 10mA
 — |
=
AN 1g=10mA ||
1~=60mA |}
C 20l 1
\\
N
0.8 60
frt —
B N ]
AN - r N
'F =5mA N N
N 59 D
N
q
~
0.7 40
Veg =1V
Ip=5mA
Ic=10mA[ ] 2
0.6 1 20
-50 -25 25 75 Tamb(°C) -50 -25 0 25 50 75 Tamp (°C)
Tension de saturation typique collecteur-émet- Courant collecteur typique en fonction de la
teur en fonction de la température ambiante. température ambiante.
'C —
(uh)
7
H A
f T3 HHH
3 / y
typ ( L
? /
I
Cc 1 |
(%) l{
¢ {
\ !’; ] »
/
typ NG 3 7
\\ 2 /
N 3 /]
N ) / f
10 N 8 7 17
7 vars ] I I
6 I
3 TF=10mA I
H BT / I
Vee = 5V i I /
Ic =50 mA 2 TF-5mAl 4 1
Re = 50Q I 2
Tamb = 25°C 1%2 1 A!~
1
TF =3 mA|
‘ /
==
1 a1
102 103 104 f (Hz) 3 IF = 2 mA| p' /
Courant collecteur typique en fonction de la 2
fréquence. /
10! /!
‘% "_L= 1 m,
5
] Veg= 5V
3 T o mb =25°C
2
1
10 2 3 456789102 2 3456789103 2 3 456789104 2 3 456789105 2 Rge (K

Courant collecteur typique en fonction de la
résistance base-émetteur.
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VCE sat

v

typ
/

4
77
7 -
/ ——

] s
=60 R Tanp=25 ||
F =40 mA— F=50mA +7

1 il ic (mA)

Tension de saturation collecteur-émetteur typique en fonction du

courant collecteur pour différentes valeurs de IF.

Y4
(ps)
typ
103
102 \\
R RL=1kQ
N
~N
~
g
S [RL= 5000
\\\ Vec10v
T, | =250
\\ amb=25°C
—~ L]
i TR, - 1000
1 10 1c (mA)

Temps de retard & la montée en fonction du

courant collecteur.
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VCE sat
v
typ
-
L
1 7
Wl
Wl
AL
p s
,4
7~ A
6 A
5 ot
— —_
2
—
I _ 4 b
I Tamb =25°C|_|_|
0.6

1 10 ic (mA)

Tension de saturation collecteur-émetteur typique en fonction du

e C
courant collecteur pour différentes valeurs de—.

IF

‘l

(ps) 1T
typ
10°
—
~LJ | |r =1kq
o
\\
N
\\___‘ Ry = 5009
107
N
SN
B
RL = 1000
i Veg=10v
Tomb=25°G
10
1 10 1c (mA)

Temps de montée en fonction du courant
collecteur.
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Courbes caractéristiques (suite)

s
(ps)
typ
|
102
10
R =1kQ
R, = 500 R, =100Q
B Vee=10v
Tamb=25°C |
1
1 10 I'c (mA

Temps de retard a la descente en fonction du
courant collecteur.

]
{ps)
typ
103
\\
R = 1kQ
\\\
102 —
R = 50000
\‘
I~ el
‘ ]&:1009
T 1T
Vee=10v | |||
Tamb =25°C
bt 10 Ic (mA)

Temps de descente en fonction du courant

collecteur.
nax
P ot
cy (mW)
e
(L0 —
t
100
\\~~
Tamb=25°
\\ 1= TMHZ|
\
s T W 1
0 25 50 75 Tamb (°C)

Capacité de sortie typique en fonction de la
tension collecteur-base.

DAE 209N

Puissance totale dissipée permise en fonction
de la température ambiante.




des photocoupleurs en relais,

note d’applications
principe et utilisation

ONA 101

recepteurs de ligne,
dans les systemes logiques, etc...

Les notes d’applications sont destinées a donner des exemples pratiques de réalisations utilisant les semi-
conducteurs “R.T.C.”. Elles comprennent des schémas avec valeurs des éléments (1) et des explications
succinctes mais suffisantes pour la bonne compréhension des circuits et la réalisation des montages. Les
notes d‘applications ont un caractére essentiellement pratique et ne comportent presque pas d’exposés

théoriques.

Elles ont pour but d’aider les techniciens a résoudre leurs problémes, en les faisant bénéficier de I'expé-
rience de nos laboratoires de développement et d’applications.

(1) Certains composants sont a titre indicatif définis par des numéros de code; ce qui n'entraine pas forcément la possibilité de fourniture

des éléments considérés.

Dans un méme boitier, I'association
d’'un émetteur d’énergie et d'un
récepteur adapté permet de véhicu-
ler une information avec un isole-
ment galvanique parfait et une
rétroaction nulle.

Ce dispositif, baptisé photocoupleur,
dont de nombreuses applications ont
été décrites dans ces colonnes, fait
l'objet de la présente étude proposée
par RTC; aprés une large descrip-
tion de ces composants, ['auteur
traite plus particulierement des pro-
blemes rencontrés lors de leur adap-
tation a différents équipements élec-
troniques.

INTRODUCTION

Nous ne parlerons ici que des photoco-
coupleurs constitués par une diode électro-
luminescente a 1’arséniure de gallium et
par un récepteur a base de silicium, ceux-ci
devant s’imposer par leur faible cout de
revient propre a tous les produits pouvant
s’industrialiser selon les techniques mises
au point pour I'obtention des semiconduc-
teurs.

Quelles sont les fonctions pouvant étre assu-
meées par ce nouveau produit ? Tout d’abord,
la fonction relais : en assurant isolement,
il peut étre employé en logique ou en com-
mutation ; ensuite la fonction transforma-
teur, en assurant, la encore, I'isolement
et la possibilité de transmettre un signal
analogique. Enfin, le fait que la composante
continue soit restituée au secondaire (il
marque un avantage sur le transformateur),
rappelle la fonction assumée par I'amplifi-
cateur magnétique.

11 fallait faire un choix entre les différentes
propriétés offertes par le photocoupleur en
fonction des possibilités initiales du pro-
duit et du marché.

Tous les constructeurs, dans un premier
temps, ont opté pour la fonction relais, la
fonction analogique pouvant étre sérieuse-
ment envisagée aujourd’hui grace aux
études et aux progrés réalisés pour mener

a bien ce que la premiére option imposait.

LE PHOTOCOUPLEUR -
RELAIS

Quatre grandes familles de relais existent
actuellement :

@ Les relais électromécaniques classiques;
® Les relais reed;

® Les relais hybrides (électromécani-
que + électronique):

® Les relais statiques.

Dans chaque famille, des centaines, voire
des milliers de modéles existent; les puis-
sances mises en jeu vont de 50 W a pres-
qu’un watt au primaire et de quelques cen-
taines de volts-ampéres a plusieurs
dizaines de kilovolts-ampéres au secondaire.
En plus de cette distinction basée sur la
puissance commutée comparée a la puis-
sance commutante, il faut ajouter celle
venant de la fonction et distinguer ainsi
les relais de mesure (a seuil, de phase etc.)
des relais tout ou rien (instantanés, tempo-
risés, a séquences).

Il n’est donc pas raisonnable de parler de
remplacement pur et simple du relais par le
photocoupleur, il va falloir, la encore, choi-
sir le créneau susceptible d’étre occupe en
premier par un produit optoélectronique
compétitif dés le départ. Ce créneau se pré-
sente dans ’automatisme industriel, secteur
évoluant trés rapidement pour tendre a
s’organiser autour d’un calculateur indus-
triel ayant un programme mémorisé lui per-
mettant. cn fonction des informations
collectées, d'assurer des fonctions de sur-
veillance, de régulation, d’asservissement.
Le préléevement de I'information se fait sou-
vent assez loin de I'unité de centralisation
et cela, dans des milieux trés perturbés
électriquement. Le probléeme de la protec-
tion contre les courants parasites crées, soit
par des masses a des potentiels différents,
soit par des champs magnétiques ou électri-
ques, se pose donc constamment.

Jusqu’a l'apparition du photocoupleur, le
probleme de la protection de la partie logi-
que contre 'environnement industriel était
résolu par 'emploi de relais électromécani-
ques pour les commutations a fréquences
trés bassc~. de relais reed pour des fréquen-
ces un peu plus élevées, de transformateurs
ou d’oscillateurs pour les fréquences supé-
rieures a 1000 Hz.

Tous ces systemes, comme le photocoupleur,
assurent le découplage galvanique et
annulent donc les parasites créés par les
retours de masse. Aucun de ces systémes,
méme le photocoupleur, ne protége la par-
tie logique lors de ’apparition d’un courant
induit dans la ligne alimentant lc primaire
de ces éléments: il faut donc toujours re-
courir aux systémes classiques : insertion
d'une constante de temps sur la ligne ou
insertion d’un seuil ou emploi d’un cible
blindé avec impédance caractéristique
définie ou non suivant la longueur de la
ligne etc.

Le photocoupleur apparait comme un élé-
ment beaucoup plus simple comparé au
transformateur ou a l'oscillateur et doit
donc les remplacer (fig. | et 2). Le duel pho-
tocoupleur-relais est plus serré car le relais
est considéré comme compétitif quant au
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prix ; il comporte en outre plusieurs contacts,
sa résistance de contact est trés faible et
donc sa chute de tension trés faible égale-
ment. Enfin, il est bien connu et de mainte-
nance aisée.

Cependant, le relais est réputé pour son
manque de fiabilit¢ (10° manceuvres en
moyenne), il n’est pas rapide, il est volumi-
neux, lourd, bruyant, il est sensible aux
vibrations, présente une hystérésis impor-
tante, est sujet aux rebondissements et est
générateur de parasites. Le relais reed,
néanmoins, apporte des améliorations non
négligeables mais devient moins compétitif
quant au prix.

CARACTERISTIQUE
DES PHOTOCOUPLEURS

Les qualités des photocoupleurs sont
(tableau I) un prix compétitif, un tres faible
encombrement, trés faible poids, une fre-
quence de commutation élevée, un retard
trés faible, une auto-induction nulle (donc
pas d’émission de parasites), une grande
dynamique du courant d’entrée, une excel-
lente tenue aux chocs, une grande fiabilite,
et une compatibilité avec différentes familles
de circuits logiques (en particulier, TTL).

Caractéristiques
d’un photocoupleur idéal

Elles peuvent étre définies de la maniére
suivante :

® Transfert Ic/IF le plus élevé possible.
@ Isolement élevé.

® Bonne linéarité pour une excursion
importante du courant primaire.

® Fréquence de  fonctionnement élevée,
® Tension de déchet en sortie (VCE satj
trés faible pour simultanément Ic le plus
élevé possible et IF le plus faible possible.
@ Taux de réjection élevé.

Caractéristiques fondamentales

Dans le cas d’une utilisation en commuta-
tion, les caractéristiques principales a rete-
nir sont les suivantes :

@® Transfert.

@ Tension de saturation,

@® Tension de tenue (isolement).
® Temps de réponse.

D’une maniére générale, la connaissance
acquise en ce qui concerne les diodes émis-
sives et les phototransistors (donc les tran-
sistors) s’applique évidemment aux photo-
coupleurs. C’est ainsi que le transfert et la
tension de saturation doivent étre spécifiés
pour une température ambiante donnée, un
courant dans la diode et une tension VCE du
phototransistor donnés.

Par exemple, dans le cas des CNY 23 et
CNY 43, 0n a a 25°C amb. : Ic » 4 mA
sous VCE € 0,4 V a IF = 8 mA. Le trans-
fert baisse légérement lorsque la tempéra-
ture ambiante augmente ou lorsque le cou-
rant dans la diode atteint des valeurs faibles
(2 mA par exemple). De méme, la tension de
saturation augmente lorsque la température
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1. — Circuit a transformateur restituant la composante continue.
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2. — Montage équivalent au précédent et employant un photocoupleur en
interface avec deux portes logiques TTL.
3. — Attaque de la diode émissive d’'un photocoupleur par un élément TTL.

Niveau haut en entree

EERE:
® ®

Niveau bas en entree

4. — Commande d’une porte logique TTL a niveau haut d’entrée par un
photocoupleur.
5. — Commande d’une porte TTL a niveau bas en entrée par un photo-
coupleur.

»

Tableau 1. — Caractéristiques principales des photocoupleurs standards R T C

Transfert min. | VCEOmax | Tensionde test Base T‘;’“Ps
Appellation - a - e
alr=8mA V) valeur créte sortie montée
(et Vce=0,4V) (Va 50 Hz)
CNY 22 25% 50 4 000 oui 3
CNY 23 50% 30 2 800 oui 3
CNY 42 25% 50 4 000 non 3
CNY 43 50% 30 2 800 non 3
Transfert min. Tension de test
alF=10 mA (Volts continus)
et VceE=0,4V
CNY 44 30% 50 1 000 non 2
CNY 46 30% 35 1 000 non 2

*

Tableau II. — Courants dans la diode photo-émissive en fonction de la résistance de charge
lors de la commande d’un photocoupleur par une porte logique TTL

charge F min : F moyen ! F max

Q) (mA) (mA) (mA)
240 10,90 15 18,65
270 9,70 13,35 16,60
330 7.90 10,90 13,50
390 6,70 9,25 12,15
470 5,80 7,65 9,30




ASSOCIATION
PHOTOCOUPLEUR-
LOGIQUE TTL

Attaque “de la diode émissive
par un élément TTL

Le montage est celui de la figure 3. La
sortie de la TTL étant au niveau bas, on
définit le courant dans la diode émissive
par la relation Ir = (Vcc — VF — VQL)/R.

On sait que le niveau bas de la TTL
(VQL < 0.4 V) est garanti pour un courant
IoL ¢ 16 mA. En tenant compte d’une
tension Vcc comprise entre 4,75 et 5,25 V,
d’une tension VF comprise entre 1 et 1,6 V,
d’une tolérance de + 5% de la résistance
de charge, le courant dans la diode est
donné dans le tableau II en fonction de la
résistance de charge choisie. Une résistance
de charge R égale a 390 ou 470 Q est recom-
mandée suivant le type du photocoupleur.
Lorsque la sortie de la TTL est au niveau
haut, la diode électroluminescente n’est pas
alimentée.

Attaque d’une porte TTL
par un photocoupleur

On doit satisfaire, dans le cas d’un niveau
bas entrée (VG < 0,8 V), un courant sortant
maximal de 1,6 mA.

Dans le cas d'un niveau haut en entrée
(VG > 2,4 V), le courant entrant peut attein-
dre 40 uA (fig. 4 et 5).

Du fait des courants ICEO (courant d’obscu-
rité du phototransistor) et IGH, il est néces-
saire, si I’on veut respecter le niveau haut en
tension, d’insérer une résistance R entre
le + Vcc et l'entrée de la porte. On a :
R = (Vcc min — VGH)/(ICEO max + IGH)
= (4,75 — 2,4)/(40.10°% + 10.10°%) =
47k, en prenant ICEO max =10 uA a 75°C
amb. Signalons cependant que cette résis-
tance n’est pas absolument nécessaire,
n’ajoutant en pratique yu’une plus grande
immunité au bruit; elle modifie également
les temps de réponse du photocoupleur.

En prenant R = 47 kQ, on a : Ic = IoL +
(Vcc max — VCE min)/R = 1,6.10-3 +
(5,25 — 0,1)/47.107% = 1,7 mA. C’est donc
le courant maximal que doit fournir le
photocoupleur lors de ’emploi d’une résis-
tance de 47 k(2. Dans la pratique, un VCE
de 0,4 V est parfaitement acceptable (niveau
bas en entrée 0,8 V). Ces deux valeurs
(0,4 V et 1,7 mA) définissent ce qui est
demandé au photocoupleur a 25°C coté
phototransistor. En prenant un produit
comme le CNY 43 ayant un transfert mini-
mal de 50 %, le courant requis par la diode
pourrait donc étre trés faible. Cependant,
le transfert se modifiant et baissant légére-
ment dans le temps, nous nous baserons sur
le fait qu’apres une durée de vie de 50000
heures, il prend une valeur égale a la moitié
de sa valeur initiale. De plus, pour assurer la
fonction jusqu’a 75°C par exemple, il faut
tenir compte d’une décroissance de 10%.
Ainsi, le transfert initial ne sera pas consi-
déré comme étant de 50% mais de
0,5 x 0,5 x 0,9 = 22,5 soit 20% au mini-
mum.

Dans ces conditions, le courant IF recom-
mandé pour attaquer une porte TTL a I’aide
du CNY 43 serade : 1,7 mA/0,2 = 8,5mA.
On voit que la comptabilité en transfert
lors d’une liaison TTL a TTL est parfaite-
ment assurée en employant un CNY 43
ou un CNY 23; dans ce cas, la résistance
de charge en série avec la diode électrolu-
minescente est de 390 Q.

Exemple d’interface TTL-TTL

La figure 6 montre une réalisation compacte
grace a 'emploi de deux sextuples inverseurs

6 x CNY 43

L FJH 241/74-04
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(FJH 241); 6 bits peuvent étre ainsi trans-
mis, chaque bit passant par un photocou-
pleur assurant le découplage entre les deux
systémes. Malgré les temps de réponse des
photocoupleurs ne correspondant pas aux
normes de la TTL, un découplage capacitif
entre le + Vcc pris a l'arrivée sur le circuit
intégré et le moins’ évite toute oscillation.
Pour une plus grande siret¢ d’emploi, il
faut inhiber I’entrée de chaque porte et
I’interroger apres établissement du courant
Ic du photocoupleur.

On peut évidemment employer un trigger
tel le FJL 131 comme le montre la figure 7.
La forme du signal de sortie est alors nette-
ment améliorée en tr et ¢f.

JOUUJU

4
~k_ >
S
FJH 241/74-04 Sortres

®

6. — Exemple d’interfuce TTL-TTL par Pemploi de photocoupleurs et
de deux sextuples inverseurs.

+5V

FJL 131/74-13

FJH
241/74-04

7. — Autre exemple d’interface TTL-TTL avec photocoupleurs et triggers.

8. — Montage permettant de mesurer la réponse en fréquence du systéeme

photocoupleur - entrée TTL.

239



240

REPONSE EN FREQUENCE
DU SYSTEME
PHOTOCOUPLEUR -
ENTREE TTL

Les essais ont été faits a partir du montage
représenté figure 8. Les temps de réponse du
signal VQ en sortie sont donnés dans le
tableau III en fonction des valeurs prises
par IF et par R. Signalons, si besoin est,
que les temps de réponse du photocoupleur
dépendent avant tout du phototransistor, la
diode émissive ayant une réponse trés rapide.

Ces temps de réponse se modifient légére-
ment en fonction du transfert du photo-
coupleur; ainsi, pour un ensemble donné,
td et ts peuvent varier de 1,4 a 0,6 us pour
un photocoupleur ayant un transfert variant
de 0,5 a 1; pour cette méme variation de
transfert, ¢r et ¢/ ne changent pratiquement
pas.

Lors de I’association d’une porte TTL et
d’un photocoupleur, d’une maniére générale,
pour une résistance de charge donnée, les
td, tr, tf du signal de sortie diminuent et le
ts augmente lorsque IF croit.

Pour un courant Ir donné lorsque la résis-
tance R décroit, ts et ¢/ diminuent nettement
tandis que td et tr augmentent légérement.
C’est donc un moyen pour augmenter la
fréequence de commutation. Avec une résis-
tance R de 1 k€, il est possible de commuter
a une fréquence de 125 kHz. Toutefois, on
est limité par le fait qu’une grande partie de
I’énergie est gaspillée dans la résistance
R. De plus, dans le cas d’une liaison TTL-
TTL, a moins d’utiliser une porte de puis-
sance, il n’est pas possible d’alimenter la
diode EL sous plus de 15 mA. Il est donc
préférable, dans le cas ou I'on veut augmen-
ter la fréquence de commutation, d’attaquer
par le photocoupleur un systéme discret en
faisant en sorte que celui-ci en sortie réponde
aux normes de la TTL.

La réalisation proposée (fig. 9) permet, pour
RC = 1200 (2 et en réglant r pour avoir
td = ts, d’atteindre une fréquence de commu-
tation de S00 kHz. Sans réglage de r, la
fréquence de commutation est de 200 kHz.
Pour les fréquences plus élevées, nous
verrons plus loin la méthode qu’il faut
utiliser.

PHOTOCOUPLEURS UTILISES
EN RECEPTEURS DE LIGNE

Lignes a courant continu

Pour les transmissions a grande distance ou
dans des environnements trés parasités,
comme nous l'avons déja signalé, il est
préférable d’utiliser une ligne bifilaire
comme le montre la figure 10. Afin de con-

corvnr 11ne cumatrie dAe la lione larcaite la
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Tableau III. — Réponse en fréquence d’un systéme photocoupleur entrée TTL

IF 8 mA 10 mA 15 mA
R{q) 47k 47 k 10 k 3,9 k 1k
Signal de
sortie VQ
td (ps) 1,4 1,2 1,6 2,75 3.5
tr (ps) 1,3 11 1,3 1,7 2
ts (us) 5 7 6.5 4,25 2
tf (us) 1,3 1,25 0,9 0,65 0,3
e Vee
5
+5V 330 Q § R
o- AAMAA ¢
~| Sortre
—>
{ -—= FJL 131/74-13

de preference
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9. — Pour augmenter la fréquence de commutation d’une liaison TTL-TTL,
le photocoupleur attaque un dispositif d éléments discrets.
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10. — Transmission d’une information a grande distance par photocoupleur
a l'aide d’'une ligne bifilaire.



diode EL est conductrice et lorsqu’elle est
bloquée, on doit brancher en paralléle sur la
diode émissive une diode en sens inverse
(deux diodes au silicium branchées en série
donneront la méme tension VF). Cepen-
dant, pour les transmissions a moyenne
distance, une ligne simple est suffisante;
elle sera de préférence torsadée. Dans tous
les cas de liaison, il faudra rechercher une
bonne immunité contre le bruit de la ligne.

Nous allons examiner un certain nombre de
schémas présentant une immunité de plus
en plus élevée. Il sera dans certains cas
intéressant de faire appel a un schéma ou,
malgré 'immunité apportée, le courant dans
la diode EL sera peu différent du courant
dans la ligne, ce qui signifie qu’un minimum
d’énergie sera perdu.

Le schéma de la figure 11 et la courbe
associée représentent le montage le plus
simple. Le seuil d'immunité est faible, il
correspond au VF de la diode. Tout le cou-
rant de la ligne passe dans la diode EL.
Cependant, le courant dans la diode varie
dans une large proportion entre la tension
minimale V minimale et la tension maxi-
male V maximale de ligne.

Dans la mesure ou une telle variation serait
acceptable, il serait nécessaire de protéger
la diode EL par une diode au silicium bran-
chée en inverse. Le schéma de la figure 12
grace a la diode Zener permet d’obtenir
un courant dans la diode EL pratiquement
constant entre V minimale et V maximale.
Cependant, de méme que pour le schéma
précédent, le seuil d’immunité reste faible.
L’augmentation du seuil d’immunité peut
s’obtenir grace a I'emploi d’une deuxiéme
Zener comme le montrent le schéma de la
figure 13 et la courbe associée. L’inconvé-
nient de ce montage réside dans le fait
qu’une partie de I’énergie de la ligne est
perdue dans la Zener en paralléle sur le
circuit de la diode EL. La figure 14, grace
a I'emploi d’un transistor, cumule tous les
avantages des schémas précédents tout en
ayant un rendement excellent. La protection
de la diode EL contre les tensions inverses
mal supportées par la jonction est assurée
dans tous ces montages soit par une diode
au silicium soit par une Zener. Toutefois, la
rapidité de ces éléments n’étant pas infini-
ment grande, il est préférable, dans certains
cas particuliers lorsque des surtensions
élevées peuvent étre envisagées, d’utiliser
un systéeme RC tel que le présente la figure
15.

On peut considérer, sans erreur appréciable,
qu’a lorigine des temps le condensateur
se charge linéairement lors de I’apparition
d’une impulsion de tension parasite élevée;
on a : V = IT/C. Supposons que la résis-
tance de ligne R soit égale a 500 ohms et
que la surtension atteigne 1000 V, on a :
I = 1000/500 = 2 A. Supposons que le
temps de conduction de la diode au silicium
soit de 100 ns, la tension étant écrétée a
0,7 V par cet élément, on a :

C =1t/V = (2 x 10-1/0,7 = 0,15 uF.

Une telle protection n’est évidemment envi-
sageable que pour une transmission relati-
vement lente. En pratique, on utilisera un
montage symétrique comme celui de la
figure 16.
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11. — Circuit présentant une faible immunité au bruit : le courant de la
ligne passe dans la diode.
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12. — Montage a diode Zener présentant une immunité au bruit élevée.
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13. — Le seuil d’'immunité au bruit est augmenté par l'emploi de deux
diodes Zener dans le circuit (a); en b courbe théorique représentative du
montage, en c et d, deux courbes représentatives correspondant a deux
applications numeériques du schéma. 24
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Montages créant

P'immunité des photocoupleurs
aux courants parasites

de lignes permanents

Dans certains cas, un courant parasite de
ligne existe en permanence. Il y a quelques
années, la loi d’émission photonique des
diodes EL en fonction du courant direct
étant moins linéaire qu’aujourd’hui, on
pouvait tirer parti de ce manque de linéarite
se manifestant particuliérement pour les
courants faibles (inférieurs a 6 mA). Il était
alors possible de tolérer des courants de
ligne permanents atteignant 3 mA, le trans-
fert étant trés mauvais pour ces faibles cou-
rants, il n’était souvent pas nécessaire de
créer un seuil du coté secondaire.

De nos jours, les photocoupleurs ont des
transferts corrects méme pour des valeurs
faible de IF (a partir de 0,5 mA) et il est
indispensable de recourir a certains mon-
tages que nous allons décrire ci-aprés afin
de s’affranchir des courants résiduels de
ligne.

Emploi de la base

du phototransistor

Tout comme pour un transistor, tant que
le VBE reste inférieur a une certaine valeur

(0,6 V environ) il n’y a pas apparition de:

courant émetteur. Si donc, on intercale entre
la base et I’émetteur une résistance, afin
qu’il y ait un courant émetteur, il faudra
atteindre un certain flux de photons (donc
un certain courant IF) créant un courant
de base tel que :

R x ib > 0,6 V.

Comme les courbes de la figure 17 le mon-
trent, un seuil d’immunité est cré¢ d’autant
plus grand que R est faible. On voit sur
cette figure que, pour des valeurs de R
assez ¢levées (supérieures a 100 k{2 par
exemple), les courbes de transfert sont
pratiquement paralléles. La valeur du VBE
est bien fixée mais la valeur de IB en fonc-
tion de IF varie d’'un photocoupleur a un
autre ce qui oblige a régler la résistance R.
Il est donc préférable de recourir a un sys-
téme ne nécessitant aucun réglage.

Emploi de la caractéristique
IF = f (VF) de la diode

En dessous d’une certaine valeur VF, il n’y
a pas apparition de courant dans la diode.
On peut mettre a profit ce fait physique
dépendant de la largeur de la bande inter-
dite du GaAs. Les photocoupleurs RTC
garantissent un courant de sortie inférieur
a 10 pA pour une tension d’entrée inferieure
ou égale a 0,9 volts.

Traitons alors le cas (fig. 18) d’une ligne
ayant un courant parasite permanent de
3 mA et un courant utile de 10 mA. Afin
de ne pas dépasser 0.9 V la valeur de la
résistance a mettre en paralléle sur la diode
sera égale a :
R = 0,9 V/3 mA = 330 €, valeur norma-
lisée.
Pour des valeurs IF situées entre 5 et 10 mA,
la tension VF ayant une valeur d’environ
1,3 volts, nous aurons :

IR = 1,3/330 = 4,3 mA,
d’ou IF 10 — 5.7 mA pour 10 mA
de ligne.
Cette valeur de courant permet d’obtenir
2,5 mA en sortie avec un photocoupleur
CNY 43.
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14. — Schéma d’un circuit @ haute immunité au bruit en a; en b, courbe
théorique correspondant au montage. Les courbes données en ¢ et d
réprésentent deux applications numériques du circuit qui, notons le
cumule tous les avantages de ceux des figures 11, 12 et 13.
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15. — Photocoupleur protégé contre les tensions inverses par une diode

et un circuit RC.

16. — Montage symeétrique a réseau RC pour la protection des
photocoupleurs.

17. — Courbes représentatives du seuil d'immunité au bruit d’'un
photocoupleur utilisé en récepteur de ligne en fonction de la résistance
intercalée entre la base et I'émetteur d’'un phototransistor.

18. — Circuit récepteur de ligne présentant un courant parasite permanent.




Détection de P’apparition
d’un courant continu superposé
a un courant alternatif.

Cette détection est nécessaire dans certains
cas spéciaux, en téléphonie par exemple.
Le montage de la figure 19 protége le sys-
téme contre les tensions inverses et stabi-
lise relativement le courant dans la diode
EL. IF varie en effet de 2,75 a 4,7 mA pour
un courant de ligne variant de 10 a 60 mA.
Un courant aleternatif de ligne atteignant

150 mA efficaces n’a pas d’effet sur les pho-
tocoupleurs.

PHOTOCOUPLEURS
ALIMENTES
AVEC
DE FAIBLES COURANTS
DANS LA DIODE EL

Les photocoupleurs RTC ont encore un
excellent transfert pour des courant IF
faibles. lls peuvent donc étre utilisés avec
un courant primaire égal a quelques mil-
liampéres. Cela permet d’assurer la liaison
COS/MOS a gate au silicium ou TTL
faible puissance a logique TTL ou avec tout
autre systeme. Cela permet également de
porter la durée de fonction du photocou-
pleur a plus de 100000 heures. En effet,
pour un courant dans la diode égal a 5 mA,
un photocoupleur CNY 43 aura un trans-
fert encore égal a 10% apres 100000 heures
de fonctionnement, c’est le transfert que
donne certains photocoupleurs a zéro heure.

Evidemment, avec ces faibles courants,
il est souvent nécessaire de faire appel a
un transistor supplémentaire, ainsi, par
exemple, pour étre compatible avec l’en-
trée d’un circuit TTL comme le montre la
figure 20. La valeur de la résistance R est
obtenue sachant que pour IF : 2 mA, Ic
est supérieur pour tous nos photocoupleurs
a 300 uA et qu'il est nécessaire d’atteindre
un VCE sat inférieur ou égal a 0,4 volt.
On a donc :

R = (Vcc max — VCE sat)/l min =
(5,25 —0,4)/300. 10-% = 18 kQ

Le courant de base du transistor T sera donc
égal a :

IB min = (Vcc min — VBE)/18 kQ =
4,75 — 0,9)/18 kQ = 0,225 mA.

En admettant un gain minimal de 30, le
courant disponible en sortie sera au moins
égal a 6,7 mA ce qui est plus que suffisant
pour attaquer une porte méme avec la pré-
sence d’une résistance Rc de faible valeur.

Il est également possible, comme le montre
la figure 21, de visualiser le niveau bas en
entrée de porte grace a un voyant solide
CQY 46 ou CQY 47 placé en série avec
la résistance Rc.
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220 220 l
Q Q
1 eE T IFFT BAX 12 100 Q

19. — Montage de protection contre les tensions inverses dans un circuit
de courant continu superposé a un courant alternatif.

@

20. — Le photocoupleur a besoin d'un étage intermédiaire pour commander
le circuit logique dans le cas d’une alimentation a courants faibles.

21. — Une diode électroluminescente CQY46 ou CQY47 permet de
visualiser le niveau bas en entrée de porte.

*

CNY 43 °
+24 V
ou CNY 23
2 mA
—> BYX 36
JJO pa—
('Y —»
| - B0.135
- ’ o
FONCTION DIRECTE @
22. — Circuit a photocoupleur équivalent a un relais a un contact travail.
)
2 mA + 24V
—
—_— CHARGE
e ~
(¥ >KJ/
N — — —
BD 135
CNY 43
ou CNY 23 |
FONCTION INVERSE @

23. — Montage équivalent a un relais a contact repos. 243
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AMPLIFICATEURS
EN SORTIE
DES PHOTOCOUPLEURS,
SYSTEMES LOGIQUES

Le montage de la figure 21 peut évidemment
étre employé en sortie TTL (avec 8,5 mA
dans la diode, on obtient un courant mini-

mal de 50 mA). Toutefois, dans la plupart’

des cas, un courant nettement plus élevé
est nécessaire. Il faut alors utiliser deux
transistors dont un de puissance ou un Dar-
lington, également de puissance.

Le circuit de la figure 22 permet au secon-
daire de couper 0,3 A sous 24 V, la charge
pouvant étre inductive, avec un courant.
d’entrée supérieur ou égal a 2 mA, on est
en présence d’un véritable relais a un contact
travail. La figure 23 représente la fonction
inverse, nous sommes en présence d’un
relais a un contact repos. Ces 'deux systémes
ne peuvent étre évidemment utilisés que
pour commander un courant continu. Sui-
vant la tension d’isolement désirée. et le cou-
rant disponible pour alimenter la diode EL,
on fait appel soit a un photocoupleur
CNY 43, soit a un CNY 42, soit a un
CNY 44 ou CNY 46 si une encapsulation
métallique est requise.

Ces deux montages se distinguent d’un
relais par le fait qu’ils comportent trois
bornes de sortie et non deux. Pour ce faire,
il faut alors monter les transistors en Dar-
lington, ou mieux, utiliser un composant
ou le montage Darlington est intégré. Cest
ce que représente la figure 24 ou un BD
263, attaqué par un CNY 43 dont la diode
EL, regoit 8 mA, permet de couper 1,5 A
sous 48 V.

Dans le cas ou il est nécessaire de commu-
ter un courant plus élevé, un BD 267 grand
gain doit étre utilisé. Des tensions maxima-
les de deux volts en VCE sat doivent étre
acceptées du fait du montage en Darling-
ton.

RELAIS STATIQUES
DE PUISSANCE,
CONTINU-ALTERNATIF

La figure 25 représente le schéma d’un
systéme permettant de couper 10 A sous
220 V efficaces. La commande du triac
se fait juste aprés le passage au zéro de la
sinusoide comme il est recommandé aujour-
d’hui afin de limiter la création de parasites.
Pour éviter I'emploi d'un montage Darling-
a haut VCEO, on peut évidemment faire
appel a un transformateur comme le mon-
tre la figure 26. La commande du cou-
rant dans la diode EL du photocoupleur
permet un fonctionnement du triac par alter-
nances complétes. Enfin le schéma de la
figure 27 ne fait pas appel a un Darlington
a haut Vcro ni a un transformateur, par
contre il nécessite trois bornes en sortie.
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r BD 263 IJiA— 424
! CHARGE
B8 mA
—>
I »
&
(\ __»_I_;) » TX 36
10 kQ 150
CNY 43 Q
ou CNY23 ‘ 0
= (o)

24. — Montage a photocoupleur et
de couper 1,5 A sous 48 V continus.

transistor Darlington intégré

CHARGE

BC407

25. — Schéma d’un relais statique de puissance a photocoupleur.

’ —0 220V
-
500 PF
2V
CHARGE
I 100 Q
8 mA
— 1 kQ
T T oA ‘}1,97)( 94
% 2nd W
~ — — —
100
Q
CNY 42
BD 263
26. — Schéma de relais statique faisant appel d un transformateur pour
éviter I'emploi d’un transistor Darlington a haut V.o .
CNJ 23 BAX 13 270 oF
CN ]
BC -]_ 1 kQ
Al 87X
( \ 357 Z96 BAX 13
- 330 pF
. T
220 v
N 3 2 0—
BTX 94
10 Q CHARGE
MV
100 kQ
AMN——
BAX 13
10
KkQ
i ©

27. — Relais statique de puissance
trois bornes de sortie.

a photocoupleur et triac nécessitant




UTILISATION
DES PHOTOCOUPLEURS
A BASE CONNECTEE
A DES FREQUENCES
SUPERIEURES AU MHz

En logique.

Le phototransistor limite I’emploi des
photocoupleurs; en fréquence il n’est
guere possible de dépasser 100 kHz. Une
réaction positive sur la base permet bien
de diminuer les temps de montée fr du
systeme mais le trainage du signal de sortie
par rapport au signal d’entrée reste impor-
tant. Aussi, dans bien des applications, cette
fagon de taire ne donne pas satisfaction a
'utilisateur.

Le phototransistor peut étre considéré
comme une photo-diode associée a un
transistor a gain élevé. Afin de passer des
fréquences élevées. il faut utiliser la diode
collecteur-base  comme ¢lément  sensible
et le transistor comme adapteur avec charge
dans I'émetteur comme le montre la figure
28. La resistance de charge R de la diode
collecteur-base est évidemment égale a R,
en parallele sur R, et le signal IcB x R est
restitué en sortie d'émetteur a la tension
VBE prés.

Le pont R, R, est évidemment recommandé
pour s'affranchir du seuil créé par la tension
VBE supérieure ou égale a 0,6 V néces-
saire au fonctionnement du transistor. Il
serait possible d’obtenir le méme effet en
utilisant, au lieu de R, un courant d’appoint
dans la diode EL.

Avec le montage de la figure 29, on obtient
les oscillogrammes des figures 30 et 31
correspondant a un CNY 23 ayant un
transfert de 50% (valeur minimale) et
de 100%. On voit que des signaux logiques
de 0,50 us de large peuvent étre transmis
dans le plus mauvais des cas. Pour un cou-
rant dans la diode de 10 mA, la variation
de la tension de sortie aux bornes de la
I k€ est comprise entre 50 et 100 mV.

En analogique

Des essais ont :té effectués afin de retrans-
mettre un sigial analogique; comme le
montre la figure 32 un amplificateur A,
commande la diode EL du photocoupleur
(i moyen = 20 mA profondeur de modula-
tion + 5 mA), un amplificateur A, regoit
le signal provenant de la photodiode collec-
teur-base, I’émetteur n’étant pas utilisé.

Bande passante

La bande passante des deux amplificateurs
B (A, + A,) a — 3 dB, le photocoupleur
ayant ét¢é remplacé par un couplage
capacitif, est supérieure a 30 MHz pour
C = 0. Avec le photocoupleur, elle est
égale a :
4,5 MHz pour C = 0,
a 6 MHz pour C = 180 pF,
et a 15 MHz pour C = 330 pF.
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+V

B
cSortre
R? .
e
@ (2@
y/ - V/
. F ™ T [
(10 ma) 4 il G ma
i S SR SN S NN IS SN N B
SN GO S G | S o ! ]
Sortie 1 B \ | ,f“,l b 1
(61 V/dw) Jumy, dw
t 05ps “div t C5_s. div

® ®
28. — Schéma d’utilisation de photocoupleur a des fréquences élevées en

logique; la base est, ici, polarisée.

29. — Schéma de principe d’'un circuit a photocoupleur a base connectée
et polarisée.

30. — Oscillogramme correspondant a un photocoupleur ayant un transfert
de courant de 50 % dans le cas de la figure 29.

31. — Oscillogramme correspondant au montage de la figure 29; le
transfert de courant dans le photocoupleur est de 100 %.

ENTREE
Sortre
——
S0
Q
e L
- CNY 23 -

32. — Schéma de circuit a photocoupleur utilisé en analogique a des
fréquences élevées.

+5V 5V
. - - Sortie
ENTREE
407
‘ 1 kQ
33)

33. — Schéma de circuit a photocoupleur permettant la transmission de
signaux analogiques.
& 245
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Déphasage et linéarité | CNY 23 * S

Sans photocoupleur, la linéarité a été trou- ;
vée meilleure que 0,5%. le déphasage infe-
rieur a 0,3 degre pour C = 180 pF. Avec
le photocoupleur, on trouve pour 20
C = 180 pF une linéarité meilleure que

4% et un déphasage inférieur a 0,9 degré,

jusqu’a 6 MHz. 15

Bruit 10

Avec le photocoupleur, le rapport signal/

bruit a été trouvé égal a 58 dB. Cette valeur 5

restant pratiquement constante entre O,]

et 5 MHz. Ces deux exemples montrent

qu’il est possible d’utiliser les photocou-

pleures CNY 23 et CNY 22 a des fré- 0

quences atteignant 5 MHz. Il faudra cepen-

dant, dans certains cas, tenir compte de la

variation du transfert en fonction de la

température ambiante. 34. — Courbe représentative des excursions de courant I, obtenue avec
une résistance de charge de 1 k<) et une tension V. de 30 V (I, = f(I;)).

UTILISATION
DES PHOTOCOUPLEURS
A BASE CONNECTEE

500
POUR LA TRANSMISSION '
v, CNY 23
DES SIGNAUX 400
ANALOGIQUES (mv) Up = £(If)  Re1 kD
300
Comme le montre la figure 33, il est pos-
sible d’utiliser les photocoupleurs pour 200
retransmettre un signal analogique. Pour
des excursions faibles du courant IF (par
exemple 10 mA + | mA), une distorsion 100 v
inférieure a 1% peut étre obtenue. Cepen-
dant, pour des excursions plus importantes ) ]
du courant IF, la courbe Ic = f (IF) de la 0 | | @

figure 34 tracée avec une résistance de
charge de | k{2 et une tension Vcc égale
a 30 V montre que cette caractéristique
afférant 2 un CNY 23 est bien moins
lincuire que la courbe IB = f (IF), tracée
dans les mémes conditions, de la figure 35.
Il faudra donc, la encore, utiliser la photo-
diode collecteur-base plustot que le photo-
transistor. Notons qu’il n’y a pas de relation
entre le transfert Ic/IF et le transfert IB/IF.
Ainsi, deux photocoupleurs possédant
le méme transfert en employant le transis-

35. — Courbe représentative Is = f (IF) des excursions de courant IC
obtenue dans les mémes conditions que pour la figure 34.

tor peuvent avoir un transfert I/IF variant Y T

par exemple de 0,13% a 0,06 %. (mv)

. e . _— ]
Signalons enfin qu’il est possible d’utiliser 500

la diode réceptrice en photopile et qu’il /
n’est plus nécessaire alors de faire appel 400 ‘
a une source auxiliaire pour polariser le ‘
secondaire du photocoupleur. Les courbes “
de la figure 36 montrent la tension de sortie 300 [
en fonction du courant dans la diode EL 1
pour différentes résistances chargeant la 200 :
photopile.

Avec le dispositif de la figure 37, en pola- 100

risant la diode EL grace au potentiométre
de 50 k2 a une valeur d'IF égale a 5,5 mA,
on obtient une tension de sortie de 0,1 V ™
efficace pour une tension de modulation *°
de | V. L’amplitude et la phase de sortie 36. — Courbes représentatives de la tension de sortie du photocoupleur

sont données sur les figures 38 et 39 a une CNY23 utilisé pour la transmission de signaux analogiques en fonction du
246 fréquence de 50 kHz. courant de la diode émissive.




GREEP onA101-Page 11/12

Conclusion W

Indéniablement aujourd’hui, lorsqu’il s’agit )

de couper des courants continus de faible ENTREE

valeur, le photocoupleur surpasse ses o—”——

concurrents par son prix plus faible que

des relais a lames souples et par ses per- (
§ 680

Sortie

formances : 100 > 56 k§2

. . R . 9]
® Pouvoir fonctionner a 5 mA et tenir, lors

d’un court-circuit, 50 mA pendant des cen-

taines d’heures ce qu’un relais électromé- € N

canique ne peut évidemment pas faire sauf 37

s’il est surdimensionné; 37. — Schéma de principe d'un circuit a photocoupleur utilisé pour la

® «Battre» a 50000 Hz pendant 100000 transmission de signaux analogiques; pour une tension de modulation

heures soit plus de 2. 103 manceuvres; de 1 V on obtient une tension de sortie de O,1 V efficace.

@ Donner un fonctionnement certain aprés

plusieurs années d’attente sans crainte de ) 1 I [ i 1

grippage ou d’oxydation; ,‘ N Ay N ;

® «Passer» le zéro et atteindre plusieurs \ - \ ”\*"**’ f

MHz. ‘ . . k I Nt——

La naissance de photocoupleurs, encore — ‘ ‘ l l

plus rapides, la possibilit¢ d’une utilisation \\ [ll 1\\
\VARA\

en analogique et I’apparition, pour la com- Ll .
mutation de courants plus forts, de photo- Y | 1 J ‘ | ! \
1 l |

coupleurs Darlington et de photo-relais

|

de puissance assurent un avenir prometteur i o | 1 -

a cette petite boite noire regroupant deux @

fonctions complémentaires, ’'une créant

un photon pour quelques électrons regus, 38. — Oscillogramme représentant I'amplitude du signal de sortie du
Pautre créant un électron a la réception de montage de la figure 36.

quelques photons. 39. — Oscillogramme représentant la phase du signal de sortie du montage

de la figure 36.
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detecteurs infra-rouge

et
tahle de conversion
des unités photométriques



détecteurs infra-rouge
photoconducteurs au tellurure de

cadmium dopé au mercure F 467
température de fonctionnement: 22°C F 471

détection infra-rouge de 2 a 6 um reponse rapide

Brochage TYPE F 467

0.8mm nom 0.1mm nom

Ces détecteurs infrarouge photoconducteurs a réponse Surface sensible 1 L
rapide, sont sensibles dans la gamme de longueur d'onde 0.25 x 0,25 mm nom — 6.8mm max—
comprise entre 2 et 6um.

Ces 2 types ont les mémes caractéristiques mais ils sont T

montés difféeremment :

Boitier SOT-15. _;_M _ﬁ

5.0mm min

0.5mm 1.25mm
nom nom

|
|
— F 471 monté sur un substrat d’alumine a haute densité, I
— F 467 monté dans un boitier SOT-15 (fig. 1). 6.8mm éi
max R
L ;
| _;_
Fig. 1.
g - 3rtl)or;m -
Caractéristiques générales
MaEMAUX « . oottt e e Hg -x CdxTe
Dimensionsdelélément ... ... ............... ... 023 x0.23 mm
Température de fonctionnement .................. 22+ 5 °C
Fenétre FABT7 .. ... . . . . . . . . . . Sans ou saphir sur demande
Champdevision . ... ... ... . . . i 170°
Réponsespectrale . ...... ... ... ... .. ... . ... Située selon le dopage entre les courbes extrémes (fig. 3)
Picderéponsespectrale .. ... ..... ... ... ... ..... Situé entre 3,5 et 5 um
Spectre de bruit typique a température ambiante ... .. Voir fig. 4.
Fonctionnement a basse température .. ............ Les performances peuvent étre améliorées par refroidissement
thermo-électrique (voir fig. 5).
Caractéristiques particuliéres typiques
Ces caractéristiques sont données pour.deux dopages différents tels que :
Longueur d'onde pic 4.5 5 um
Soit :
— Détectivite D* (X, 5000,1) .. ... . 45 x 109 2,5x 109 cm.H, 172 w-
— Sensibilité ... 1600 750 v w-1
— Constantedetemps .. ... ... .. .. .. 400 230 ns
— Résistance équivalente de bruit (5 KHz) (voirnote) ... ............ 4 200 2 600 (9]
— Reésistance .......... ... 200 120 Q
— Courant de polarisation ... ........ ... ... .. .. .. ... . ... ... 3,5 55 mA

Note : la résistance équivalente de bruit est la résistance qui, a température ambiante, donne un bruit égal a celui du détecteur.

Schéma de préamplificateur
pour détecteur Cd Hg Te

-5y . Gain ... 200
ssn oSt L [‘]mn Maximum d’ondulation de la tension de

T Dm SOMIE .ottt eff 1V
Impédanced'entrée ................ min 15K Q
Sortio g detactour \ozfaéss Impédancedesortie ................ 100 Q
- {t Bandepassante. . .................. 15Hza>1 MHz
. Résistance de bruit équivalente (a 200 Hz) 200Q
{—o S°** Tension d’alimentation ... ........... min 7V
@D%ﬁ:”' o * Tension d'alimentation .............. max 25V
it i Courant d'alimentationa9Vv ... ....... 3.3 mA
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Courbes

caractéristiques

1.0
Sensibilite /
(Unités
arbitraires) / /
03
0.1
1.0 30 10

Longueur d'onde {um)

Fig. 3. — Domaine de réponse spectrale a
température ambiante

108 T T 710”

: ] |
Résistance °

D* (Ap.20kHzZ, 1)
) T~ n oy .

2
10° N i

7

s AN

Resistance equivalente

21— de bruit z
10¢ T

? ~ 7

s \\ s

2 2
10°

7 47

S s

—
Aﬁnstancg 'dut N
2 etecteur 2
\

o?

-200 -150 -100 -—5S0 0 S0

D.
(cm.HzY2 W)
1010
10°
108
10’

Température du substrat (°C)

Fig. 5 (a).

Fig. 5. — Courbes en fonction de la tempé-
rature du substratde la :
a) Détectivité,
Résistance équivalente de bruit,
Résistance ohmique,
b) Longueur d’'onde de coupure,
c) Sensibilité.

Réf. 3231
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7

10°
Bruit

(V.Hz"/3) ~
10® \

10 10°

Fi.g‘ 4. — Spectre typique de bruit pour dé-
tecteur Cd Hg Te & températdre ambiante.

103 10* 10°

Fréquence (Hz)

6

Longueur d'onde |~~~

de coupure {um)

5

4

T~

)

-200 -150 -100 -5uL 0 50

Température du substrat (°C)

Fig. 5 (b).

10°
Sensibilité '
(V/W)
2
L N
107 \
: N
1 A\
10°
7
S
2
10°

—200 —150 —100 -—50 0 S0

Température du substrat (°C)
Fig. 5 (c).




detecteur
photoconducteur

ORP 10

cellule photo résistante

Cellule photorésistante a I'antimoniure d'indium, concue pour fonctionner a température ambiante. Sensible aux rayonne-
ments visible et infrarouge jusqu’a 7,5u m, elle peut étre utilisée avec des radiations modulées ou pulsées .

Brochage

(Dimensions en mm)

17
0 6.0 ol
o] -
*
\'\¥_ Surface sensible
Eclairement
T
Trou de 3 95
fixation - . 1 _.Q_A
|
" os]
£
£
~
)
_5min
etameé
Fig. 1.

Valeurs a ne pas dépasser (Limites absolues)

I (Tamb = 20°C) .+ttt | max 100 mA
P S R R Tamb max 70 °C
Tstg .......... S . .‘ ...... i e e e e e e e e e e e et e e e e s e e e s e e e e Tstg max — 50 é + 70 °C

Caractéristiques a 20°C

Picderéponse spectrale . ........ ...ttt
Gamme de réponse spectrale (voircourbe) . ... ... .. .. i
. min
Résistancedelacellule . . .. ... i e e
max
CONSEANTE A TEMIPS . . ¢ v v et et e e e e e e et et s typ
SUMACE SENSIDIE « « ¢ oo e it e
Radiation monochromatique (voir notes 1 et 2)
SENSIDIITE (A= BImM) ettt ittt e et e min
typ
D* (6,0 um,B00,1). . .o min
‘ typ
P.EB.(6,0um,800,1) ...t e typ
max
Radiation du corps noir (voir notes 1 et 2)
Sensibilite (500 C K) . vttt it et et e e e et e e e e e e i typ
D* (500 OK, 800, 1) . . e e typ

P.EB.(500°K,800,1) . ...ttt e typ

6,0a6,3pum
visiblea 7.,5pm

30 Q
120 Q
0,1us
6,0 x 0,5 Mm
0,4uV/ bW
1,0uV/ pW
8,5.107 cm.Hz'/2W!
2,0.108 cm.Hz'/2wW-!
8,6.107'0 Weff
2,010  Weff
0.3 uV/ pW
6,0.107 cm. Hz'/2W.!
2,5.107% W
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1° - Conditions de mesure

Le détecteur est disposé sur un radiateur maintenu & 20 °C. Le courant de polarisation est de 50 mA. Une radiation monochromatique
de longueur d'onde 4,4 pm et d'éclairement 68 W/cm ? au niveau de I'élément sensible est modulée en signaux carrés a 800 Hz. La puis-
. et o
sance efficace au niveau de I'élément sensible est doncde 31 W.cm™* (facteur de modulation = 2,2).

La mesure du signal délivré par le détecteur est effectuée au moyen d'un amplificateur accordé & 800 Hz (bande passante de 50 Hz) et
est rapportée aux conditions de circuit ouvert, cela signifie que I'on tient compte des effets de shunt de I'impédance du générateur de tension
et de I'impédance d’entrée de I'amplificateur. Dans ces conditions, le détecteur ORP 10 fournit un rapport signal sur bruit minimum de 45 et
typique de 150. Les détectivités annoncées pour le pic de réponse spectrale (6 u m) et dans les conditions de corps noir (500 °K) sont
calculées a partir des résultats de ces mesures, en supposant que le détecteur présente la courbe typique de réponse spectrale jointe.
2° - D*etP.E.B.

On définit la détectivité spécifique D* :
\ R
Sx[awn] '
Vv

b= I —

Vg :tension du signal de sortie
VN :tension instantanée de bruit
A :surface utile de détection
(Af) : bande passante de I'amplificateur de mesure
W : puissance efficace de la radiation incidente sur I'élément
+La puissance équivalente de bruit se déduit de la détectivité par la formule :
Al/'.’
D*

'

P.EB.=

Les valeurs entre parenthéses indiquées pour la sensibilité, la détectivité D* et la P.E.B. caractérisent les conditions de mesure.

Par exemple, D* (5,311 m,800,1) signifie que :

— lalongueur d’onde du rayonnement monochromatique incidente estde 5,3 um ;
— la fréquence de modulation est de 800 Hz ;

— la bande passante estde 1 Hz.

3 - Variation des caractéristiques en fonction du courant de polarisation.

Le signal et le bruit varient avec le courant de polarisation.

A courant élevé, le bruit croit plus rapidement que le signal, donc le rapport signal sur bruit passe par un maximum pour une valeur optimale
du courant qui varie légérement d’une cellule a I'autre (valeur typique 50 mA). A noter que I'élévation de température due aux courants de
polarisation supérieure 8 60 mA provoque une diminution du signal (élévation trop importante de la température du détecteur).

4 - Variations des caractéristiques en fonction de la température du détecteur.

Les caractéristiques des détecteurs varient en fonction de la température. C'est pourquoi afin de réduire I'influence des variations de
température résultant du courant de polarisation et de la température ambiante, I'élément détecteur est monté sur une embase de cuivre
dont il est isolé par une couche d’oxyde d'aluminium ; il peut &tre disposé généralement sur un grand radiateur. Les variations typiques des
caractéristiques avec la température sont données en annexe.

La détectivité est améliorée en refroidissant le détecteur et la résistance est augmentée ; néanmoins, au-dessous de 15 °C, on doit faire
attention & ne pas provoquer de condensation ou de gel sur I'élément sensible. Le détecteur ORP 13, encapsulé dans un Dewar étanche
est concu pour des applications a faible température.

5 - Recommandations

La surface sensible du détecteur n'est pas protégée, elle ne doit pas &tre touchée, ni étre mise en présence de solvants organiques.
De plus, pour fixer la cellule sur le radiateur, il faut prendre soin d'éviter des contraintes mécaniques importantes.

Circuit recommandé

Circuit recommandé lorsque le détecteur est éclairé par une radiation modulée a 800 Hz.

alimentation
continue \ 50pF 1-50

R Verz
Amplificateur
N
[“ 560
I pF
ORP10
4 - * —0
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Courbes caractéristiques
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Fig. 3. — Courbe typique de D* en fonction de la longueur d’onde.

Fig. 2. — Courbe de réponse spectrale.
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detecteurs
photoconducteurs

RPY 75-75 A
76-76 A

détection infrarouge (0,5 pm a 3 pm)

Détecteurs photoconducteurs au sulfure de plomb utilisés a température ambiante. Les détecteurs RPY 75 et 75 A sont
montés en boitiers plats, les détecteurs RPY 76 et 76 A en boitiers TO 5. Les détecteurs RPY 75 et RPY 76 sont munis sur la
partie supérieure d'une fenétre transparente, les détecteurs RPY 75 A et 76 A d'une fenétre en germanium éliminant toutes
radiations de longueur d’'onde inférieure @ 1,5 um.

Caractéristiques principales

Pic de réponse spectrale . ........... e 1,8a22uym

Température de fonctionnement . . ...ttt 20°C

Sensibilite (500 OK) vttt ettt et e e e min 2 mA/W

Sensibilitdé (2 wM) oottt min 200 mA/W

Détectivité D* (500 °K, 800, 1) -t v v vttt ettt et e min 10* cm.Hz'/? W™!

CoNSTaNte AE teIMPS « « « vt ot ittt e typ 250 s

SUMface SENSIDIE « . v vt e e 11X 1Tmm’
Brochages

(Dimensions en mm)

_ Fenetre 069 "‘
041 ",I Fenétre
| e054%
Surface utile g -
o . B
. | = 9
5 1 ' i
g 2 S
v @ 0,48 max —l- f o ;
1k Substrat L2 Sorties
> oo O/7mm g" ) X 2 3 :L;csr;fues
;* 45"13 \ - 7
Yoy 8
@ 0,132 i E
.
0,85 >+ 3
RPY 75 et RPY 75 A RPY 76 et RPY 76 A
Boitier plat Boitier TO 5
Valeurs a ne pas dépasser (Limites absolues)
PUISSANCE MaAXimale « oo v et e e e 20 mW
TStg ................................................................. — 204 + 50 °C
Température de fONCHONNEMENT -« « « « o o ottt e — 20a + 50°C
Caractéristiques (Tamb = 20°C)
Maximum de réponse SpPectrale . . . . ..ottt e 1,8a22um
Domaine de réponse spectrale RPY 75; RPY 76 . . . ... .o 05a3 um
RPY75A;RPY76A .. .. .. 1543 um
Résistance de I'GIEMENT « . v oottt e e e e ymin 200 kQ
ltyp 600kQ
CONSEANTE AE TEIMPS « « « v v e e ettt et e e e e e e e e e e e e e e e ) typ 250 ps
'max 400 us
Sensibilité (500 OK) . ot it e e e min 2 mA/W
Détectivité D* (500 °K, 800,1) « . v v ottt e e min 108 cm.Hz'"/2 W'
P.E.B. (500 K, 800, 1) vt ittt et e e e e e e e max 107°W
Sensibilité (2 um) ..o e min 200 mA/W
Détectivité D* (2 2 m, 800, 1) - o ittt min  10'°cm.Hz'/2 W~ 255

PEB.(2um, 800,1) ¢« tv ittt e e max 10" W
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Notes :

1) Conditions de mesure

Le détecteur fonctionne a la température ambiante (20 °C).
L'élément sensible est situé a 264 mm de la source de radiation
(corps noir) délimitée par une ouverture de 3 mm de diamétre.

La radiation est modulée a 800 Hz. Dans ces conditions,
la puissance efficace au niveau de I'élément est 24,5 yW .cm~2
(facteur de modulation = 2,2).

La tension est appliquée a la cellule; la mesure des signaux
de sortie du détecteur est effectuée sur une résistance de
charge de faible valeur suivie du préamplificateur décrit en
figure 1.

Un amplificateur accordé sur 800 Hz et présentant une bande
passante de 50 Hz suit le préamplificateur.

Les chiffres, qui suivent les paramétres de sensibilité, de
détectivité et puissance de bruit, se rapportent aux conditions
de test; par exemple D* (2 ym, 800,1) signifie qu’une radiation
incidente monochromatique de longueur d’'onde 2 pm arrive
sur le détecteur en étant modulée a une fréquence de 800 Hz
sur une bande passante de 1 Hz.

D* et PEB

*

Y (A (aF)p
Vn
W

Vs : tension de sortie

Vn : tension de bruit

A : surface utile du détecteur

AF : bande passante de I'amplificateur de mesure
W : puissance efficace incidente (W)

La puissance équivalente de bruit (PEB) et la détectivité
D" satisfont la formule suivante :

PEB x D* = A1/

Courbes caractéristiques

{‘ THAH T RPY75 ] +1
Réponse 1 - T . RPY 76 1]
relative |- BN -

) P +t
100 - = -
- B e -
= mma TN 1

o 1,0 2,0 3,0 Apm)

Schéma du préamplificateur

(tension minimale)  +10V

10kN

BCIOQ/~

10kN 150k

(<Rcell)

100pF
BC109
+———
\ 100 kL
\l | S|
Détecteur :
polarité 1kQ

indifférente

Figure 1
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2) Variation des caractéristiques
en fonction de la tension

Le signal et le bruit varient avec la tension de polarisation.
A une tension pour laquelle le détecteur dissipe moins de
2,5 mW, on obtient un maximum de détectivité. A niveau
supérieur, le bruit croit plus rapidement que le signal de telle
sorte que la sensibilité croit et que la détectivité décroit.

Le maximqm_ de sensibilit¢ est obtenu pour un niveau
typique de dissipation de 10 mW au-dela duquel I'élévation
de température réduit la sensibilité.

Variation des caractéristiques avec la température

La résistance, la sensibilité et la détectivité dépendent de
la température et du « passé » du détecteur. Les caractéristiques
données constituent des minima qui doivent étre obtenus aprés
un fonctionnement ou un stockage jusqu’a 35 °C.

Ces valeurs peuvent décroitre de 50 % aprés un fonction-
nement ou un stockage a des températures de 50 °C (maximum
admissible).

3) Constante de temps

Les valeurs de constante de temps correspondent & la
réponse du détecteur a une fonction échelon de radiation
incidente; elles sont définies entre le temps d’application de
la fonction échelon et le temps au bout duquel le signal de
sortie atteint 63 % de sa valeur maximale.

4) Recommandations

Afin de réduire les effets dus aux variations de température
et au « passé » du détecteur, il est recommandé d'utiliser le
préamplificateur de tension dont le schéma est joint.

5) Avertissement

Il faut éviter une exposition prolongée du détecteur aux
radiations visibles.

Réponse A LTI L L z;:;g: T
relative 11 1L ! 11

(o/5)

iy

I

1
T
t
1
T
|
I
|
|
I
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detecteurs

photoconducteurs

RPY 77-78
79-80

détection infrarouge (visible a 7 um)

Détecteurs photoconducteurs & I'antimoniure dindium, montés en boitiers plats SOT-15 modifiés. Utilisés a tempé-
rature ambiante ils sont sensibles dans la gamme de longueur d'onde comprise entre 2 et 7 um.

Les détecteurs RPY 77 et 79 ne possédent pas de fenétre ; les détecteurs RPY 78 et 80 possedent une fenétre de
saphir.

Caractéristiques principales

Pic de réponse spectrale . . .. ..ot e 546,5um
Température de fTONCHONNEMENT . . . o oottt t i i e 20 °C

Détective D* (62 m, 800,1) ottt 1,56.108 cm Hz'/2 W !
Constante de TeMIPS - .« v v vttt e 0,1 us

Champ de ViSion ... ... 120 degrés

. . oy RPY 77 I RPY 78 | RPY 79 I RPY 80
Dimensions de lI'élément

2x2 1 2x2 1 1x1 11 x1mm

Brochages

(Dimensions en mm)

champ de vision

— °
100°x 100 \\\ RPY 78 champ de vision

min
fenétre saphir ° i -
épaisseur : 0,12 3 0,18 mm 100°x100"min. RPYB80 fenétre saphir
\ /eparsseur 0,172 20,178 mm
X . -

Vi /4 } >/(
B VAN : 2 ) S
| == A== !

¥ F I - |
08 e ——g8max- 5,0min 6,8 max: 0 min: 1
T t
|
0,35 | 0,35
? - —IJ f 6,8 . ——g—
6,8
max 125 max J ? 1,25
P —————— ————
~~_surface sensible
2,0 x 2,0 \

je——3,0———»f 30— s;uorf::eo sensible
Figure 1. RPY 77 - RPY 78 Figure 2. RPY 79 - RPY 80

Valeurs a ne pas dépasser (Limites absolues)

Courant de fonctionnement

J BMENT .. max 25 mA
Température de fonctionnement ... ... ... — 553+ 70¢°C
L R T — 553+ 70 °C

257
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Caractéristiques (Tgmp = 20°C)

GRESP #rv 77-78/79-80 - Page 2/4

RPY 77 RPY 78 RPY 79 RPY 80
Pic de réponse spectrale . . . . . .. 5a65 5a6,5 5a6b 54365 um
Domaine de réponse spectrale. . . | visible a 7,5 | visible a 7 | visible a 7,5 | visible a 7 um
(min 500 500 100 100 Q
Résistance de I'élément . . . jtyp 650 650 200 200 Q
[max | 1500 1500 300 300 Q
Constante de temps .. . ... max 0.1 01 0,1 0.1 us
ibilité oK) . ... .. {min 1.2 11 1,2 11 VW 1
i?"s' ilité (500 °K) Ltyp 17 17 1,7 1.7 VW -1
tectivit .
D* (500 °K) v vv oo (min | 32 .107 3.107 | 32.107 3.107 | cm . Hz/2 . W~
L typ Z . 1879 7 .107 7 .107 7 .107 cm . Hz'v/2 W™
o {typ .10~ 4 .10°° 4 .10-9° 4 .10-° W
P.E.B. (500 °K, 800.1) ... {5, 7310—9 7.107°| 7.10°° | 7.10-9 W
e (A min 5 3.3 35 3.3 AV
Sensibilit¢ (6B um) ....... gtyp 5 5 5 5 N
Détectivité {min 1.108 9,5 . 107 1.108 9,5 . 107 cm . Hz'/2 . W—?
D* (6 um, 800,1) ......... ltyp 1,2 . }889 1,5 . 108 1,5 . 108 1,5 . 108 cm . HzV2 . W1
(typ 1,3 .10~ 1,3.1072| 0,7 .107° | 0,7 .107¢® w
P.EB. (6 um, 8001)...... 'max | 2.107°| 2.107°| 2.10-° | 21 .10-° w

Notes :

1 - Conditions de mesures

Le détecteur est disposé sur un radiateur a 20 °C. Le courant
de polarisation est de 10 mA. Une radiation d’éclairement
connu E (MWcm~™2) au niveau de [|'élément sensible est
modulée (signal carré) a 800 Hz. La puissance efficace au

E
— (MW . cm—2) (2,2 = facteur de

’

niveau de |'élément est :

modulation).

La mesure du signal délivré par le détecteur est effectuée au
moyen d’un amplificateur accordé a 800 Hz (bande passante
de 50 Hz) et est rapportée aux conditions de circuit ouvert;
cela signifie que I'on tient compte des effets de shunt de
I'impédance du générateur de tension et de l'impédance
d’entrée de I'amplificateur.

Les chiffres qui suivent la sensibilité, la détectivité D” et la
puissance équivalente de bruit explicitent les conditions de
mesures; par exemple D* (6 ym, 800,1) se rapporte a une
radiation monochromatique incidente de longueur d’onde & ym
modulée & une fréquence de 800 Hz sur une bande passante
de 1 Hz.

D" et P.E.B.

Vs

— x |A (AF) ]2

Vn

D" =
w

Vs : tension de sortie
Vn : tension de bruit
A : surface utile du détecteur
AF : bande passante de I'amplificateur de mesure
W : puissance efficace incidente (Watt)

La puissance équivalente de bruit (PEB) et la détectivité D*
satisfont la formule suivante :

PEB x D’ = A1/2

2 - Variation des caractéristiques en fonction du
courant de polarisation

Le signal et le bruit varient avec le courant de polarisation.
Les courbes typiques de variation de la résistance, de la détec-
tivité, de la sensibilité en circuit ouvert et de la sensibilité
en court-circuit en fonction du courant de polarisation et
en fonction de la température sont données dans la présente
notice.

A courant élevé, le bruit croit plus rapidement que le signal, donc
le rapport signal sur bruit passe par un maximum pour une
valeur optimale du courant qui varie légérement d'une cellule
a l'autre (typiguement 10 mA). De plus, I'élévation de tempé-
rature due aux courants de polarisation supérieurs a8 15 mA
engendre une diminution du signal.

3 - Variations des caractéristiques en fonction de
la température du détecteur

Les caractéristiques des détecteurs varient en fonction de
la température. C'est pourquoi, afin de réduire I'influence de
la température ambiante et de I'élévation de température due
au courant de polarisation, les détecteurs doivent étre disposés
sur un grand radiateur. Les variations typiques des caracté-
ristiques avec la température sont données dans la présente
notice.

La détectivité des détecteurs a l'antimoiniure d’indium est
améliorée lorsqu’ils sont refroidis et leur résistance est aug
mentée. Si I'on doit utiliser les détecteurs a une température
inférieure de la température ambiante, il convient d’éviter
toute condensation sur la fenétre de saphir des détecteurs
RPY 78 et RPY 80.

4 - Constante de temps

Il s’agit du temps mis par le signal de sortie pour décroitre
d’'une valeur 1/e.

5 - Avertissement

La surface sensible des détecteurs RPY 77 - RPY 79 n’est pas
protégée et ne doit donc pas étre touchée. Ces détecteurs ne
doivent pas étre mis en présence de vapeurs de solvant,
de gaz corrosifs ou de vapeur d'eau. Lorsqu’ils sont sous
polarisation, il est recommandé de protéger les détecteurs
des courants d'air qui donnent naissance a des signaux
aléatoires. Pour fixer les détecteurs sur un radiateur, il est
recommandé d’utiliser une résine epoxy de haute conductivité
ayant un point de polymérisation inférieur a 60 °C.

On protégera la surface des détecteurs RPY 77-79 des vapeurs
de résine durant |'élévation de température. Il convient d'autre
part d'utiliser un shunt thermique pour souder les connexions.
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Courbes caractéristiques
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Schémas des amplificateurs

2LV 1
P

RPY770uRPY78 8V 7

200pF ]

B82Y85//

CSVG\E

sortie

BCYT1

>

Figure 3. Amplificateur faible bruit pour RPY 77 - RPY 78

Réf. 2490-

GRESP r°Y 77-7879-80 - Page 4/4

1000 pF [
2,5V T

.
RPY79 OURPY80

\2
E295227/02

560k Q0

-18v
12k LOOpF
6V
i'(:-EE 3300
16V
33k
1
B8C109 sorli
BCY71
12kQ
150k

b

Figure 4. Amplificateur faible bruit pour RPY 79 - RPY 80




detecteurs
photoconducteurs
au sulfure de plomb

61 SV
62 SV

detection infrarouge 0,3 a 3 pm

Les détecteurs photoconducteurs 61 SV et 62 SV au sulfure de plomb sont montés dans un boitier pour emploi a tempéra-

ture ambiante.

Caractéristiques principales
61SV 62 SV
Domaine de réponse spectrale . . . ... .o 0,3a3 0,3a3 um
Maximum de réponse spectrale . . . . .ot it 2,2 2,5 um
RESISTANCE - - ottt et e 1,56 1.5 M Q
SENSIDIlITE (32 PM) « o v ettt e e 8,0.10' | 1,2.10° v/wW
D* (2,0 um, 800,1) « « vttt et e 4.10'" 6.10'° cm.Hz! 2.w-!
CoNStanNte de TEMPS -« v v« v ottt e e e et e e e 100 175 us
Surface sensible . ..ot 6,0x6,0| 6,0x6,0 mm
BrOChage Vues de dessus
(Dimensions en mm) =22max
61SV 62SV
M
o 6 17
g § AN
b Y /I - surface Y surface
”_n o || sensible © sensible
138
+005

Valeurs a ne pas dépasser (Limites absolues)

N max 250 \
L e max 0,5 mA
LT T — 554+ 60 °C
” - - A _ o
Caractéristiques (T b= 20°C)
am
61SV 62 SV
Maximum de réponse SPectrale . . ... .....couu it 2,2 2,5 um
Domaine de réponse spectrale .. ... ... ... .. e 0,3a3 0,3a3 um
) min 1,0 1,0 M Q
Résistancedel'élément . .. ... ... .. typ 1,5 1,5 M Q
max 4,0 4,0 M Q
Constante de temps (VOIr Note 2) . ... ... . i . typ 100 175 us
Tensionde bruit ... ... ... typ 8,5 8,6 wv
Performances
1) Corps noir (voir note 1) \
I ° min 2,0.10* 1,0.10° V.w-!
Sensibilité (500°C) ... .ot { typ 1.3.10° 20.10° V. W-!
il ° min 2,0.10% 6.0.10° cm. Hz v2\w-!
Détectivité D* (500°K, 800, 1) ... oot { vp 65.10° | 10.10° om. He 12\y-1
Puissance équivalente de bruit (500 °K, 800, 1) . ... ........coouureeeono.. [ typ 92107 6,0.10°'° w
max 3,0.10°° | 1,0.10° W
2) Source monochromatique
Sensibilité (2,0um) ... ... . typ 8,0.10! 1,2.10 v.wt
Détectivité D* (2,0 um, 800, 1) ... .ot typ 4,0.10'° ]6,0.10'° cm.Hz'/2.w~!
Puissance équivalente de Bruit (2,0 um, 800, 1) .. ....... ... . .. . typ 1,5.10°" | 1,0.107"! w
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Notes

1) Conditions de mesure.

Les caractéristiques sont mesurées sur un détecteur monté en
série alimenté avec une résistance 1 M, la tension continue
d’alimentation étant de 200 V aux bornes de I'ensemble (les
caractéristiques en circuit ouvert ne sont pas fournies).

L'élément sensible est situé 8 264 mm d’une source de radia-
tion (corps noir) délimitée par une ouverture de 3 mm de diametre.
La radiation est modulée & 800 Hz par un chopper mécanique
(température ambiante). Dans ces conditions, la puissance effi-
cace au niveau de I'élément est 4,5 uW. cm~2 (facteur de modu-
lation = 2,2).

La mesure des signaux de sortie du détecteur est effectuée
avec un amplificateur accordé sur 800 Hz dont la bande passante
est de 50 Hz.

Les valeurs indiquées entre parenthéses pour la sensibilité, la
détectivité D* et la P.E.B. se rapportent aux conditions de mesure.
Par exemple, D* (2 gm, 800, 1) signifie que la radiation incidente
monochromatique a pour longueur d'onde 2 um avec une modu-
lation @ 800 Hz pour une bande passante de 1 Hz.

D* et P.E.B. Vs 1/2
. Ve [ A0 ]
wW
Vg = tension du signal de sortie
VN = tension instantanée de bruit
A = surface utile du détecteur
A f = bande passante de I'amplificateur de mesure
W = puissance efficace incidente

Courbes caractéristiques

@ 61SV/62 SV - Page 2/4

La puissance équivalente de bruit se déduit de la détectivité par
la formule :
A 1/2
D

Le signal et le bruit varient avec le courant de la polarisation
(fig. 3 et 4). Pour un courant élevé, le bruit croit plus rapi-
dement que le signal. Le rapport signal/bruit a donc une valeur
maximale pour une valeur de courant différent d'une cellule a
I'autre.

P.EB.=

2) Constante de temps.

Les valeurs de constante de temps correspondent a la réponse
du détecteur & une fonction échelon de radiation incidente. Elles
sont définies entre le moment ol la radiation disparait et le temps
au bout duquel le signal de sortie tombe a8 63% de sa valeur
maximale.

3) Variation des caractéristiques avec la température.

La résistance, la sensibilité et la détectivité varient avec la tem-
pérature ambiante. Des facteurs de corrections pour pallier ces
variations sont données en fig. 8.

4) Recommandation.

Une exposition prolongée du détecteur, aux radiations visibles
doit étre évitée.

£ 100[61S5V ~; 61SV
5 70 N 62SV
é") 500 62SV NN\ { i
@ .
62SV
% 30 \
= 61SV \ \
Fig. 1 \
Réponse spectrale 4 20 °C. 10 y
3
1
1 2 3 4
longueur d'onde (pum)
11
pe © 61SV
(Apum 8007) 7 - ]628\/
1
em(Hz) V2 )5 - 625V
w 1 //” ™
3 N
< e1sv \| |\
10
Fig. 2 10 \‘
Variations typiques de la détectivité en fonction \
de longueur d'onde. A\ [\
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Bruit relatif en fonction de la fréquence.
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Fig. 3

Détectivité, sensibilité et bruit en fonction du courant du détecteur

Vsource =200V lgétecteur = 80 LA

Fig. 4

Détectivité en fonction de la fréquence.

Fig.5

Sensibilité relative en fonction de la fréquence.
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Température du corps noir (°K)

Sensibilité relative en fonction
de la température du corps noir.
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detecteurs infrarouge @
pyroélectriques

au sulfate de triglycine
température de fonctionnement : 25°C

802 CPY

détection infrarouge (2 a 100p m)
détection de proximité

(sans projecteur infrarouge)

Le 802 CPY est un détecteur infrarouge rapide a large bande fonctionnant a la température ambiante de 25 °C.

Le matériau détecteur est du sulfate de triglycine (réponse spectrale uniforme de 2 um a 1000 pm), conditionné dans une
enveloppe hermétiquement scellée ; le détecteur est associé a un préamplificateur dans un boitier métallique.

Le détecteur est normalement équipé d’une fenétre en bromure de potassium (2 pm a 25 pm).

D’autres types de fenétres peuvent étre montées a la demande suivant la gamme de longueur d’ondes souhaitées ; par

exemple : Iodure de césium, KRS §, silicium, quartz.

Brochage e

(Dimensions en mm)

10,0mm nom —sy

Préamplificateur

90,0 max
75,0nom

[ |

T
Support DIN Spec 41524
L

E
o 1 18,0mm
©

Caractéristiques (Tagmp = 25° C)

(Mesures effectuées a la sortie du préamplificateur)

DIAMEIE « o ottt e e e e
Champ de VISION .« oo vttt e e
Réponse spectrale (fenétre KBr) ... ...t e

Tension d’alimentation - - .« e v v ettt ettt et e e e e e e e e
Impédance de sortie du préamplifiCateur « « - -« oo vttt e

Puissance de bruit équivalente (500 °K, 90, 1) . ... ..ottt
D* (500 °K, 90, 1) (2) « v e vttt

Sensibilité (500 OK) ...

Tension de bruit (90 Hz) . .« . oottt e e
Température de fonctionnement (3) ... ... o i e
Température de stockage . . ... ... .t

min
max

25
12
200
1,5.107°
3,5.107°
5.107
5.107
500
1000
1,6.10°¢
+ 45
+ 45

mm
o

pum
m

\%

Q

W

w

cmHz 1,/W
cmHz v/W
V/W

V/W
VHzy,

°C

°C

265



266

Courbes caractéristiques GREDP 502 cFv - Page 212

" = 10 " — T
9 T 1 H 1T 1 1111
I 1 1 Jr ll_L]'[ 1
100k H; s 5
— ’ i
4
A ! T
/] L m N T
107} 08 il 10t
7 10kHz e s
— N AN
= A H —f B \
4 B T~ )
o 10 1kHz 297 T 10°)
@ B Z - § TiEssss § ‘
r P 100Kz : - H ¥ N :
L u
A Lt 10H , N
AT ’ SN N
L1 AT NN
109 — 108 102,
: : g
3
. N
7 N \ TkHz
\IOka l
0y N o \ 10° = 107,y face se;sd;biltmz, 107 ’ 1
° g"mm“mz, 10 'ozsuiaoe sensablelmz)'o‘ ! -

Fig. 2 - Variation typique de la puissance Fig. 3 - Variation typique de détectivité Fig. 4 - Variation typique de sensibilité
de bruit équivalente en fonction cn fonction de la surface sensible. en fonction de la surface sensible.
de la surface sensible.

N 1 - L’impédance d’entrée de I"amplificateur doit étre supérieure a 10 k()

2 - Facteur de détectivité D*
S§ Un détecteur infrarouge est caractérisé par sa sensibilité (Volt/Watt) :
InN P Vs tension de sortie du détecteur
" T e—a
P : h - incid
puissance photonique incidente
T . La puissance minimale détectable PR est limitée par le bruit du détecteur B
£ N o 3
%‘m BasY B= Vb
100H . . ’ .
Vp = tension instantanée de bruit.
P P dénommée puissance équivalente de bruit s’exprime sous la forme :
-—— 1kHz
=g B
T ki Pr =
107) 0 0kH: — T
B=F
La détectivité normale D” est définie comme I'inverse de Pg
: D - 1 F Vs
P B BP

10-Y -z T
o 10%urface sensile em?) 0

La détectivité normale D exprime en fait le rapport signal/bruit par unité de

Fig. 5 - Variation typique de tension de  puissance de radiation incidente, en fonction de la longueur d’onde.
bruit en fonction de la surface

sensible. La détectivite normale D variant suivant les parameétres qui régissent la tension

équivalente de bruit est inversement proportionnelle a la racine carrée de la bande
passante AF du préamplificateur et est aussi fréquemment inversement proportionnelle a celle de la surface utile de
détection.
C’est pourquoi la détecitivité normale est souvent ramenée a I'unit¢ de bande passante et a 'unité d’aire de détection.
Vs

On définit ainsi la détectivité spécifique D* : D* = D \/A.Af soit D* = BP \/ A Af qui s’exprime en cm.Hz 1, W',

La détectivité spécifique est fonction de la longueur d’onde A ou de la température de couleur § de la radiation détectée
ainsi que de la fréquence de mesure f du signal et du bruit ; c’est pourquoi on écrit fréquemment :
D* (A, f, 1) ou D* (T, f, 1) ”1” rappelant que D* est ramené a 'unité de bande passante.

3 - Température de fonctionnement

Aux températures supérieures au point de Curie (49 °C), les propriétés pyroélectriques s’estompent. Bien que le cristal ne
soit pas endommagé par I’exposition aux températures supérieures a 49 °C, il se dépolarise et il est nécessaire de le repola-
riser lorsque la température de fonctionnement est redevenue normale, en appliquant aux bornes du dispositif une tension
continue. (Les instructions pour la repolarisation sont données avec chaque détecteur).

Reéf. : 2442-




facteur de conversion
des unités photometriques

Emploi : Multiplier la valeur de la grandeur mesurée
exprimée en unité de la colonne X par le facteur de
conversion du tableau pour obtenir la valeur de la

grandeur exprimée en unités de la ligne Y.

luminance
Y ) Candle Candle Foot
Nit Stilb p. sQ. p. sq. Apostilb Lambert
X Foot Inch Lambert
Nit 1 » L .
Candela/m? 10 0,0929 6,452.10 3,142 3,142.10 0,2919
Stilb 104
Candela/cm? 1 929 6,452 3142 3,142 2919
Candle . _
p. sq. foot 10,76 10,76.10* 1 6,944.10 33,82 3,382.103 3,142
Candle
p. sq. inch. 1550 0,155 144 1 4869 0,4869 4524
Apostilb 0,3183 3,183.10 0,0296 2,054.10* 1 104 0,0929
Lambert 3183 0,3183 295,7 2,054 104 1 929,0
Foot Lambert 3,426 3,426.10¢ 0,3183 2, 21.10°3 10,764 1,076.1073 1
Nota : Lumen et candela (bougie) sont communs a tous les systémes. écl airement
Y Foot
X Lux Phot Candle
Lux 1 104 0,0929
Phot 104 1 929,0
Foot Candle 10,674 10,674.104 1
tableau de correspondance
UNITES : Photométriques (visibles) Energgt!ques
non visibles
Définitio Systéme MKS Systéme CGS Unités Systéme SI
¢ n Y Y Anglo-saxonnes ysteme
1 — Unités basées sur l'intensite
Flux de lumiére
(équivalent & une puissance totale) Lumen Lumen Lumen Watt
Intensité
Flux émis par unité d’angle solide |Candéla(lumen/stéradian) Candéla Candéla Watt/Sr
ou W.Sr!
Luminance Candle
Intensité émise par l'unité de Nit Stilb per square foot Watt/Sr.m?
surface de la source (candéla/m?) (candéla/cm?) Candle per square inch ou W.Sr1m—2
£clairement
Quantité de lumiére recue par unité Lux Phot Foot Candle Watt/m?
de surface (lumen/m?2) (lumen/cm?) lumen/sg. foot ou W.m~2
2 — Unités basées sur le diffuseur de Lambert
Luminance
Luminance du diffuseur dont la ra- Apostilb Lambert Foot-Lambert
diance est de 1 lumen par unité de | (rayonnement de 1 lux) (rayonnement (rayonnement de
surface de 1 phot) 1 foot candle)

267






Ces informations sont données 3 titre indicatif et sans garantie quant aux erreurs ou omissions. Leur publication n‘implique pas que la matiére exposée soit libre de tout droit de brevet
et ne confére aucune licence de tout droit de propriété industrielle. R.T.C. LA RADIOTECHNIQUE COMPELEC n’assumant en outre aucune responsabilité quant aux conséquences de
leur utilisation. Ces caractéristiques pourront éventuellement étre modifiées sans préavis, et leur publication ne constitue pas une garantie quant a la disponibilité du produit. Ces
informations ne peuvent &tre reproduites par quelque procédé que ce soit, en tout ou partie, sans I'accord écrit de R.T.C. LA RADIOTECHNIQUE COMPELEC.

RT.C LA RADIOTECHNIQUE—COMPELEC

SEMICONDUCTEURS ET MICROELECTRONIQUE / TUBES PROFESSIONNELS ET INDUSTRIELS
MATERIAUX, COMPOSANTS ET SOUS-ENSEMBLES PROFESSIONNELS / ELECTRONIQUE GRAND PUBLIC
CONDENSATEURS RESISTANCES - MOTEURS
130 AVENUE LEDRU-ROLLIN - 75540 PARIS CEDEX 11 - TELEPHONE : (1) 355.44.99

CENTRES INDUSTRIELS ET LABORATOIRES : CAEN - DREUX - EVREUX - JOUE-LES-TOURS - SURESNES - TOURS
S.A. AU CAPITAL DE 300.000.000 DE F — R.C. PARIS B 672 042 470

Réf. 53583-10-76 Composition : Paris-Photocomposition — Impression : {.M.E. 25-Baume les Dames

P - 30 F Dépot légal 4° trim. 1976 — N° d'imprimeur 6066




	RTC_guide inge opto_1976__20200310_08500042_0006
	RTC_guide inge opto_1976__20200310_08501194_0007
	RTC_guide inge opto_1976__20200310_08511672_0006
	RTC_guide inge opto_1976__20200310_08553501_006a
	RTC_guide inge opto_1976__20200310_08524454_0007
	RTC_guide inge opto_1976__20200310_08530896_0008
	RTC_guide inge opto_1976__20200310_08545569_0009
	RTC_guide inge opto_1976__20200310_08562331_0011
	RTC_guide inge opto_1976__20200310_08580642_0012
	RTC_guide inge opto_1976__20200310_08584118_0013
	RTC_guide inge opto_1976__20200310_09035773_0014
	RTC_guide inge opto_1976__20200310_09051529_0015
	RTC_guide inge opto_1976__20200310_09055509_0016
	RTC_guide inge opto_1976__20200310_09134884_0017
	RTC_guide inge opto_1976__20200310_09143348_0018
	RTC_guide inge opto_1976__20200310_09205370_0019
	RTC_guide inge opto_1976__20200310_09220007_0020
	RTC_guide inge opto_1976__20200310_09271809_0021
	RTC_guide inge opto_1976__20200310_09280178_0022
	RTC_guide inge opto_1976__20200310_09403577_0023
	RTC_guide inge opto_1976__20200310_09411749_0024
	RTC_guide inge verso



